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RESUMEN

El presente trabajo de tesis muestra el disefio y construccion de un pre-
amplificador para la frecuencia de 50MHz, la cual es la frecuencia de trabajo del
radar en el Radio observatorio de Jicamarca. La implementacién de dicho circuito
responde a la necesidad de superar los problemas presentados con dos tipos de
pre-amplificadores usados actualmente. El primero (basado en un MOSFET), no
puede soportar eventuales picos de voltaje elevado y posee una ganancia baja. El
segundo, que usa como elementos activos a nuvistores 6 tubos de bajo ruido, es
tal vez el mas fiable ya que soporta los picos de voltaje, sin embargo, su figura de
ruido es algo elevada por lo que se debe prescindir de dicho circuito en casos en
los que la senal recibida sea muy pequena. Por tanto, el disefio del presente
trabajo debe tener la capacidad de soportar los picos de voltaje eventuales, tener
una baja figura de ruido y poseer un buen nivel de ganancia (mayor a 24dB).

Para lograr dicho cometido se usan los parametros scattering, como herramienta
fundamental en la obtencién del modelo de los dispositivos activos elegidos, vy la
carta de Smith gracias a su facilidad de uso y cantidad de informacién que provee.
Finalmente, se detallan los principales criterios a tener en cuenta en la
construccién de cualquier amplificador de RF y la forma como éstos se aplican al
presente disefio. Por lo tanto, el presente trabajo trata no solamente de mostrar el
proceso de disefio de un amplificador especifico sino, también de mostrar
estrategias de disefio que puedan servir de ayuda a cualquier persona que trabaje

en el area de diserio electrénico en altas frecuencias.
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DESCRIPCION Y OBJETIVOS

Ampliamente se sabe que el disefio de circuitos en altas frecuencias requiere de
métodos alternativos a los vistos en cursos de pregrado, debido a que en la mayoria de
casos las técnicas convencionales se tornan engorrosas y poco practicas, por lo que surge la
necesidad de contar con herramientas y conceptos que faciliten dicha labor. Por lo tanto, en
este tema de tesis se propone la aplicacion de la teoria relacionada a los parametros
scattering asi como de la carta de Smith en el disefio de un pre-amplificador de SOMHz, que
reemplazara a los pre-amplificadores actualmente usados en los receptores del radar del
Radio Observatorio de Jicamarca (ROJ), ya que contard con mejores caracteristicas de
ganancia, ancho de banda, figura de ruido y mayor resistencia a picos eventuales de voltaje.

El trabajo consiste en describir los pasos fundamentales en el disefio del pre-
amplificador, comenzando por la medicidon de los parametros scattering de los dispositivos
activos elegidos. Una vez hechas las mediciones, se trabajara en el disefio propiamente
dicho, para lo cual se utilizard como principal herramienta la carta de Smith, y ademas
tomando en consideracion las regiones de inestabilidad y circunferencias de ganancia y
ruido constantes, todas las cuales se derivan a partir de las mediciones efectuadas de
paradmetros scattering .

Finalmente, se explican los principlaes puntos a tener en cuenta en la construccion del
circuito, tales como: eleccion y distribucion de componentes, caracteristicas de la tarjeta de
circuito impreso (material, longitud de pistas y separacion minima entre éstas) y el

alojamiento mecanico (material y grosor minimo).
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INTRODUCCION

Durante la segunda guerra mundial, el desarrollo del radar constituyé un
importante incentivo para mejorar los métodos de disefio de circuitos en alta
frecuencia, ya que dichos métodos empleados hasta esos momentos combinaban
técnicas que respondian mas a la intuicidon que a un conocimiento o entendimiento
claro de cada uno de los componentes que constituian los diferentes circuitos.
Muestras de tales técnicas de disefio son por ejemplo el método de capacidades
distribuidas y de circuitos aglomerados, las cuales muchas veces usaban mas
componentes de lo necesario ante la incertidumbre de si el circuito iba a trabajar
correctamente o no. Es asi, que dicha investigacion dio sus primeros frutos hace
cerca de 50 afnos, cuando se desarrolld el conjunto de herramientas conocido
como parametros Scattering, las que permiten el modelamiento de redes eléctricas

pero con relaciones de potencia y coeficientes de reflexidon, las cuales son
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variables muy adecuadas en el rango de frecuencias altas (VHF y UHF), ademas
de requerir la caracterizacion de ondas viajeras. Por tanto, dichos parametros son
conceptualmente simples, analiticamente convenientes y capaces de proveer
suficiente informacién en una medicion o problema de disefio determinados.

Asimismo, de un tiempo a esta parte, el Radio Observatorio de Jicamarca
(ROJ), que inici6 sus operaciones en el afio 1963, ha venido realizando diferentes
experimentos, la mayoria de los cuales relacionados con la ionosfera, por lo que
se ha visto en la necesidad de mejorar continuamente las prestaciones de cada
uno de los equipos que conforman el radar para obtener mejores resultados. Uno
de estos equipos son los llamados pre-amplificadores o Front-End’s los cuales
tienen basicamente dos funciones: dar un primer grado de amplificacion a las
sefales extremadamente pequenas provenientes del cielo y proteger al receptor
de eventuales picos de voltaje debido a que el radar utiliza la misma antena para
transmitir y recibir.

Por tanto, en el presente trabajo se disefia y construye un pre-amplificador
de bajo costo que reemplace a los Front-End’s actuales del Radar de Jicamarca,
ya que los actuales presentan basicamente dos problemas: figura de ruido muy
alta y poca resistencia ante los picos de voltaje eventuales. Para esto, se usara
como base la carta de Smith y la teoria de parametros Scattering con un nivel de
impedancia de referencia, que en el caso de RF y microondas se ha adoptado
universalmente en 50Q. Este valor no es arbitrario, es un compromiso entre
potencia y atenuacion, y debe tenerse muy presente. En el presente trabajo, a
menos que se especifique lo contrario, todos los parametros Scattering o
coeficientes de reflexion estaran referidos a 50Q.

La estructura de la tesis es como sigue, en el Capitulo 1 se dan los
conceptos fundamentales concernientes a los parametros Scattering y los
principales criterios de disefio de amplificadores derivados de dichos parametros.
En el Capitulo 2 se da una descripcion general de cada una de las principales
partes del radar del ROJ dando especial énfasis al sistema de recepcion para asi

ubicar correctamente al proyecto. El Capitulo 3 se enfoca en lo que es el disefo
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en si del amplificador, para lo cual se muestra el método de medicion de
parametros Scattering de los dispositivos activos elegidos y todo el proceso de
disefio en base a los parametros hallados, haciendo uso de la carta de Smith para
el disefio de las redes de adaptacion de impedancia. Posteriormente, en el
Capitulo 4 se detallan los principales criterios a tener en cuenta para la
construccion del dispositivo y la forma como estos se aplican al caso particular de
disefio, dando especial énfasis en la seleccion de componentes mas adecuados.
En el Capitulo 5 se presentan los resultados mas resaltantes del proyecto tales
como el nivel de ganancia, figura de ruido y ancho de banda, entre otros.
Finalmente, se presentan las conclusiones, producto del presente trabajo.
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CAPITULO UNO: CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE CIRCUITOS
EN RF

1.1 INTRODUCCION

A diferencia de los parametros hibridos o los de admitancia, los parametros
scattering o simplemente parametros “S”, son de mucha ayuda en el disefio de
circuitos en altas frecuencias ya que estan basados en términos mas adecuados
tales como ondas viajeras, por lo que vienen a ser los parametros naturales para
el modelamiento de lineas de transmision, circuitos de RF y de microondas. Es por
eso que para entender dicha informacién, es necesario conocer las bases sobre
las que se funda el concepto de parametros S, como se obtienen y la forma cémo
ellos explican los principales criterios utilizados en el disefio de amplificadores de

alta frecuencia.
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1.2 ONDAS VIAJERAS

En altas frecuencias la corriente, voltaje o potencia que emana de una
determinada fuente con impedancia Zs, y que es entregada a una carga Z,, puede
ser considerada en la forma de ondas incidentes (E;) y reflejadas (E,) viajando en
direcciones opuestas a lo largo de una linea de transmision, cuya impedancia
caracteristica es Zo (figura 1.1). Si la impedancia de la carga (Z.) es igual a Zo, la
onda incidente es totalmente absorbida por la carga y no hay onda reflejada. Por
otro lado, si Z, difiere de Zo, cierta porcion de la onda no es absorbida, sino que es
reflejada de regreso hacia la fuente. Si la impedancia de la fuente (Zs) es igual a
Zo, la onda reflejada de la carga es completamente absorbida por la fuente y no
ocurren mas reflexiones. Pero si Zs es diferente de Zp, una porcion de la onda
reflejada es re-reflejada de vuelta a la carga y todo el proceso se repite
nuevamente de manera indefinida. La razon entre la onda reflejada e incidente es
el denominado coeficiente de reflexion (I') el cual constituye la base para entender

los parametros “S”.

Fuente 6/9

FIGURA 1.1. ONDAS INCIDENTE Y REFLEJADA QUE VIAJAN POR UNA LINEA
DE TRANSMISION DE IMPEDANCIA CARACTERISTICA Zo.

Por lo tanto, por convencién, las ondas que viajan hacia una red de dos

puertos (entrando por los puertos) son llamadas ondas incidentes, y las que salen

de los puertos son las llamadas ondas reflejadas, cada una con sus respectivas

componentes de voltaje y corriente (figura 1.2), en donde se cumple (Lépez, [6]):
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=ln_yg, LA

donde Z; es la impedancia caracteristica de las lineas de transmision de entrada y

salida.
Vi1’ li1 Vi1’ li1
ZS
ZO ZO
Red de
A Puerto dos Puerto Y
Q/; Vr1’ Ir1 1 puertos 2 Vr2’ lr2 z,

FIGURA 1.2. ESQUEMA DE LA TRANSMISION Y DIVISION DE UNA ONDA
VIAJERA A SU PASO POR UNA RED DE DOS PUERTOS

Ademas, de acuerdo a la figura 1.2, cuando la onda (Vjs), generada por una fuente
de voltaje (Vs), alcanza la red, dos nuevas ondas se generan. Una, aparece en el
puerto 2 (Vi) alejandose de la red y la otra aparece en el puerto 1 (Vi)
regresando a la fuente, por lo que los parametros “S” caracterizan la red indicando

la cantidad de potencia reflejada en ambos puertos (V,,>/Z,, V,,° / Z,) en relacién

a la cantidad de potencia incidente en cada uno de ellos (Vnz/Zo, V,,QZ/ZO)
(Schwartz, [1]).

Por tanto, ya que los parametros “S” estan basados en las caracteristicas
de reflexién y por tanto, en las relaciones de potencia en una red, uno de los
enfoques mas utiles es la representacion de una red en términos de potencias. Es
asi, que se define un nuevo juego de parametros: “a”y “b” (Anexo A, seccion A.3)

an:\/%:\/Z_olm .1.2a

L .1.2b
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donde “n” se refiere al puerto 1 6 2 y Z, es la impedancia caracteristica de las
lineas de conexidn en la entrada y salida de la red.
Estas nuevas variables (a y b) son muy convenientes porque permiten

expresar el flujo de potencia en cualquier puerto como: (Anexo A, seccién A.3)

2

1.3

Flujo de potencia = P, = lQan
2 o o

Es por esto ultimo que “a” y “b” son llamadas ondas de potencia incidente y
reflejada respectivamente.
1.3 PARAMETROS “S”

La importancia de los parametros “S radica en el hecho que las ondas
viajeras, a diferencia de voltajes o corrientes en los terminales del dispositivo, no
varian a lo largo de lineas con pérdidas ya que se basan en desfases entre las
ondas incidente y reflejada. Esto significa que los parametros “S” pueden ser
medidos estando el dispositivo a cualquier distancia de los equipos de medicion.
1.3.1 DEFINICION

Los parametros “S” son simplemente descriptores de potencia de una onda
los cuales nos permiten definir relaciones de entrada-salida de una red en
términos de ondas viajeras incidente (E)) y reflejada (E;), por lo que los parametros

“S” se definen como:
b, _ Su Su||a
- ...1.4a
b, S, Sy |4,
de donde:
b, =8,a, +8S,a,

..1.4b
b, =8, a,+8ya,

Por ejemplo, la potencia total que fluye a una carga (b,) consiste de la

porcidén de (az) que es reflejada en el puerto 2 de la red y de la porcion de (a4) que
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es transmitida a través de la red al puerto 2. Asimismo, la potencia total que fluye
de regreso hacia la fuente (b;) consiste de la porcion de (a1) que es reflejada en el
puerto 1 de la red y de la fraccion de (az) que es transmitida a través de la red.

Los términos que se obtienen son:

b, onda de potencia reflejada en el puerto 1

S,=— = — ...1.5a
a,|,, onda de potencia incidente en el puerto 1
b, onda de potencia transmitida al puerto 2

S, =—= = & - ...1.5b
a,|,, onda de potencia incidente en el puerto 1
b, onda de potencia reflejada en el puerto 2

S, =2 = — ...1.5¢
a,|,, onda de potencia incidente en el puerto 2
b, onda de potencia transmitida al puerto 1

S,=— © = —— ...1.5d
a,|,, onda de potencia incidente en el puerto 2

En otras palabras, lo que indican los parametros “S” es que S11 €s una
medida del coeficiente de reflexion de entrada de la red, es decir, indica la porcion
de la onda proveniente de la fuente que retorna a ella. Sy4, llamado “coeficiente de
transmision directa”, indica el grado de amplificacién de la onda. S;; es una
medida del “coeficiente de reflexion a la salida de la red”, es decir, indica la
porcion de la onda proveniente de la carga que retorna a ella. Finalmente Sq,
llamado “coeficiente de transmision inversa”, indica el nivel de amplificacion de la
red para una onda que ingresa por el puerto de salida (puerto 2). En el caso de
amplificadores, cuanto mas pequefo sea el valor de S12, mejor sera la estabilidad
y rendimiento del amplificador, ya que éste reduce la ganancia total del dispositivo,
es decir, es una “ganancia negativa” (Anderson, [2]).

1.3.2 CALCULO DE LOS PARAMETROS “S”

Para poder calcular los parametros “S” es necesario asegurar una condiciéon

de adaptacion perfecta de impedancias, esto es, asegurar que no exista onda

reflejada en el lado opuesto del grupo de parametros a medir.
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Como se establecioé anteriormente, S11y Sy, representan los coeficientes de
reflexion (I') a la entrada y salida de la red respectivamente, por lo que para su

célculo se recurre directamente a las siguientes relaciones (Nassiri, [3]).

b V
Sll:_l == ) S22:b_2 :erz 16
a, a2=0 Vil @ | 41=0 Vi2

Para el calculo de Sy1 y Sq2 también se usan las relaciones mostradas en la

seccion anterior, obteniéndose lo siguiente (Anexo A, seccion A.4 y A.5):

Szlzb_z =_2I/r2 :2& ...1.7a
a1 o0 4 Var
b 2V, 2V
S) =— =—rn=—1 . 1.7b
| 1m0 V, Ve
Vis
2=z, M\ w

QGD T </\/\~ Puerto [S] Puerto VAV o I:I

Vr1 ! 2 Vr2 ZL=ZO
Via
a,=0 Zs=Zo
-7
I:I /- Puerto | [S] Puerto ~V\#»- 72 7
sy Vi 1 2 V, C@)
L =0

= = (b) = =

FIGURA 1.3 (a) CALCULO DE Sy; Y Sy ADAPTANDO Zo EN EL PUERTO 2 A LA
IMPEDANCIA DE CARGA (Z.=Z0). (b) CALCULO DE S5, Y S12, ADAPTANDO Zo
EN EL PUERTO 1 A LA IMPEDANCIA DE FUENTE (Zg=Z0).

Por lo tanto, el calculo de S, y S12 se reduce simplemente a mediciones de

voltaje en entrada y salida.
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1.3.3 MEDICION DE LOS PARAMETROS “S”

Una forma basica y facil de medir los parametros “S” es mediante tres
elementos: un generador de sefales, un acoplador direccional y un voltimetro
vectorial (VVM).

° El generador de sefiales es usado para proporcionar la seial con la
frecuencia necesaria para las mediciones.

° El acoplador direccional es aquel instrumento necesario para poder aislar las
ondas incidente y reflejada y poder asi medirlas por separado usando el
VVM. Tiene esencialmente tres puntos de conexidn: entrada, salida y un
punto de muestreo que proporciona un nivel de sefial equivalente (pero no
igual) a la sefial de entrada, es decir, con la misma frecuencia pero con un
nivel de atenuacion determinado.

o El Voltimetro Vectorial (VVM) es un equipo de medicién que ante dos senales
de entrada, otorga dos datos importantes: Desfase y relacién de magnitud
entre ellas.

1.3.3.1 MEDICION DE S;; y S,,

Para el caso de S11 la conexién basica es la mostrada en la figura 1.4a
en la que la lectura del voltaje en el canal A del VVM (Ap) es proporcional a la
amplitud de la onda entrante al dispositivo (a:°). Similarmente, el voltaje en el
canal B (Bp) es proporcional a la amplitud del voltaje reflejado del dispositivo (b;P),

por lo que se puede escribir:

A :KAa1D , By :KBb1D ..1.8

donde Ka y Kg son constantes que dependen de los cables de conexién y del

acoplador. Asimismo, ya que a,” es cero por la presencia de la carga Z,=Zo en el

BD
w Tk
g D _ B
11 alD AD 19
KA

puerto 2, S11 esta dado por:
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Para encontrar los valores de Ka y Kg es necesario hacer una medida de
calibracion con un dispositivo de prueba DUT (Dispositive Under Test) conocido.
Si el DUT es removido y reemplazado por un cortocircuito a la salida del
acoplador, lo que teéricamente debe resultar es que las lecturas en el canal A (As)
y en el canal B (Bs) sean iguales y estén desfasadas 180°. Sin embargo, debido al
comportamiento no-ideal de los cables, cortocircuito y conectores, los valores

obtenidos seran:
Ag = KAaIS
BS = KBb1S

donde a;° es la onda entrante al cortocircuito y bs° es la onda reflejada en el

...1.10

mismo y ya que ambos estan desfasados 180°, el cociente de estas amplitudes

: B%

i I A

2 4 BERE
KA

debe ser -1. Entonces:

Por lo tanto, de 1.9y 1.11 se obtiene:

K_Az_A_s 2> [BS] .. 112

El mismo procedimiento se emplea para hallar Sy, con la salvedad que ahora la

sefnal de la fuente debe ingresar por el puerto 2 (figura 1.4b).
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Generador de

Sefiales VVM
A B
Z, Z,
Z Puerto 1 Puerto 2
° a,’=0
j Ay B, A\ - | -
:[ aTD E1D — - — DUT :|:[:] B
. ; ZL_ZO
Acoplador Direccional 2 I
(@)
Generador de
VM Senales
B A
Z, Z,
Puerto 1  Puerto 2 7
a D:O (0]
1
D:[ DUT m| JE - p A ]:
- L] b,P a,P
=2,
___________ Acoplador Direccional

(b)
FIGURA 1.4 (a) INTERCONEXION DE EQUIPOS PARA LA MEDICION DE Si1.
(b) INTERCONEXION DE EQUIPOS PARA LA MEDICION DE Sy,.

1.3.3.2 MEDICION DE S, y S,

El procedimiento necesario para hallar estos dos parametros es
practicamente el mismo que el descrito para el caso de S11y S, sélo que ahora
se deben muestrear los puertos de entrada y salida al mismo tiempo ya que se

debe ver el nivel de salida respecto al de entrada. El esquema de interconexion
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para Sy es el mostrado en la figura 1.5a en el que se puede ver que el DUT es
conectado directamente entre dos acopladores direccionales. El voltaje en el canal
A (Ap) es proporcional al voltaje que entra al DUT vy el voltaje leido en el canal B

es proporcional al voltaje transmitido a la salida del DUT (Bp), obteniéndose:

B
AD:KACIID 5 S _i_ %{B 113
BD :KBsz 21 al[) A% R I
KA

Para encontrar las constantes se debe hacer otra medida de calibracion. En
lugar del DUT se interconectan los dos acopladores. Por lo que teéricamente, si
los dos acopladores y cables de interconexion son idénticos, las magnitudes vy

fases en los canales A y B deberian ser las mismas (expresion 1.14).

B%
AEZKAGIE sz_ KB_I

> 4 o a ...1.14
B, =K, b* = a4 A%{
A

Por lo tanto, de 1.13 y 1.14 se obtiene:

Ky _ B S21 =

L= (3, ..1.15
AE

KA AE
Para el caso de Sy, el procedimiento es exactamente el mismo que S, solo que

ahora la sefial entra por el puerto 2 y sale por el puerto 1 (figura 1.5b).

Tesis publicada con autorizacion del autor

SOME RIGHTS RESERVED Algunos Derechos Reservados. No olvide citar esta tesis




PONTIFICIA

TESIS PUCP T ER'-}‘&E,_'}ETAD

DEL PERU

Generador de
Senales VWM

A B
o

Z, Z,
z, Puerto1  Puerto 2 rllj

:[ Ao > ] | DUT ] | 5 > ]:C]

D I D
a, TT L Y b,
I

Acoplador Direccional

. . I
Acoplador Direccional |

— e —— —— ]

Generador de
Sefales

T LD_,

Z, Z,

’_JL‘ Puerto 1 Puerto 2 7
(6]

D:[ Lot 0| DUT | « oA ]:

b,° == I~ ; m a,’
| Acoplador Direccional

. . I
Acoplador Direccional |

FIGURA 1.5 (a) INTERCONEXION DE EQUIPOS PARA LA MEDICION DE Sy;.
(b) INTERCONEXION DE EQUIPOS PARA LA MEDICION DE Sy,

1.4 CONCEPTOS DERIVADOS DE LOS PARAMETROS “S”

Una vez teniendo ya una idea de lo que son los parametros S, se puede ver
la gran utilidad de estos en definir las principales caracteristicas y parametros
necesarios para el disefio de circuitos en alta frecuencia tales como coeficientes

de reflexion, estabilidad y niveles de ganancia (para el caso de amplificadores).
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1.4.1 COEFICIENTES DE REFLEXION

Tal como se explicd anteriormente, los coeficientes de reflexion indican la
cantidad de onda reflejada respecto a un determinado nivel de onda incidente y su
valor esta por lo general entre cero y uno. Esto se demuestra de la siguiente
forma: si la carga esta perfectamente adaptada con la impedancia caracteristica
de la linea de transmision, toda la potencia incidente es absorbida por la carga,
por lo que la potencia reflejada es “cero”. Por otro lado, si no hay carga (circuito
abierto) 6 hay un cortocircuito, no hay nada que pueda absorber la potencia
incidente, por lo que la totalidad de ésta tiene que retornar, es decir, el coeficiente
de reflexion es “uno”. Por tanto, ya que los coeficientes de reflexion relacionan

onda incidente y reflejada, se cumple:
ZIN _Zo -S + S12S21FL

= = B
N zo+Z, MT1-T,S, 6a
V4 -7 S I
FOUT: ouTr 0] A S22 + 12S21 S 116b
ZOUT +ZO I_FSSII

Por tanto, de 1.16 se nota que el coeficiente de reflexiébn de entrada del
dispositivo (INn) depende del coeficiente de reflexion de la carga (L) “vista por
éste” y que el coeficiente de reflexién de salida ([out) depende del coeficiente de
reflexion de la fuente “vista” nuevamente por el dispositivo (I's), tal como se

muestra en la figura 1.6, donde NM;, y NM,; son las redes de adaptacion de

impedancia de entrada y salida del dispositivo, respectivamente.

——————————————————————————————————————————

I

J Dispositivo L E
Iy 11

Impedancia de entrada Iy Lour Impedancia de salida
“vista” por el dispositivo “vista” por el dispositivo

FIGURA 1.6. INTERCONEXION BASICA DE UN DISPOSITIVO ENTRE FUENTE
Y CARGA MEDIANTE REDES DE ADAPTACION DE IMPEDANCIA.
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Por otro lado, si el coeficiente de reflexion es un valor mayor a uno, quiere
decir que la onda reflejada es mayor a la incidente por lo que en el lado de la
carga debe haber alguna fuente 6 circuito que esté oscilando.

1.4.2 ESTABILIDAD

Se dice que una red es potencialmente inestable si bajo ciertas condiciones
de fuente y carga un circuito puede llegar a oscilar. Por lo tanto, como una forma
de evaluar si el dispositivo sera potencialmente inestable o no, es mediante el
factor de Rollet, k. Si k>1, el dispositivo es completamente estable a la frecuencia

de trabajo. Si k<1, el dispositivo sera potencialmente inestable (Bowick, [5]).

)

_ 1_‘511‘2 _‘522‘2 +[4]

k
%85S

A7

donde : A = 811822-812821
Por tanto, “inestabilidad” en la entrada y en la salida implica que |[',[>1y
|FOUT|>1 respectivamente, ya que el voltaje de retorno aumenta (realimentacion

positiva). Asi, las regiones en las que la impedancia de fuente “vista” por el

dispositivo produzcan inestabilidad en la entrada (|I,;|>1) 0 no ( |[',|<1) estaran

separadas por una circunferencia en el “plano I's” (ver figura 1.7). Analogamente,

otra circunferencia en el plano | separa las regiones en que la carga “vista” por el

dispositivo determina inestabilidad (|T,,,,|>1) 0 no (|T,,,|<1) en la salida.

Las expresiones para dichas circunferencias, son: (Ludwig, [4]).

|Szz| _|A| |Szz| _|A|
" =-—|SljSZ‘ - C, _(Su-su8) _ZSZZAZ) .1.18
S| =[] 0] =[]
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r, IC =1 r, =1
Inestable 1 < N Estable 4 <7 TN,
"l. ;f ‘rnur %
i \
| .
i .‘ {\.'\II:I[ l'!
£ !
..-"/ ,f
|Coul .
> rI-R > ra.ﬂ
Inestable
Tl =1 Tpl=1
@) [S,,[<1 (®) [,[>1

FIGURA 1.7 CIRCULOS DE ESTABILIDAD DE SALIDA (PLANO I'\)

Una vez que las circunferencias han sido dibujadas, lo siguiente es

determinar qué regidn es estable (circulo interior o exterior). Lo que se muestra a

continuacién: Si =0, entonces |[',,|=|S, |, por lo que surgen dos posibilidades
dependiendo de si |S,|<1 o |S,|>1. Para |5, | <1, el origen (I.=0) es parte de la
region estable, ver figura 1.7a. Sin embargo, si |S,,|>1 entonces |[,y|>1 para la

condicion ' =0, por lo que el origen es parte de la regién inestable, ver figura 1.7b.
El mismo razonamiento se emplea para el caso del circulo de estabilidad de
entrada, solo que en este caso s esta en lugar de 'L y Sy, en vez de Sqy.

No obstante, se debe tener cuidado al momento de interpretar los circulos

de estabilidad si el radio del circulo es mayor a |Cin| o |Cout|. Por ejemplo,
tomando el caso del circulo de estabilidad de entrada, si 's=0 y |S22| <1, entonces
ICour|=|S| <1, por lo que el origen (Fs=0) es parte de la region estable. Pero si

ademas, rin>|Cin|, dicho origen estara contenido dentro del circulo de estabilidad,
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por lo que la regidn estable sera la region interna a dicho circulo y no la externa,
tal como se muestra en la figura 1.8.

i

I'_.\'
|r:~_uﬂ_:_ ' Inestable
- -
, >
I
|
\
A
Estable .
>
Tl =1
(@) fin < |Cin| (b) fin> |Cin|

FIGURA 1.8 REGIONES DE ESTABILIDAD DE ENTRADA PARA |S.,|<1,
DEPENDIENDO DE LA RELACION ENTRE r; y [Cinl.

1.4.3 GANANCIAS DE POTENCIA

Sea una red de dos puertos conectada a una fuente y a una carga, tal como
se muestra en la figura 1.9, se puede notar que aparte de la potencia de entrada a
la red (P\y) y de la potencia que llega a la carga (Pour), existe una potencia

disponible de la fuente (Pays) y una potencia disponible a la salida de la red (Pavo)-
Por lo tanto, es obvio que Pavs=Pin Y que Pavo=Pour.

,,,,, 3 Red de

o dos | |
A @ puertos - [] ,
| | ()

PAVS F)IN PAVo POUT

FIGURA 1.9 FLUJOS DE POTENCIA EN UNA RED DE DOS PUERTOS
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Con esto se pueden definir tres tipos de ganancia de potencia:

. . . P
Gp = Ganancia de potencia ordinaria =T
Py
_ . . g P,r

Gr = Ganancia de potencia de transduccion = 7
AVs
. . " . PAVU

Ga = Ganancia de potencia disponible = 7
AVs

La ganancia de potencia ordinaria Gp es simplemente la relacion entre la
potencia que sale a la carga y la que entra a la red. Sin embargo, la ganancia de
potencia de transduccién Gt tiene mas significado fisico porque da la razén entre
la potencia realmente entregada a la carga y la potencia que seria entregada a ella
en caso de lograr una adaptacién de impedancia perfecta, ya que Pays puede ser
siempre obtenida de la fuente si se emplean técnicas de adaptacién de
impedancia. Si por otro lado, la ganancia inversa se desprecia (S12=0), se obtiene
la ganancia de transduccion unilateral Gry, la cual es usada como un método

aproximado en el disefio de amplificadores.

Algunas relaciones utiles son:

1. Gp depende de Z,, pero no de Zs. ...1.19a
2. Ga depende de Zs, pero no de Z,. ...1.19b
3. Gy depende de Zsy de Z,. ...1.19¢c
4. Ga2Gry Gp2Gr ...1.19d

_ (1 _|FL|2)|SZI|2(1_|FS|2)

..1.19¢
|1_FLF0UT|2|1 - S11rs|2

5. G,

=S, a-IngH

_ . 1.19f
=T, -5,

TU
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1.4.4 ADAPTACION CONJUGADA SIMULTANEA DE IMPEDANCIA

Se dice que hay una adaptacién conjugada de impedancia en una red de
dos puertos cuando no existe onda reflejada a la entrada de la red y tampoco en la
carga. Por lo tanto, toda la potencia disponible de la fuente Pays ingresa a lared y
toda la potencia disponible a la salida de la red Pay, puede ser aprovechada por la
carga, por lo que Ga=G1=Gp=Gpmax.

Este concepto es muy util en el caso de amplificadores ya que mediante
una adaptacion conjugada de impedancias se puede lograr la maxima ganancia
disponible del dispositivo (Gmzx). Sin embargo, este concepto sélo puede ser
usado si el dispositivo es completamente estable a la frecuencia 6 frecuencias en
las que se requiere que trabaje, esto es, que las ganancias tiendan a valores
estables.

Para lograr una adaptacion conjugada simultanea se debe lograr que la red
“vea” que el valor de impedancia de la fuente sea el complejo conjugado de su
valor de impedancia de entrada y que la impedancia de la carga sea el complejo
conjugado del valor de su impedancia de salida. A esto se llama “adaptacion de
impedancia” y se logra mediante el uso de redes pasivas (capacitores e
inductancias) 6 activas entre fuente y red, y entre red y carga.

Por tanto, se puede inferir que si s6lo uno de los lados de la red esta
perfectamente adaptada (['=0), la ganancia de un amplificador dependera
unicamente del nivel de adaptacion de impedancia del otro lado. Gracias a esto es
que se pueden utilizar el concepto de las llamadas “Circunferencias de ganancia
constante”.

1.4.5 CIRCUNFERENCIAS DE GANANCIA CONSTANTE

Son circunferencias dibujadas en los planos I's y 'L que indican todos los
puntos en los cuales el amplificador presenta una misma ganancia. Hay dos
métodos: El primer método esta basado en el uso de la “ganancia de potencia
ordinaria” Gp. En este método se busca el coeficiente de reflexion ', asumiendo
que la impedancia de la fuente es el complejo conjugado de la impedancia de

entrada del amplificador (s = I'*in). Es por esta razén que este tipo de
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circunferencias se grafican en el plano [. Asimismo, como cualquier
circunferencia, los parametros que lo definen son la posicién del centro del plano

(Cq0) Y €l radio (rgo). (Ludwig, [4]).

_ 2,(S,, —AS)) _ \/1_2kgo|Slez1|+g02|Slez1 ’ 120
“ 1 g, (9, - [AP) « 1+ g0(Saf" =[a])
donde: g, = sz
S

k : Factor de estabilidad de Rollet
Gp : Ganancia deseada
El segundo método usa la “ganancia disponible” de potencia Ga. En este
caso se asume una adaptacion de impedancia perfecta en la salida del
amplificador (M. = o), y Se busca el coeficiente de reflexion Is tal que se logre la
ganancia requerida. Por eso es que estos circulos se grafican generalmente en el

plano I's, siendo sus parametros la posicion del centro (Cg4a) Y su radio (rga).

_ &, (S, —AS,,) _ \/I_Zkga SlZS21|+ga2 §128y ’ 1.21
* teg sl A g 1+, 450" - 1A
donde: g, = GA2
S

k : Factor de estabilidad de Rollet

G, : Ganancia deseada

1.4.6 FIGURA DE MERITO UNILATERAL

En gran cantidad de disefios de amplificadores es deseable saber si se
puede emplear el disefio unilateral (considerar S1,=0) ya que esto reduce en gran
medida la complejidad del disefio. Para esto se emplea la figura de mérito
unilateral (U) la cual es un indicador del nivel de error al asumir lo anteriormente
dicho. Es decir, indica cuan parecidos son el valor de la ganancia de transduccion

Gt (que considera S12) y Gty (que considera S12=0) (Ludwig, [4]).
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B A P S
(1 - |S11|2)(1 - |522|2)

..1.22

Para justificar el uso del disefio unilateral, la figura de mérito debe ser lo
mas pequefa posible. En el limite, Gt es igual a Gry, por lo que S12 = 0y el error
de considerar lo anterior, es nulo.

(1+U)’2£is(l—U)’2 ...1.23
GTU
1.5 FIGURA DE RUIDO

El ruido puede ser definido como cualquier disturbio no-deseado producido,
ya sea por el hombre o natural, en cualquier sistema dinamico 6 electronico. Por
eso, dependiendo de su origen, hay distintos tipos de ruido tales como el ruido
térmico debido al movimiento aleatorio de los portadores de carga en un conductor
debido a la temperatura, y el shot noise debido al movimiento aleatorio de los
portadores de carga ante al paso de un determinado nivel de corriente de DC.
1.5.1 DEFINICION

La figura de ruido o NF, de una red es una cantidad usada como “figura de
meérito” para comparar el ruido en una red con el ruido en una red ideal (que no
genera ruido). Por lo tanto, NF es una medida de la degradacion de la relacion

sefal a ruido (SNR) entre los puertos entrada y salida de una red (Bowick, [5]).

Entonces:
NF =10log F ..1.24

donde F, llamado “factor de ruido”, es simplemente la figura de ruido pero
expresada en forma lineal.
1.5.2 RUIDO DE UN GRUPO DE AMPLIFICADORES EN CASCADA

En caso el sistema esté conformado por varias etapas en cascada (lo cual
es muy usual en el caso de amplificadores), la figura de ruido total sera la

expresada en la ecuacion 1.24: (Bowick, [5]).
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L Sl O el £, -1 ..1.25

F =F + + +...+
okl G GG, G,G,..G,

Por tanto, si la ganancia de la primera etapa es grande, la contribucién de
ruido de las siguientes etapas sera despreciable. Es por eso, que la figura de ruido
de la primera etapa es la que determina la figura de ruido de todo el sistema.

1.5.3 CIRCUNFERENCIAS DE FIGURA DE RUIDO CONSTANTE

Al igual que para el caso de la ganancia, es posible representar en el plano
I's circunferencias que indiquen puntos en los que el sistema posee una figura de
ruido constante. Sin embargo, estas solo pueden ser dibujadas si el fabricante
provee una serie de parametros de ruido para la frecuencia de interés. Estos
parametros son:

o El factor de ruido minimo Fnn, que depende de las condiciones de
polarizacion y frecuencia de operacion. Si no se genera ruido, Fpin= 1.

o La resistencia de ruido equivalente R, = 1/G,, del dispositivo, que indica que
tan rapido se incrementa el ruido conforme I's se aleja de Mgt

. El coeficiente de reflexion optimo oy, indica el coeficiente de reflexion de
entrada mas adecuado para que el dispositivo muestre la menor figura de
ruido posible.

Por lo tanto, la relacion entre dichos parametros es:

2
R ‘FS o] 1_‘opt

F=F 44-n
win Zob+rm2h— 2)

No obstante, obtener dichas circunferencias es muy dificil ya que el

..1.26

I

opt

fabricante generalmente no provee dichos valores para las condiciones de
polarizacion y frecuencia deseados. Sin embargo, se puede decir que los centros
de todas las circunferencias se encuentran localizados a lo largo de una linea que
une el centro del plano I's con pt. A mayor figura de ruido, mas cerca del centro

del plano I's estara el centro de la circunferencia de ruido y mayor sera su radio.
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1.6 USO DE LA CARTA DE SMITH EN EL DISENO DE CIRCUITOS DE
RF Y MICROONDAS
La carta de Smith es tal vez la mas importante de las herramientas en el
disefio y analisis de circuitos de RF y lineas de transmision, no solo por la cantidad
de informacién que provee sino, también por la gran facilidad con la que puede ser
usada. Entre sus ventajas estan:

° Representacion de las zonas estables e inestables de un amplificador y de
las circunferencias de ganancia constante ya que la carta de Smith puede ser
usada como cualquiera de los planos I's y 'L (el valor de la impedancia del
sistema se localiza en el centro de la carta con un valor igual a la unidad).

o Facilidad en el manejo de impedancias complejas tales como inductancias y
capacitancias en serie, paralelo o en combinaciones de ellas.

o Determinacion de los coeficientes de reflexion (mdédulo y angulo) por simple
inspeccion.

Por estas y muchas otras razones, la carta de Smith sera usada en el disefio del

presente trabajo.
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CAPITULO DOS: DESCRIPCION DEL RADAR DE JICAMARCA

2.1 INTRODUCCION

El Radio Observatorio de Jicamarca (ROJ) es la principal estacién
ecuatorial de la cadena de radio observatorios de dispersion incoherente del
hemisferio oeste y la mas importante en el mundo para estudiar la ionosfera
ecuatorial. Se ubica en las coordenadas 11.95° latitud Sur y 76.87° longitud
Oeste y su angulo de inclinacion magnética es alrededor de 1°, variando
ligeramente con la altitud y el afio. Gracias a estas caracteristicas, el radar puede

determinar con gran precision la direcciéon del campo magnético terrestre.

La frecuencia nominal de trabajo (fo) del radar es de 50MHz, la cual se
eligié debido a dos razones: La primera, es que fo debia estar en el rango de
40MHz a 400MHz donde se puede hacer uso de la informacién transportada por
el espectro de iones presentes en la iondsfera y utilizar técnicas convencionales

de radio frecuencia. La segunda razén es por costo, ya que el costo de un arreglo
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de dipolos es proporcional a f2, por lo que una eleccidn obvia seria escoger
alguna frecuencia cercana al limite inferior del rango mencionado anteriormente.
Ademas, con 50MHz se esta por debajo de la banda de television (evitando
problemas de interferencia) y lo suficientemente arriba de la frecuencia critica
ionosférica (por lo que se evitan efectos refractivos). (Bowles, [8])

2.2 BLOQUES CONSTITUYENTES DEL RADAR

El radar de Jicamarca, a diferencia de los radares bi-estaticos que utilizan
antenas diferentes para transmitir y recibir, es mono-estatico, es decir, que utiliza
una misma antena para transmitir y recibir y consta de las siguientes partes (figura
2.1): La antena, que es usada tanto para transmision como para recepcion
mediante el uso de un sistema de conmutacion (TR); el sistema de transmisién
conformado por tres transmisores (capacidad de hasta 4 transmisores), cada uno
con una potencia pico de 1.5MW (20000V, 75A) y un ciclo de trabajo maximo de
5.5%; el Sistema de recepcioén conformado basicamente por cuatro receptores, el
Sistema de adquisicion, que es el area de almacenamiento y procesamiento de la
informacion y finalmente, el Controlador de radar el cual controla las secuencias
de transmision, recepcion y adquisicion para cada experimento que se realiza,
con la ayuda de un oscilador local que genera las senales de 50MHz, la cual es
amplificada y transmitida por el sistema de transmision, y de 80 y 30MHz, que son

usadas por los receptores para llevar la sefal recibida a banda base.

Sistema de
Transmision 4(50MH2) Osc. Controlador
I de Radar
Antena 4_,(’7’,5‘3 (80 y 30MHz)
A 4
Sistema de Sistema de
Recepcion »  Adquisicion
—>» Sefal —— Control

FIGURA 2.1. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL RADAR DEL ROJ
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2.3 BREVE DESCRIPCION DEL SISTEMA DE RECEPCION

Con la finalidad de ubicar el presente trabajo dentro del esquema de
funcionamiento del radar, se describe de forma breve los principales bloques de la

etapa de recepcion, ya que en ésta es en donde se hara uso del dispositivo.

Antena

Amplificadores
Finales
(x4)

[, Front-End’s
(x4)

4

INONI
A.

FIGURA 2.2. DIAGRAMA DE BLOQUES DE LA ETAPA DE RECEPCION

En la etapa de recepcion hay tres bloques (figura 2.2): El primero,
conformado por la antena; el segundo, por cuatro pre-amplificadores o Front-Ends

y el tercero, por cuatro amplificadores finales conocidos como receptores.
2.3.1 LA ANTENA

La antena consiste de dos arreglos cuadrados superpuestos de dipolos
horizontales de media longitud de onda dispuestos ortogonalmente y aislados uno
del otro en 40dB, colocados a una altura de 0.3 longitudes de onda sobre el suelo,
donde este ultimo esta cubierto con una pantalla reflectora consistente en una

malla metalica actuando como un plano tierra (figura C.1, anexo C).

Cada uno de los arreglos (figura 2.3) esta dividido en cuatro cuartos, cada
uno de los cuales es alimentado independientemente a través de unas lineas de
transmision de aluminio (el conductor interno es de 2.50” y el externo es de 67,
ambos separados unicamente por aire), con una impedancia caracteristica de
50.6 ohmios. Cada cuarto a su vez esta dividido en 16 mddulos cuadrados
idénticos. Dentro de cada mddulo los dipolos estan distribuidos en doce filas
paralelas de doce dipolos cada una (144 dipolos en cada moddulo), llegando la
alimentacion al centro de cada fila desde el centro del médulo (ver detalle en la

figura C.2 del anexo C). Por lo tanto, el numero total de dipolos es de 18,432
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(9216 dipolos del arreglo superior y 9216 dipolos del arreglo inferior), cubriendo

un area aproximada de 85,000 m?,

N E

[~ del cual se distribuye la sefal a
cada una de las 24 filas de dipolos
(arreglos superior e inferior)

\/ / 4__| Punto central de un modulo, a partir

N

Lineas de

NS
alimentacion de \ /
11N

Z N

Linea de
alimentacion de un
mddulo con cable
7 coaxial RG17

\1/ \/ (A=4m, f=0.66)
Z 20N

aluminio de un cuarto
(@, 6, ©,=2.5")
(A =6m, 1)

0O T}f «_ Uss S
2 intercambiables

A caqa cuartq’van dos lineas’/,
de alimentacion (una para el

arreglo superior y la otra, para A Iong!tgd de onda .
el arreglo inferior). B3 : coeficiente de propagacion

FIGURA 2.3. DIAGRAMA DE LA ANTENA DE JICAMARCA MOSTRANDO LOS
64 MODULOS Y LA DISTRIBUCION DE LA ALIMENTACION.

Para cambiar la orientacion del I6bulo principal de radiacion se juega con el
cambio de fase eléctrica de cada modulo y de cada cuarto, cambiando las
longitudes de las lineas de alimentacién de cada uno de ellos. Asi, para el caso
de las lineas de alimentacion de cada cuarto, se usan unas lineas de transmisién

intercambiables de aluminio en forma de “U”.

Las principales caracteristicas de la antena son:

¢ Ancho de banda (usado para recepcion) : 2MHz

e Ganancia: 42.6dB

e Eficiencia: 0.63

e Impedancia (Z): 50Q

e Ancho del I6bulo principal de radiacién: 1.06°.

e Atenuacion entre cuartos adyacentes: mayor a 70dB
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Ademas, debido a que la antena se usa tanto para transmision y recepcion,
el sistema de conmutacion, encargado de evitar que la sehal de 1.5MW del
transmisor ingrese a los receptores, estd basado en pares de electrodos con una
pequefia separacion entre ellos llamados “Spark-Gaps”, los cuales trabajan bajo
el principio de ionizacién del aire ante la presencia de voltajes muy elevados.
Estos dispositivos se usan dentro de unas lineas de transmision llamadas “TR”
(un TR por cada cuarto) y cada uno de ellos consiste de una linea de transmision
de M2 con una impedancia caracteristica de 163 ohmios con dos Spark-Gap’s de
tungsteno en su punto medio (Ochs, [7]). De esta manera, cuando la senal es
enviada por el transmisor hacia la antena, encuentra los Spark-Gaps donde el
arco eléctrico producido genera un corto circuito durante el tiempo que dura el
pulso de transmision, protegiendo al receptor. En recepcién, la sefal de la antena
ingresa a los TR’s y pasa al sistema de recepcion debido a que no se forma
ningun arco eléctrico por la baja potencia de la sefial recibida (figura 2.4).

—> Hacia
recepcion
Y
\ Conductor de
N— cobre de 4" de
diametro
'\ Z,=163Q
ZY e S .
N Spark Gap de
Tungsteno
Linea de
Transmision de 6" de Conductor interno de la
diametro exterior linea de transmision.
(£5=50Q) (Diametro = 2.5"). Sefial fuerte
Hacia la “U” il proveniente del
respectiva 1 Y ) transmisor
R AVAVZE { N\

{ )
FIGURA 2.4. VISTA INTERNA DE LA ESTRUCTURA DE UN TR
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2.3.2 PRE-AMPLIFICADORES DE BAJO RUIDO (FRONT-ENDs)

El segundo bloque de la etapa de recepcidén esta conformado por cuatro
pre-amplificadores o también conocidos como “Front-Ends®, cuya funcién principal
es la de amplificar en una primera instancia la sefal proveniente de la antena,
tratando en la medida de lo posible de insertar el menor nivel de ruido posible.
Cada uno de éstos pre-amplificadores esta conformado por tres etapas idénticas
de amplificacién en cascada, basadas en el uso de nuvistores (tubos de bajo
ruido), con una ganancia total de 24dB y una figura de ruido de 3.4dB, por lo que
la figura de ruido de cada nuvistor es de 2.6dB a 50MHz (ecuacion 1.24). Las

caracteristicas del pre-amplificador usado actualmente son las siguientes:

e Ganancia de: 24dB
e Figura de ruido: 3.5 -4.0dB
e Ancho de banda: 1MHz

Asimismo, dependiendo del experimento a realizar y de los niveles de
ganancia y figura de ruido que se quieran manejar, se suele usar otro pre-
amplificador de una sola etapa, basado en un transistor MOSFET, debido a la
facilidad de este de ser colocado en cascada y a su baja figura de ruido. Las

caracteristicas de dicho pre-amplificador se detallan a continuacion:

e Ganancia: 15dB
e Figura de ruido: 1.3dB
¢ Ancho de banda (BW): 5SMHz

2.3.3 AMPLIFICADORES FINALES

La tercera etapa del sistema de recepciéon consta de cuatro amplificadores
finales (conocidos en el ROJ como receptores). Poseen dos salidas en cuadratura
y trabajan con osciladores comunes de 80 y 30 MHz (super heterodino), que se
encargan de trasladar la sefial a banda base.

Cada amplificador final consta de las siguientes etapas (figura 2.5):
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e Amplificacion preliminar (40dB).

e Mezclado con 80MHz (para obtener una componente de 30MHz y otra de

130MHz) y atenuacion (cuando el nivel de sefal es muy elevado).
e Amplificacion (66dB) y filtrado (eliminacion de la componente de 130MHz).

e Mezclado con 30MHz (para obtener la sehal en banda base y una
componente de 60MHz) y filtrado usando filtros de Bessel, para la

eliminacion de la componente de 60MHz.

Atenuador :

Sefial Mezclador (3 -70dB) |

proveniente

del Front-End | Amplificacién
—> preliminar

(40dB)

Amplificacién Mezclado |—> Sy
(66dB) y filtrado (30MHz) y Al sistema de
(30MHz) filtrado s, Adquisicion

Y

80MHz

30MHz

FIGURA 2.5. DIAGRAMA DE BLOQUES DE UN AMPLIFICADOR FINAL USADO
EN EL RADAR DE JICAMARCA

2.4 UBICACION DEL PROYECTO Y DESCRIPCION

El primero de los dos tipos de Front-End mencionados anteriormente
(seccion 2.3.2) presenta ciertos problemas, los cuales son: La elevada figura de
ruido (que deberia ser menor a 3dB para un buen tratamiento de la sefal en la
parte de procesamiento) y un ancho de banda muy angosto, que ocasiona la
pérdida de informacion si el pre-amplificador no esta perfectamente sintonizado
con la antena y los amplificadores finales.

Asimismo, el segundo tipo de pre-amplificador (en base a un MOSFET)
tiene también dos problemas, los cuales son: Una ganancia de tan solo 15dB, por
lo que se tiene que usar dos de éstos pre-amplificadores en cascada por cada
canal (8 modulos en total), y poca resistencia a picos de voltaje elevado, los
cuales logran alcanzar eventualmente al pre-amplificador a pesar del uso de los

TR’s y los limitadores como medios de protecciéon. Esto conlleva a un tercer
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problema el cual es el del costo, ya que debido al uso y pérdida frecuentes de
éstos, es necesario comprar varias unidades de dicho pre-amplificador, lo que
ocasiona gastar varios cientos o miles de dodlares anualmente ($50.00
aproximadamente por cada pre-amplificador).

Por lo tanto, el radio observatorio se ve en la necesidad de implementar un

pre-amplificador que posea las siguientes caracteristicas:

o Ganancia: >24dB (de preferencia 30dB)

o Figura de ruido: <3dB

. Frecuencia central: 50MHz

e  Ancho de banda: 3MHz

o Resistencia a picos de voltaje elevado (100V aproximadamente)

o Estar adaptado a impedancias de 50Q) en entrada y salida, correspondientes
a la impedancia de la antena (fuente) y a la carga (impedancia de entrada de

los receptores), tal como se puede apreciar en la figura 2.6.

Z, =500

P.A

@ [
Zy . Impedancia interna de la
fuente Vg (antena).
Z, :Impedancia de la carga que

= debera ver el amplificador. =
P.A: Pre-Amplificador

FIGURA 2.6. CONEXION BASICA EN LA QUE SE USARA EL PRE-
AMPLIFICADOR.
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CAPITULO TRES: DISENO DEL PRE-AMPLIFICADOR

3.1  INTRODUCCION

El proceso de disefio de un amplificador de bajo ruido (LNA) de una sola
etapa comprende varios pasos que van desde la eleccion misma de los
dispositivos activos y la medicidn de sus parametros “S” hasta la aplicacion de una
serie de conceptos y formulas. Sin embargo, el proceso de disefio de un LNA de
dos o0 mas etapas es algo mas complicado ya que no es posible aplicar tan
facilmente las expresiones matematicas, especialmente si hay una realimentacion
interna importante entre la entrada y salida en cada uno de los dispositivos (S12).
Por lo que muchas veces el proceso de disefio pasa de ser un proceso meramente
matematico a un proceso logico. No obstante, si la medicion de los parametros “S”

es adecuada, los resultados del disefno seran los correctos.
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3.2 ELECCION DE LOS DISPOSTIVOS ACTIVOS Y NUMERO DE ETAPAS
La eleccién de los dispositivos activos mas adecuados para la aplicacion
es el primero y tal vez el mas importante de los pasos en el disefio de un LNA y
dependera esencialmente del nivel de ganancia requerido y del maximo nivel de
ruido admisible (3dB). Ademas, el numero de etapas dependera del nivel de
ganancia maximo que pueda aportar cada una de los dispositivos activos elegidos,
aunque lo que se busca siempre es tener el minimo numero de etapas posible no
s6lo por cuestiones de espacio, sino también, porque con cada etapa el nivel de
ruido se incrementa, aunque claro esta, en menor grado.
3.21 PRIMERA ETAPA AMPLIFICADORA

La etapa de entrada debe tener las siguientes funciones: soportar los
eventuales picos de sobrevoltaje que puedan ocurrir y presentar una impedancia
de entrada tal que se logre la maxima transferencia de potencia y la minima figura
de ruido posibles. Es por eso, que en esta etapa lo mas conveniente es usar el

mismo nuvistor empleado en los Front-End actuales, por las siguientes razones:

e Su resistencia a los picos de voltaje (100V pico, dato provisto por el fabricante)
estd comprobada ya que a lo largo de mas de cuarenta afios de
funcionamiento del radar nunca se ha tenido que cambiar algun nuvistor por

motivo de sobre-voltajes.
e Posee una baja figura de ruido de 2.6dB (ver seccién 2.3.3).
e Se encuentra disponible en el mercado y en stock en el radio observatorio.
3.2.2 SEGUNDA ETAPA AMPLIFICADORA

La funcién principal de la segunda etapa es de amplificacién, por lo que el
dispositivo activo usado debe poseer una alta ganancia ademas de una baja figura
de ruido para no pasar la barrera de los 3dB. Los candidatos son: el BFR96, el
MGF1302, el NE425S01 y el 3N201, todos los cuales tienen muy buen
desempefio a bajos valores de corriente y voltaje (por debajo de 5Vdc y 20mA) por

lo que la eleccién debe hacerse comparando las caracteristicas principales entre
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uno y otro. Para esto, la tabla 3.1 muestra caracteristicas tales como la figura de

ruido maxima (NFax), ganancia maxima (Gnax), maxima potencia de salida lineal

(Pourt,148), corriente maxima (Ic,pmax) Y la maxima potencia de disipacion (Ppmax)-

TABLA 3.1. CARACTERISTICAS DE LOS POSIBLES TRANSISTORES A
SER USADOS EN LA SEGUNDA ETAPA DEL PRE-AMPLIFICADOR

NF Gméx Pout 1dB Ic D PD max VGS max (V)
Transistor Tipo ’ ’
(dB) | (dB)] (dBm) | M3X | (mw)
BFR96 NPN 1.8 22 13 100 500
MGF1302 |GaAsFET | 0.5 26 12 100 360 -35
NE425S01 |HJ-FET 0.31 31 12 60 165 -2
Dual-Gate

3N201 MOSEET 1.3 22 0 50 360 5

Como se puede ver en la tabla 3.1 (en la que se asume una ganancia de 22dB
para la segunda etapa), para la frecuencia de 50MHz la ganancia que puedan dar
los transistores esta entre 22dB y 31dB por lo que el valor de ganancia minimo
que puede tener el nuvistor es de 8dB en caso se escojan el BFR96 6 el 3N201.
En cuanto al nivel de Pouyr.1gs cCapaz de ser soportado por los dispositivos no hay
mayor problema ya que en cada transistor su limite es superior a la potencia
maxima de salida del amplificador requerido (-10dBm aproximadamente).

De los cuatro transistores presentados, el 3N201 y el BFR96 poseen una
ganancia maxima de 22dB la cual s6lo puede ser obtenida en caso de una
adaptacién perfecta de impedancias en entrada y salida lo cual es algo muy dificil
y riesgoso de obtener ya que en caso de ser potencialmente inestables, seria
imposible alcanzar la ganancia deseada, ademas de que podria oscilar el
dispositivo. En cambio, si se tiene un margen de ganancia para jugar, se puede
lograr una buena estabilidad del amplificador asi como una buena ganancia. Es
por eso, que las alternativas son el MGF1302 y el NE425S01. Para determinar
cual de los dos transistores usar, se deben comparar cada una de sus
caracteristicas. De la tabla 3.1 se puede ver que el NE425S01 posee una menor
figura de ruido lo cual es un punto a favor, pero sus potencias de disipacion y
corriente de manejo maximas son menores a las del MGF1302. En este punto es

importante darle mayor margen de seguridad al elemento amplificador, por lo que
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para la segunda etapa es preferible usar el GaAsFET MGF1302. Ademas, gracias

a su alta ganancia, ya no es necesaria una posterior etapa de amplificacién.

3.3 POLARIZACION Y CONFIGURACION DE LOS DISPOSITIVOS

ACTIVOS

Un punto importante en el disefio de un LNA es que debe disipar la menor
cantidad de potencia posible para que de esa forma se genere la menor cantidad
de ruido por efecto térmico (ruido Jhonson) y por el movimiento aleatorio de los
portadores de carga (Shot noise). Por eso, los niveles de corriente DC del nuvistor

y del FET deben ser lo mas pequeio posible, claro esta, manteniendo los niveles

de ganancia adecuados.

3.3.1 POLARIZACION DEL NUVISTOR

Segun las caracteristicas dadas por el fabricante, el punto de reposo se
seleccion6 en Vpk=25V, Ip=5mA, para que asi los componentes disipen la menor

potencia posible. Para tal efecto, se usa una resistencia Rp=100Q2 entre fuente y

placa (P) y el catodo (K) va conectado a tierra, mientras que en la grilla (G) va una

resistencia de 100 (figura 3.1a). Asi, se podra usar el nuvistor en grilla comun en
sefal, lo cual tiene los siguientes puntos a favor:

e Al ser el voltaje de la grilla 0V, ésta actua como una barrera electrostatica a
tierra que previene el acoplamiento entre los circuitos de entrada y salida, y
reduce el nivel de ruido que contamina a la sefal (Millman, [9]).

e La impedancia de entrada no es elevada, lo que permite que sea mas facil de
implementar la red de adaptacién entre las impedancias de la fuente (50Q2) y
del nuvistor.

¢ Al no haber resistencia en el catodo, en éste se puede colocar una inductancia
(L) que actue como un corto circuito en DC y como un elemento de adaptacion
de impedancia en AC (ver figura 3.1a).

3.3.2 POLARIZACION DEL GaAsFET

La configuracion en DC mas adecuada para el FET es la de auto-
polarizacion, ya que asi se tiene la posibilidad de usar una sola fuente. El punto de

reposo recomendado por el fabricante para mantener una buena ganancia y lograr
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un bajo nivel de ruido es de Vps=3V y Ip=10mA, por lo que los valores de
resistencia mas adecuados son de Rp=130Q y Rs=60Q (figura 3.1b). En cuanto a
la configuracién en sefal, dado que la impedancia de salida del nuvistor el alta, es
necesario que la impedancia de entrada del FET sea también alta, para que de
esa forma el disefio de la red de adaptacion intermedia sea lo mas sencillo
posible. Por lo tanto, la configuracion mas adecuada es la de source comun, la
cual posee una alta impedancia de entrada, una alta ganancia y una impedancia

de salida ni muy alta pero tampoco muy baja (Hejhall, [11]).

25V 5V

e Y. l

FIGURA 3.1. CIRCUITO(Sa)DE POLARIZACION (a) NU\5kI))STOR, (b) GaAsFET

3.4 MEDICION DE PARAMETROS “S” DE LOS DISPOSITIVOS

ELEGIDOS

Una vez que se tienen determinados los circuitos de polarizacion, el
siguiente paso es determinar las caracteristicas de cada uno de los dispositivos
mediante la medicién de sus parametros “S” a las condiciones de polarizacién y
frecuencia de trabajo establecidas.
3.41 CONEXIONES REALIZADAS

Los circuitos de mediciéon de los parametros “S”, del nuvistor y del
GaAsFET, cuentan con capacitores de acoplo y desacoplo para impedir que el
nivel DC interfiera con las mediciones de sefal, y con bobinas de choque (RFC)
para aislar los componentes de polarizacion (resistencias) de las mediciones y a la

vez mantener el punto de reposo seleccionado.
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Los equipos a usar son:

» Generador de senales AGILENT, modelo E4400B (250KHz — 1GHz).

» Acoplador direccional NARDA 3000-10 con acoplamiento de -20dB a 50MHz.

» Voltimetro Vectorial Hewlett-Packard 8508A que permite seleccionar el nivel de
referencia, por lo que ya no es necesario hacer una medida de calibracion. Una
vez establecido el cortocircuito (en el caso de S41 y Sy) se le indica al VVM
que ése punto (1£180°) debera ser usado como base para la medicion,
teniendose que repetir el proceso en caso se haga una medicién para otra
frecuencia. En el caso de Sy1 y Sio, €l punto de referencia debe ser 1£0°, ya
que al estar interconectados los dos acopladores, la sefial debe pasar sin sufrir
modificacién alguna en su magnitud y fase.

Las figuras 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5 muestran las conexiones realizadas para la medicion

de los parametros S11, Sz1, S22y S12 del GaAsFET MGF 1302, asimismo, los

equipos usados pueden verse en el anexo H.

VOLTIMETRO VECTORIAL
HP-8508A
MAG. FASE
@% % % % % Cortocircuito
° @ para
sUnts  SHET calibracion
OA O B o dB e
RG-58 RG-58 N V=5V
(Z,,=506)) (2,=500) | 1=
© ° | Cg 130Q
: ’_”j:— Cg
— BNC BNC ! |_—L—
C RFC
| S0Q| | 4 A B é D
| — |
| Cg
| | Acoplador Acoplador
L= Direccional Direccional RFC SL s 50Q
GENERADOR DE NARDA 3000-10 NARDA 3000-10 Cq
SENALES 600 |
AGILENT E4400B = i L
Plano de Circuitos de
medicién . .
Polarizacion

FIGURA 3.2 MEDICION DE Si; DEL GaAsFET MGF1302
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VOLTIMETRO VECTORIAL

HP-8508A
MAG. FASE
868.8) 888
- e BIA
o Units SHIET CABLE DE PUENTEO
Or (OB o d8 ‘ PARA CALIBRACION
(Z,=500) e V=5V (£5=500)
| |
| Cs | 130Q
| |
| ’_”jf—l Ce
— _— . lBne . — L lsne
| 509| A B G D RFC A
| | > i} ' ' (|:|—E >
| | Acoplador ® Acoplador
L= Direccional RFC Direccional 0Q
GENERADOR DE NARDA 3000-10 NARDA 3000-10
SENALES =
AGILENT E4400B

<«Planos de—|
medicion

FIGURA 3.3 MEDICION DE S;,; DEL GaAsFET MGF1302

VOLTIMETRO VECTORIAL
HP-8508A
MAG. FASE
88.8| 88.8
e = B/A CORTOCIRCUITO
o Units SHIFT PARA
Or (OF od8 . CALIBRACION
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, LA ENTRADA ES EL
V=5V _ DRENADOR Y LA SALIDA
RG-58 RG-58 1300 | = c ES LA COMPUERTA DEL
Z,=500) - ! ; FET
(Zo ) (Z,=509) Cg : |_"—_L_/
_— BNC BNC L —r— s ~
| 500 [ a Y RFC b o 8
| [ ——p ' ::
| | Acoplador Acoplador CB ,,,,,,,,,,,,,
— Direccional Direccional S RFC §50§2
L
NARDA 3000-10 NARDA 3000-10
GENERADOR DE 60Q CB
SENALES I =
AGILENT E4400B == =
Plano de
medicién

FIGURA 3.4 MEDICION DE S, DEL GaAsFET MGF1302
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VOLTIMETRO VECTORIAL
HP-8508A
MAG. FASE
886.8 888
e o BIA
o Units S"”FT. CABLE DE
Or OF 0w PUENTEO PARA
CALIBRACION
RG-58 / RG-58
(Z,=50) V=5V e (Z,=500)
| |
130Q | Cs |
Cq l E}';Ll
| |
— — BNC = . I I c L BNC
| 5OQ| A R L I D: :G ||B A ~ L
| > o 4 > H
| c,
| | Acoplador Acoplador
L= Direccional RFC Direccional 50Q
GENERADOR DE NARRLS O NARDA 3000-10
SENALES =
AGILENT E4400B

<«Planos de—|
medicion

FIGURA 3.5 MEDICION DE S1, DEL GaAsFET MGF1302

Para la medicion de los parametros “S” del nuvistor, las interconexiones son

exactamente las mismas que para el FET MGF1302 pero ahora el triodo debe ir
con su propio circuito de polarizacion (figura 3.6) de manera tal que se logre el

punto de reposo deseado (Vpk=25V, lp=5mA).

Vpp=25V

100Q

CB
IN Cs K p | BrRFc | OUT
o—} | o

CB

RFC
G
= 1000S =Cs

|

FIGURA 3.6. CIRCUITO DE POLARIZACION’ DEL NUVISTOR 7895 PARA LA
MEDICION DE SUS PARAMETROS “S”
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3.42 PARAMETROS “S” OBTENIDOS PARA 50MHz
Los parametros “S” obtenidos son los mostrados en la tabla 3.2

TABLA 3.2. PARAMETROS “S” DEL NUVISTOR 7895 Y DEL GaAsFET MGF1302
PARA 50MHz
Dispositivo Activo
Nuvistor 7895 | MGF1302
0.34/-6.5° 0.97/-5.3°
0.92/-3.4° 5.88/-135°
0.02./19° 0.013213°

0.97/-6.8° 0.57/-3°

Parametro

3.5 CONSIDERACIONES DERIVADAS DE LA MEDICION DE

PARAMETROS “S”

Antes de empezar con el disefio en si es bueno tener en cuenta algunas
consideraciones obtenidas de los parametros “S”, para lo cual se emplearan las
expresiones detalladas en el capitulo uno.

3.51 ESTABILIDAD

Tal como se menciond en la seccién 1.4.2, el factor de Rollet (k) se utiliza
como una forma de medida de la estabilidad de los dispositivos activos, los que en
este caso son el nuvistor y el GaAsFET.
3.5.1.1 ESTABILIDAD DEL NUVISTOR 7895

2 2

4 e |ANuv

1_|*Sv11Nuv _|S22Nuv
2|S12Nuv

K =1.14 >1 =>» estable .31

Nuv =

SZlNuv
Esto quiere decir que sea cuales sean los elementos conectados a la entrada y
salida del nuvistor, éste no oscilara.

3.5.1.2 ESTABILIDAD DEL GaAsFet MGF1302

2
1_|S11FET _|S22FET| +|AFET|
2|S12FET||S21FET|

Esto significa que el transistor puede oscilar ante determinadas combinaciones de

|2

2
K = =0.5214 <1 .32

carga en su entrada y/o salida. Por lo tanto, para determinar el area estable lo
primero que se debe hallar es la dimension y ubicacion de los circulos de
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estabilidad y luego, el area estable (area interior o exterior al circulo a determinar).
La dimension y ubicacién se calculan en base a las ecuaciones 1.18. Luego, la
determinacién del area estable es simple, ya que dado que los parametros “S”
fueron medidos con una fuente y una carga de 50Q y que el transistor permanecio
estable durante dichas mediciones, el centro de la carta de Smith -normalizada a
50Q- es parte de la regidn estable (planos I's y I').

e Circulo de estabilidad de entrada

S,.S _g. "
r =|12—21=O.1284, C —le.owﬂo.ms ...3.3

in 2 2 in @Y 2 2
|Sn| _|A| |Sn| _|A|

*

De acuerdo a los valores de riy y Ci, obtenidos, el centro del circulo de estabilidad
de entrada estara localizado afuera del plano I's, ya que dicho plano es un circulo

unitario (seccion 1.4.2 y figura 1.6), tal como se ve en la figura 3.7.

+1.0 ,
Circulo de

0T S S Estabilidad
! — T de entrada
o (r,=0.1284,

~. C,,=1.059+j0.165)

0.5

Region de
: Estabilidad de
o Entrada

-1.0
FIGURA 3.7 REGION DE ESTABILIDAD DE ENTRADA DEL GaAsFET MGF1302
(PLANO T).
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e Circulo de estabilidad de salida

:—|S"'S21| =3.7076 , C

|Szz|2 _|A|2

_ (Szz — Sll*A)*

= =0.016+ ;3.298 ..3.4
|Szz|2 _|A|2

out out

En este caso, el area estable es el area interior al circulo de estabilidad, ya que
éste encierra al punto central de la carta de Smith, el cual representa los 50Q2 de la
fuente y carga con los que se midieron los parametros “S” del transistor, tal como

se puede ver en la figura 3.8.

—_— Circulo de
T +20 Estabilidad
' de salida
(ry, = 3.7076,
. Coy =0.016 +3.298)

2N 450

T

% \ " Region de
Ve W ¥4 Estabilidad
ahs sl de salida

1.0

FIGURA 3.8 REGION DE ESTABILIDAD DE SALIDA DEL GaAsFET MGF1302
(EN ESTE CASO, LA CARTA DE SMITH -NORMALIZADA A 50Q- REPRESENTA
AL PLANO I).

3.5.2 RUIDO

3.5.2.1 RUIDO EN EL NUVISTOR 7895

Como se vio en la seccion 1.5, la NF de la primera etapa es el que determina la
NF total del amplificador, por lo que la NF depende entre otros factores (aparte del

punto de operacion) del coeficiente de reflexidon de la impedancia de la fuente

“vista” por el dispositivo, y por ende, de la red de adaptacion de impedancia de
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entrada. Sin embargo, debido a que el fabricante no provee los parametros de
ruido del dispositivo, el disefio de la red de adaptacion de entrada debe hacerse
mediante la prueba de distintos valores de componentes hasta hallar los mas
indicados (la ganancia no es afectada, ya que como se vera en la seccién 3.5.4.1
la red intermedia es la que determina la ganancia del nuvistor).

3.5.2.2 RUIDO EN EL GaAsFET MGF1302

Influye muy poco en el ruido total del amplificador por ser un dispositivo de bajo
ruido ubicado en la segunda etapa y el fabricante sélo provee los parametros de
ruido a partir de 1GHz. Ademas, el caso de extrapolacién lineal a 50MHz no puede
ser considerado ya que no se conoce la linealidad del dispositivo sin embargo, en
la tabla 3.3 se muestran los resultados de dicha extrapolacion como punto de
comparaciéon con los resultados finales.

TABLA 3.3 PARAMETROS DE RUIDO DEL GaAsFET A 50MHZ OBTENIDOS
MEDIANTE EXTRAPOLACION LINEAL A PARTIR DE LOS VALORES DADOS
POR EL FABRICANTE ENTRE 1GHz Y 12GHz.

Frec. T'opt. Rn NFmin
(MHz) [Magnitud [Angulo )| () (dB)
50 0.82 -10 25 05

3.5.3 TIPO DE DISENO: FIGURA DE MERITO UNILATERAL
Usando la expresion 1.22 para el nuvistor y el FET, se obtienen los
siguientes resultados:
3.5.3.1 FIGURA DE MERITO UNILATERAL DEL NUVISTOR 7895
Usando la expresion 1.22 y los parametros ”S” del nuvistor, se obtiene:

S S S S
_| 128w [P 2tvu [P 1V [P 228w | _ (3 1161 ...3.5

(=[S A=)

Por lo tanto, usando la relacién 1.23, obtenemos el rango en que estara la maxima

Nuv

Sl 1 Nuy

variacion de la ganancia si se asume S12,,=0.

> (1+0U)7 sg—Ts(l—U)2

TU

= 0.802< GGT <1.28 =» Variacion maxima = [-20% , +28%] ...3.6

TU
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Esto quiere decir que en el peor de los casos puede haber una variacion maxima
entre -20% y +28%, es decir, £1dB si la ganancia del nuvistor es 8dB. Por lo tanto,
dada la variacion tan pequefia con respecto a la ganancia total que dara el FET
(mas de 20dB), se puede asumir que la entrada y la salida del nuvistor son
‘independientes” una de la otra, es decir, S1anu=0.

3.5.3.2 FIGURA DE MERITO UNILATERAL DEL GaAsFET MGF1302

Siguiendo el mismo procedimiento que para el caso del nuvistor, para el caso del
FET se obtiene:

Uy = |S‘2F””S2‘FEZT IS ”S”FfT| =0.626 .37
(1_|S11FET| )(1_|SZZFET| )
= 0.378< Gy < 7.149 =» Variacién maxima = [-62%, +615%] ...3.8

TU
Por lo tanto, dada la variacién tan grande entre los valores calculado y obtenido de

ganancia, bajo ninguna consideracion se puede asumir S,,,,, = 0.

3.54 GANANCIA MAXIMA (Gmax)

Dependiendo de si el dispositivo es incondicionalmente estable o no, se
usan los conceptos de “maxima ganancia disponible” (MAG) y de “maxima
ganancia estable” (MSG). La primera es la ganancia de transduccion (Gr) bajo la
condicion de adaptaciéon perfecta de impedancias en la entrada y en la salida, por
lo que se usa cuando K>1 (estabilidad incondicional). Cuando K<1, se usa MSG
(inestabilidad potencial) (Grosch, [19]).
3.5.4.1 GANANCIA MAXIMA DEL NUVISTOR 7895
Del resultado 3.1, se puede ver que el nuvistor es completamente estable a
50MHz (K>1), por lo que en este caso se habla de “maxima ganancia disponible”

(MAG), siendo su formula la mostrada en la expresion 3.9a.

(K, —vK,, —1)=273=143dB ...3.9a

Ademas, como se pueden considerar independientes las redes de entrada y salida

S
Kniw>1 2 MAG,,, =| 20

| 12 Nuy

del dispositivo (S12nu=0), la ganancia total que se lograra con el triodo dependera
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unicamente de una de dichas redes (disefio unilateral). Para determinarla, se
analiza el caso en el que se logre una adaptaciéon perfecta de impedancias tanto
en la entrada como en la salida, lo que implica el concepto de “ganancia de
transduccion unilateral Gry’, para de esa forma ver el aporte de cada red.

Ordenando los términos de la expresion 1.19f, se obtiene la expresion 3.9b, en la

cual se pueden distinguir las contribuciones de ganancia de las redes de

adaptacién de entrada (Gs) y salida (G.), asi como del dispositivo (|S21|2 ).

_ 1_|FS|2

_ 2 1_|FL|2
1-5,,Ty|"

- =GxGxG, ...3.9b
1-T,8,|

v 15|

De acuerdo a la expresion 3.5b, a primera vista pareciera que las ganancias
de las redes de entrada y salida pueden ser mayores a la unidad lo que pareceria
ilégico ya que dichas redes no tienen dispositivo activo alguno. La razon de este
comportamiento contradictorio a la teoria es que sin las redes de adaptacion
habria una pérdida significativa de potencia en la entrada y salida del amplificador,
por lo que el uso de Gs y G. ayuda a reducir dichas pérdidas, lo que es
considerado como una ganancia.

Reemplazando en Gs y G, los parametros “S” del nuvistor, se obtiene:
= ;2 =1.1307 = 0.53dB

1 ~ |S11Nuv

- ;2 ~16.92 = 12.284B

- |S22Nuv

S max

...3.9c

L max

Por lo tanto, en el mejor de los casos la red de entrada contribuira con
0.53dB la cual es una cantidad insignificante en comparacion con los 12.28dB que
puede aportar la red de salida (lo que ratifica el bajo “U” obtenido en 3.5), en otras
palabras, la red de salida es la que determina la ganancia del dispositivo.
3.5.4.2 GANANCIA MAXIMA DEL GaAsFET MGF1302
Debido a que el transistor es potencialmente inestable (resultado 3.2), la ganancia
maxima disponible se ve reducida. En caso se quiera superar dicha ganancia, el

FET oscilara, es por eso que para el caso de dispositivos potencialmente
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inestables se usa el concepto de “maxima ganancia estable” (MSG). Su férmula es

la mostrada en la expresion 3.10.

S
Keer<1 = MSG,,, = |S””| =452.3=26.5dB ...3.10

S 2rer|
En este caso, la ganancia del FET dependera fuertemente de sus redes de
entrada y salida (dado el alto valor de “U” hallado en 3.7).
3.5.5 CIRCUITO DE PROTECCION

A pesar que una de las funciones principales del nuvistor es la de
proteger al FET, es necesario colocar un circuito adicional de proteccién entre
ambas etapas para evitar que posibles picos de voltaje dafien al transistor, por lo
qgue una opcion factible es el uso de dos diodos en contraposicion, formando un
circuito clamping con un tiempo de respuesta muy pequefio (ver figura 3.23).

3.6 DISENO DE LAS REDES DE ADAPTACION DE IMPEDANCIA

Dado que se utilizaran dos etapas de amplificacion, es necesario el
disefio de tres redes de adaptacion. Una a la entrada para adaptar la impedancia
de entrada del nuvistor a la impedancia interna de la fuente (50Q2) y asi controlar la
figura de ruido del pre-amplificador, otra intermedia para adaptar las impedancias
de salida del nuvistor y entrada del FET vy la tercera, para adaptar la impedancia
de salida del FET a la carga (impedancia de entrada de los receptores), la cual es
de 50Q2, y lograr asi la maxima transferencia de potencia posible.

Se sabe que la ganancia total del amplificador debe ser mayor a 24dB (de
preferencia 30dB); que el nuvistor puede dar una ganancia maxima de 14.3dB y
que el FET puede dar una ganancia maxima de 26.5dB, por lo que se tiene
bastante flexibilidad en escoger la ganancia de cada etapa. Ahora, mediante un
analisis de los resultados obtenidos anteriormente, se puede ver que la
dependencia entre las redes de entrada y salida del FET es muy fuerte (dada la
elevada figura de mérito obtenida para el dispositivo), por lo que no se puede
determinar el coeficiente de reflexion de su entrada (Tinret) Si NO se conoce la

carga conectada a su salida y por ende tampoco el coeficiente de reflexién de
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salida (I'outreT) Si NO se conoce el valor de la impedancia de fuente “vista” por el
transistor, es decir, no poseemos un punto a partir del cual podamos empezar el
trazado de nuestras redes de adaptacion de impedancia. Sin embargo, dado que
en el nuvistor se puede considerar Sionw=0, sus coeficientes de reflexion de
entrada y salida (Cinvuvs Toutnwy) SON aproximadamente iguales a Siinw Y S22nuy
respectivamente (S12=0 en las expresiones 1.16a y 1.16b). Por lo tanto, Saonuy
puede ser usado como punto de partida para el trazado de la red de adaptacion
intermedia. Por tanto, la forma mas adecuada de empezar el disefio es con la red
intermedia asumiendo que la salida del FET esta perfectamente adaptada a la
carga de 50Q (método de ganancia disponible Gp).

La carta de Smith sera usada para el disefio de las redes ya que, aparte
de las razones dadas en el capitulo uno, en ella se puede visualizar en forma
directa los coeficientes de reflexion, zonas de estabilidad e inestabilidad, factor de
calidad (Q) y circunferencias de ganancia y ruido constantes, los cuales son
puntos importantes en el disefio de las redes de adaptacion de impedancia.
Adicionalmente, se utiliza el programa MATLAB® para el dibujo de las distintas
graficas (para detalles sobre el uso de la carta de Smith, ver el anexo B).

3.6.1 RED DE ADAPTACION INTERMEDIA

Si se asume que la salida del FET esta perfectamente adaptada a 50Q

(I, =T ...), el que determinard su ganancia sera su red de adaptacion de

entrada, es decir, la red de adaptacion intermedia del pre-amplificador. Una vez

disefiada dicha red se podra volver a la salida del FET y disefiar su red de salida

tal que se logre la adaptacion perfecta de impedancia asumida al inicio.

3.6.1.1 CONSIDERACIONES INICIALES

a) Todo el proceso de disefio se realizara en el plano I'L del FET, ya que en éste
se pueden visualizar sus circunferencias de ganancia constante y el circulo de
estabilidad de entrada.

b) El objetivo principal de la red de adaptacion intermedia sera el de trasladar al

punto Szonuy @ un punto adecuado “E” sobre una de las circunferencias de
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ganancia constante del FET. Por lo tanto, la ganancia del FET dependera de
su red de entrada (red intermedia del pre-amplificador). Ademas, dicho punto
‘E”™ NO debera encontrarse dentro del circulo de estabilidad de entrada del
FET, ya que sino el transistor oscilara.

c) Asumimos una adaptacion perfecta de impedancia a la salida del FET.

d) Para determinar la ganancia de la segunda etapa de amplificacion, se debe
considerar la zona de inestabilidad potencial a la entrada del FET. Para esto,
utilizando las expresiones 1.21, en el plano I's se trazan las circunferencias de
ganancia constante del FET para distintos valores de ganancia ya que se esta
asumiendo una adaptacién perfecta a la salida. De acuerdo a la figura 3.9, una
ganancia apropiada para el FET puede ser de 22dB, ya que esta zona se
encuentra lo suficientemente lejos de la zona de inestabilidad asi como lo
bastante cerca de la ganancia total minima que debera tener el amplificador, la
cual sera fijada en 30dB. De esta forma, no habra necesidad de forzar tanto a
la primera etapa (nuvistor) (sélo aportara con 8dB) y por ende, la generacién

de ruido sera menor.

+0.5 ' | . #2.0

024 | 'e=2208\\ "°" Circulo de
) + - " Estabilidad
/' —_ | e de entrada
N A Bar 3
00 e w:"i 'l:I:.E '.' —= A 3
\ A / NP Punto de
. ) £ ;—inicio S,,,,
0.2 F : - o 7 -
——\. X\ Circunferencias
; _ =3 \\ de ganancia
il S D constante
05 - .~ o

-1.0
FIGURA 3.9. CIRCULOS DE GANANCIA CONSTANTE DEL MGF1302 A 50MHz
CON UN PUNTO DE REPOSO DE Vps=3V, Ips=10mA
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e) Como se tiene bastante flexibilidad en la eleccion de la configuracion y valores
de los elementos que conformaran la red, es también adecuado que esta etapa
controle el ancho de banda del amplificador, para lo cual sera suficientemente
que cualquier punto durante el disefio de la red se encuentre sobre la curva de
“Q” constante e igual a 16.7 (BW3q=3MHz, fo=50MHz).

3.6.1.2 DISENO DE LA RED DE ADAPTACION INTERMEDIA

a) Como se puede ver en la figura 3.10, del punto de partida “A” (Sonw) para
llegar a la circunferencia de 22dB hay dos caminos posibles, una inductancia
en serie (AA’) 6 en paralelo (AA”) con el nuvistor, pero ninguno de estos es
adecuado ya que hay dos puntos que se deben tomar con cuidado. El primero,
consiste en que el voltaje de alimentacion del nuvistor es de 25V, por lo que si
este voltaje llega a la compuerta del FET éste no se polarizara al punto elegido,
pudiendo incluso llegarse a quemar, por lo que debe de haber algun tipo de
aislamiento DC entre la placa del nuvistor y la compuerta del FET. El segundo,
es que si se coloca una inductancia en serie 0 en paralelo con Soonw, €l “Q” del
amplificador seria muy bajo (0.36 y 0.18 respectivamente), permitiendo el paso
de un amplio rango de frecuencias (figura 3.10), por lo que en ésta etapa debe
haber una especie de circuito resonante que permita unicamente el paso de un
pequefio rango de frecuencias. Ademas, se debe recordar que uno de los
requerimientos principales del sistema es que el ancho de banda del
amplificador no debe ser mayor a 3MHz (Q=16.7) pero tampoco debe ser muy
pequefio ya que se estaria perdiendo informacion. Por lo tanto, la solucién mas
adecuada es utilizar un transformador de radiofrecuencia, el cual aislara el
voltaje DC de la sefial y actuara como un circuito tanque (circuito sintonizado)

en combinacion con un capacitor en paralelo (figura 3.11).
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. N\ Curvade “Q” constante
NN W) Q=167

Curva de “Q” constante
Q=35

Z,.=3167 - j581.3 ohms
Y, = 0.3 +j0.056 mmhos

Inductancia
Paralela

Q= 036 e
Z, =241.3-85.7 ohms—7]
Y, =3.7+j1.1 mmhos | Z,=2413- j855_242,N3

/ Y, =0.3 +j1.1 mmhos
Q, =35
Inductancia

Serie

FIGURA 3.10. ADICION DE INDUCTANCIAS SERIE Y PARALELA CON EL
NUVISTOR PARA LOGRAR UNA GANANCIA DE 22dB EN EL FET.

Punto de inicio S

b) La frecuencia de resonancia estara determinada por la combinacion de
inductancia y capacitancia a usar. Por lo tanto, la red de adaptacion intermedia
debe tener la estructura mostrada en la figura 3.11 donde “NM2” es una posible
segunda red de adaptacion en caso no se logre aun la ganancia de 22dB y
“‘Lam2” es la inductancia de la bobina del primario del transformador que a la
vez actuaria como inductancia del circuito tanque en resonancia con el

capacitor “Cnymz2”.

NM2'

ID

FIGURA 3.11 CONFIGURACION DE LA RED DE ADAPTACION INTERMEDIA
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c) La red propuesta, tal que se logre alcanzar la ganancia de 22dB en el FET y un
factor de calidad de 16.7, es la siguiente:
Arco AB: Con la finalidad de alcanzar un Q de 16.7, se coloca un inductor en
paralelo a la salida del nuvistor, que trasladara al punto “A” sobre la curva de
conductancia constante de 0.3mmhos (por estar sobre dicha curva) hasta

alcanzar a la curva de Q=16.7 en el punto “B” (figura 3.12).

Curva de Q constante
(Q=16.7)

Z,=12+/197.7 ohms
Y5=0.3+5.6 mmhos
Qg=16.7

2500

—— Illllf -\x-\"""-—._
<) M— . -
o P /WY z,=241.3-855.4 ohms
-ﬂ“ - : f&— Y,=0.3+j1.1mmhos
.-ﬂ"'r#f b ,f’--’ QA=3.5
/ G /)
v \“\Z ff S (C(slf\\/ga;e Q constante
/ [~ '

FIGURA 3.12 ADICION DE UN INDUCTOR Lywz EN PARALELO A LA SALIDA
DEL NUVISTOR (PLANO I's)

Por lo tanto:
Arco AB = Yg-Ya = -j6.7mmhos

1 1

= =0.475uH .31
o|lm(Y, -Y,)|  @x0.0067

9LNMz =

Arco BC: Siguiendo el esquema de la figura 3.11, lo siguiente por colocar seria
un capacitor Cymz en paralelo con Lyvz. A primera vista, lo légico seria que
dicho capacitor traslade el punto “B” sobre la curva de conductancia constante

(0.3mmhos) hasta alcanzar al punto “C’” (figura 3.13), el cual se encuentra
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sobre la circunferencia de ganancia constante de 22dB del FET. Sin embargo,
nuevamente surge el problema de que los 25V de la placa del nuvistor
llegarian a la compuerta de FET, alterando con esto el punto de operacion
seleccionado. Por lo tanto, lo que se debe hacer es que con el capacitor Cymz,
se traslade el punto “B” a un punto “C”, tal que con la adicidon posterior del
transformador, se alcance la circunferencia de 22dB, ademas, con esto se
estaria aislando los 25V de la compuerta del FET.

Tomando en consideracién que un transformador de impedancia incrementa o
disminuye el valor de una determinada impedancia, manteniendo constante el
factor de calidad “Q”, lo mas adecuado para el caso particular de disefio es que
el punto “C” se encuentre ubicado al interior de la circunferencia de 22dB, para
que de esa forma se logre alcanzar posteriormente dicha circunferencia en un
punto “X” (no se sabe aun cual) mediante un transformador reductor de
impedancia (el punto “X” se desplazara hacia arriba a la izquierda sobre la
curva de “Q” constante, es decir, se acercara a la circunferencia de 22dB (ver

arco CD de la figura 3.14).

Curva de Q constante

- (Q=2.4) . Curva de Q constante
T K & (Q=167)
¥ e A gk Z,=12+j197.7 ohms
2 s TR~ By Y,=0.3-5.6 mmhos
< T T T\ Q,=16.7
\ L \ X
“-5\ /}\H |
R e
Tl TN Z.=400+/970.2 ohms
. Y=0.3-j8.8 mmhos
g T Qc=2.4
] m—
- .':l"l. —
2 .#’f- Tl
Bk N S/

FIGURA 3.13 ADICION DE UN CAPACITOR Cyyz EN PARALELO A LA
INDUCTANCIA Lyuz (PLANO T's)
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Por lo tanto, de la infinidad de puntos interiores que se pueden escoger como
punto “C”, uno adecuado es 400+j970.2Q ya que, aparte de encontrarse sobre la
curva de conductancia constante de 0.3mmhos, para trasladar el punto “B” a “C”
se requiere unicamente un capacitor de 10pF, el cual es un valor comercial.

Arco BC = Y¢-Yg = -j3.2mmhos

Im(Y, - Y
')CNM2=| (Ye = Y,)| _ 0.0032

=10pF ..3.12
. w

Arco CD: Siguiendo con la idea del transformador, en esta etapa es donde se
agregara dicho componente. Tal como se dijo en la seccion anterior, el
transformador sera del tipo “reductor de impedancia”, para que de esa forma el
punto “C” se desplace hacia la izquierda (la impedancia disminuye) sobre la
curva de “Q” constante (Q=2.4) y se alcance asi a la circunferencia de 22dB
del FET (ver figura 3.14).

Curva de Q constante
(Q=2.4)

Z,=100+,242.6 ohms
Yp=1.5-j3.5 mmhos
Q=24

Circulo de Estabilidad
de Entrada del FET

Z.=400+/970.2 ohms
Y -=0.3-j8.8 mmhos
Q=24

Fee N <_f /) 2 3 Trayectoria causada
B i e T i por la adicion del
//-”' \\n ff{ / "'} ,//Iﬁ’{ transformador
FIGURA 3.14 ADICION DEL TRANSFORMADOR PARA LOGRAR LA
GANANCIA DE 22dB (PLANO I's)
Por lo tanto, el nuevo punto seria D’. Sin embargo, un punto mas adecuado es

“‘D” ya que desde ahi se puede adicionar un capacitor en serie para alcanzar la
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ganancia requerida. Esto responde al hecho de que con la adicion de un
capacitor Cyvz: en serie al transformador, el punto final “E” estara mas lejos de
la zona de inestabilidad de entrada del FET que el punto D’, ademas, se
tendria un grado de control adicional en la seleccion de ganancia del
dispositivo, si el capacitor a agregar es un trimmer (capacitor variable).

En el punto “C” la impedancia es de 400+/970.2Q y en el punto “D” la
impedancia es de 100+/242.6Q, por lo tanto la relacion del niumero de espiras
en el transformador es:

VA 1242.
N, \Zz. 400+ /970.2

Arco DE: Como se dijo anteriormente, a la salida del transformador habra un
capacitor Cywz: en serie para tener un control adicional en la estabilidad y
ganancia del amplificador, por lo tanto, el punto “D” se traslada sobre la curva
de resistencia constante (1002), hasta alcanzar a la circunferencia de 22dB del
FET (figura 3.15).

Z.=100+j151.7 ohms

Y=3.0-j4.6 mmhos
2 - . Q.=1.51
g eq 'M\\ \_\-_ E 7 =100+
D= j242.6 ohms

,AQ =7. 6;7 ;"\"“::___ ™, N Yp=1.5-j3.5 mmhos
¥ e T e Q,=2.4
>\I\ 4250Q
" W, A 4 S
Ve e .
/‘é,(_:-:'-zzds !
HHH-,_E__ / H\HH !
:'.?Lh_--" — it
s ‘II—‘—~—__ ) cqee s
ai aEs)
S| e —— =
_—— .-—-__ = - . "/ .I - g
ST HY T 5N A Circulo de Estabilidad
i s 7 il g de Entrada del FET
R . Y -~
- el WA
[
e

FIGURA 3.15 ADICION DE UN CAPACITOR EN SERIE A LA SALIDA DEL
TRANSFORMADOR (PLANO %)
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Por lo tanto, la red intermedia obtenida es la mostrada en la figura 3.16
Nuvistor T

FET
NM2 CNM2‘
I 1:0.51 [
I ||
LNM2 35pF

Cawz T~ 0.475uH

FIGURA 3.16. RED DE ADAPTACION INTERMEDIA OBTENIDA
3.6.2 RED DE ADAPTACION DE SALIDA

Una vez obtenida la red de adaptacién intermedia, podemos calcular el
valor del coeficiente de reflexion de la fuente que sera “vista” por el FET (I'sy), el
cual es 0.66£27° (distancia entre el centro de la carta de Smith y el punto “E”). Por
lo tanto, el coeficiente de reflexion de salida del FET ([oueer) €S 0.62£-9°
(calculado en base a la ecuacién 1.16b, donde I's=I'sy). Ahora, como se asumi6
una adaptacién de impedancia perfecta a la salida del FET, para el disefio de la
red intermedia, el FET debe “ver’ a su salida al conjugado de su coeficiente de
reflexion de salida (I outreT), por lo tanto, T ourer =0.62.£ +9°.

Finalmente, lo que ahora queda es trazar la red de impedancia que una
los puntos I™,urer y la carga (50Q2), para lo cual realizamos el mismo proceso
hecho en el disefio de la red intermedia, solo que en este caso se trabaja en el
plano “T'. del FET.

Usando la expresion 1.16b, la impedancia en el punto I'*,,e£7 €S:

*

* Z - Z *
[ = Lo Z 20 g 2197 + j590) .35
Z yurer + 20

Dicho valor (Z*,ureT) €sta muy cerca de 200Q) el cual es “cuatro” veces el
valor de 50Q por lo que lo mas simple de usar aqui es un transformador RF de
banda ancha cuya relacion de transformacién de impedancia es de 4:1 (la relacién
del numero de espiras es de 2:1). En cuanto a la parte imaginaria de Z*,ureT, ésta

tiene que ser compensada con una inductancia colocada en serie con la carga de
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500, para que de esa forma el punto “R” de la figura 3.17 se traslade sobre la
curva de resistencia constante (50Q2) hasta alcanzar al punto “S”, en donde la
impedancia es de Zs=50+/14.8Q2. De este modo, ya es posible colocar el
transformador de banda ancha, para trasladar la impedancia Zs sobre la curva de
“Q” constante (Q=0.3) hasta alcanzar el punto “T” (200+/59Q2), el cual se encuentra

cerca de Z*ureT (figura 3.17).

Circulo de Estabilidad

de salida del FET
250 . . N
; t .. _.- :_'If"

..a“:'l:_—___‘___‘_"'“'l"lk-ﬂ--._._,__ A :.1 .~
S\ Zg=50+/14.8ohms T s

.\ Yg=18.4-j5.4 mmhos

RNAT i

B

Bt

W
|}

f-\.

-
|l |
i/ /

=
ST / —8:i=2,=200+j590hms
Curva de Q constante” R 7 Y;=4.6-j1.4 mmhos
(Q=0.3) .
. .
. ( = -"._\‘ f’:_x _.{ .
1250 “ ® I =" 9 _jpoon

E W |
—j25Q —j50Q S0 Q —100Q

FIGURA 3.17 CONSTRUCCION DE LA RED DE ADAPTACION DE
IMPEDANCIA DE SALIDA DEL MGF1302 (PLANO I'y)

Ademas, tal como se puede ver en la figura 3.17, el punto final “T” se
encuentra dentro de la regién estable de salida del transistor (hallada en la seccion
3.5.1.2 y mostrada por debajo de la linea roja en la figura 3.17), por lo que la
probabilidad que oscile el dispositivo es nula.

De la figura 3.17, se obtiene:
Arco RS = Inductancia Serie Lyws= Zs-Zr = j14.8 ohms

Arco ST = Transformador de banda ancha Tyus = 2:1 ...3.16
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Por lo que los valores de los componentes de la red obtenida son:

Im(Z; -Z;) 14.8
LNM3:| Sa) R|: p =47nH 317

Ty =21

En este caso, el transformador debe actuar unicamente como un
transformador de impedancia, para lo cual, el valor de inductancia de sus
bobinados debe ser grande (para su disefio éstos valores deben ser tales que en
AC el valor de su impedancia sea mayor a 1kQ), es decir, un transformador de
banda ancha.

Finalmente, si bien es cierto que en el disefio de la red de adaptacion
intermedia se asumid que la salida del FET debia estar perfectamente adaptada al
valor de la carga (50Q), la pequena diferencia que ahora existe (200Q2 en lugar de
197Q2), afectara un poco el valor de la ganancia total del amplificador, sin embargo
aqui entra a tallar la importancia del capacitor Cyvz €l cual ayudara a ajustar la
ganancia requerida, para lo cual, dicho capacitor sera un trimmer, es decir, un
capacitor variable.

3.6.3 RED DE ADAPTACION DE ENTRADA

Finalmente, se procede al diseno de la red de adaptacion de entrada,
para lo cual el proceso mas correcto y légico a seguir es mediante el uso de los
parametros de ruido del nuvistor. Sin embargo, el fabricante no provee dichos
parametros, por lo que resulta extremadamente dificil, por no decir imposible,
lograr un amplificador con la minima figura de ruido. No obstante, para el caso
particular de disefio, este problema no resultara ser tan complicado ya que a pesar
de no poder disefiar la red de entrada en base a un procedimiento matematico y/o
analitico (tal como debe hacerse si se tuvieran los parametros de ruido) podemos
hacerlo de una forma légica y experimental. Para esto recurrimos nuevamente al
concepto de la “figura de mérito unilateral (U)”, ya que de acuerdo a este valor, las
redes de entrada y salida del triodo (nuvistor) pueden considerarse independientes

una de la otra.
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3.6.3.1 CONSIDERACIONES INICIALES

a) Dado que la ganancia del nuvistor depende de su red de salida (resultado
3.9¢), sus circulos de ganancia constante se grafican en el plano I'L (figura
3.18). Ademas, dado que la red de salida del nuvistor ya esta disefiada (red
intermedia), la ganancia del triodo ya esta definida.

b) EIl coeficiente de reflexion de entrada del FET (T'inret) quedd fijado desde que
se disefio la red de salida del amplificador, por lo tanto, aplicando la expresién

1.16a se obtiene:

ISV IS &9 1§
I \=S5Y F +% =0.9424/ -9.13° ...3.18
L~ 22FET
30
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FIGURA 3.18. CIRCUNFERENCIAS DE GANANCIA CONSTANTE DEL
NUVISTOR 7895

c) Para hallar la ganancia del nuvistor, se tiene que hallar el coeficiente de

reflexion de la carga “vista” por el triodo (I''nw). Para lograrlo, se parte del
coeficiente de reflexion de entrada del FET (TinreT) ¥ Se van colocando uno a

uno los componentes de la red intermedia (cada vez que se coloca un
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componente se obtiene una nueva impedancia con su respectivo coeficiente de
reflexion), hasta alcanzar el coeficiente de reflexidon de salida que ve el
nuvistor. Por lo tanto, usando la expresion 1.16 para cada componente, se
obtiene:

¢ Punto de inicio

1—‘INFET +1

> [ =09424/-9.13° = Z, ... =7, =5874£-69.15°Q

INFET ~—

e Capacitor “serie” Cyme-

Z -7
D> Z, =7 s + Zouy =6734-72°Q > I[=——2=0.956£-8"
Z +Z,
e Transformador Tywz (0.51:1)
1 2
zZ, =(—) Z, =2 1T,=0988/-2°
0.51
e Inductancia “paralela” Lyuz
> L=L+ ! 2> Z,=157.5489°Q = T, =0.989/35°

Z3 ZZ ZLNMZ
e Capacitor “paralelo” Cymz
1 1

> L:—+
Z4 Z3 ZCNMZ

> 7,=311.7/88°Q S I, =0.989/18°=T,,  ...3.19

d) Localizando I'lnyy en el plano I\, e interceptando con la correspondiente
circunferencia de ganancia constante del nuvistor, se obtiene una ganancia de
9dB (figura 3.19). Por lo tanto, para las condiciones disefiadas, la ganancia
total del amplificador es de 31dB (22dB del FET y 9dB del nuvistor).

e) ElI NF depende del coeficiente de reflexiéon de fuente I's que “vea” el dispositivo
(expresion 1.26).

f) No hay suficiente informacion para obtener la NF,;, del nuvistor, por lo que se
tiene que construir un prototipo del pre-amplificador con las redes intermedia y
de salida, y hacer mediciones de la NF para varios valores de los elementos de

la red de entrada (Lnm1 Y Cawmit €n la figura 3.23, Cyur s de ajuste final).
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FIGURA 3.19. UBICACION DE I'ihw EN EL PLANO I't DEL NUVISTOR
3.6.3.2 CONFIGURACION DE LA RED DE ENTRADA
Como se debe saber, hay una gran variedad de configuraciones o combinaciones
de elementos para el disefio de una red de adaptacién de impedancia (red “L”,
arreglo “Pi”, arreglo “T”, etc.) donde la eleccion de una de ellas dependera de los
requerimientos tales como ancho de banda (BW), nivel de ganancia, coeficientes
de reflexion, etc. Pero, ya que la red de entrada no tendra participacion alguna en
la ganancia del amplificador asi como tampoco en el ancho de banda, la
configuracion mas simple es un arreglo tipo “L”, donde un capacitor Cyu¢ estara en
serie con la entrada y una inductancia Lywi, en paralelo con la entrada del
nuvistor, para asi aprovechar el inductor conectado entre catodo y tierra, el cual
aisla los niveles DC y AC en el catodo (seccion 3.3.1).
3.6.3.3 VALORES DE LOS COMPONENTES DE LA RED DE ENTRADA
Para la eleccion de los valores, se debe tener en cuenta la zona del plano I's en
donde estara localizado el punto I'op, para asi obtener una baja figura de ruido.
Dicho punto (I'opt), por lo general se encuentra localizado en alguna parte a la
derecha de la impedancia caracteristica del sistema, que en nuestro caso es de
50Q, por lo que dicha zona es en donde se buscara la minima figura de ruido

mediante la combinacion de distintos valores de Cnm1 Y Lawit (figura 3.20).
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FIGURA 3.20 OBTENCION DEL NF;; MEDIANTE UNA RED “L”

Los resultados, para las distintas combinaciones de Cywt y Lnmt Se
muestran en la tabla 3.4 y en las figuras 3.21 y 3.22, donde ademas se muestra
también la ganancia del amplificador como una forma de verificar el criterio de
independencia entre las redes de entrada y salida del nuvistor.

TABLA 3.4 FIGURA DE RUIDO DEL PRE-AMPLIFICADOR PARA
DIFERENTES COMBINACIONES DE ELEMENTOS DE LA RED DE ENTRADA®
Cwm1 (PF)

Lnma 10 20 22 30 51

(uH) |NF (dB)] G (dB)|NF (dB)] G (dB) |NF (dB)] G (dB)|NF (dB)| G (dB)|NF (dB)| G (dB)
0.120 | 29.0 19.0 | 240 | 295 | 240 | 29.5 8.0 30.0 7.5 30.0
0.170 | 26.0 | 22.0 4.6 30.0 4.4 30.0 4.0 31.0 5.7 31.0
0.235 9.0 25.0 2.6 30.0 3.0 30.0 3.1 30.0 7.0 30.5
0.350 4.4 26.0 3.8 31.0 4.0 31.0 4.6 31.0 6.5 31.0
0.480 | 27.0 | 22.0 6.0 29.0 4.4 290 | 31.0 | 30.0 4.4 30.0

&

. El prototipo implementado ya tiene los diodos de proteccion, los cuales han sido elegidos en
base a lo explicado en la seccioén 4.2.3, y las mediciones fueron hechas sin Cyy-.
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FIGURA 3.21. FIGURA DE RUIDO PARA DIFERENTES COMBINACIONES DE
CAPACITOR E INDUCTANCIA EN LA RED DE ENTRADA
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FIGURA 3.22. GANANCIA PARA DIFERENTES COMBINACIONES DE
CAPACITOR E INDUCTANCIA EN LA RED DE ENTRADA
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 3.4, se puede concluir lo
siguiente:
e La combinacion de valores para los cuales se obtiene la menor figura de ruido

del amplificador es con Cyw1=20pF, Lym1=0.235uH, de los cuales Cyw1 traslada
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la impedancia de 50Q2 de la carga sobre la curva de resistencia constante hasta
alcanzar el punto “N” (figura 3.20) y de alli, Lywt lleva éste punto hasta “P”
sobre la curva de conductancia constante de 1.7mmhos, por lo que el
coeficiente de reflexion optimo (I'opt) €s 0.85242.877, lo que corresponde a

una impedancia de 27.8 + j121.8Q “vista” por el nuvistor (figura 3.20).

e La ganancia se mantiene practicamente invariable, lo cual ratifica el criterio de
dominancia de la red de salida en la ganancia de la primera etapa. Excepto
para el caso en que C41=10pF, lo que se debe a que a 50MHz |la impedancia del
capacitor es un valor alto (318Q) lo que atenua a la sefal de entrada, es decir,
con este valor el capacitor ya no actua como un elemento de adaptacion de
impedancia.

¢ Asimismo, es recomendable colocar un capacitor variable Cyy+ en paralelo con
Lnmt (figura 3.23), de modo tal que se tenga la libertad de lograr un ajuste mas
exacto de la figura de ruido al momento de probar el amplificador. Esto, se
debe a que con Cywur, se puede trasladar el punto “P” sobre la curva de
conductancia constante de 1.7mmhos, y conseguir asi la minima figura de
ruido.

3.7 CIRCUITO ADICIONAL DE PROTECCION

Como se mencion6 en la seccién 3.5.5, es recomendable colocar dos
diodos formando un circuito clamping para limitar cualquier pico que logre pasar el
nuvistor. Sin embargo, hay que tomar en cuenta lo siguiente:

e Cada diodo presenta un determinado nivel de capacitancia, la cual se
incrementa conforme aumenta la frecuencia de trabajo, por lo que a 50MHz los
diodos pueden alterar el comportamiento del circuito (frecuencia de resonancia
y ancho de banda).

e El disefio de un limitador de voltaje con diodos (circuito clamping) debe ser tal,
que la corriente en su punto de reposo sea cero (Iak=0).

Por lo tanto, para lograr superar dichos obstaculos, se hara lo siguiente:
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» Se colocaran diodos en serie para reducir la capacidad total del conjunto,
aunque esto hara que el valor de Cnu2 se vea reducido, ya que la capacidad de
los diodos aportara parte de la capacidad total requerida en la etapa intermedia

(expresion 3.20).

CNM2_TOTAL = Ctotal_diodos + Cha ...3.20

Por lo tanto, para calcular el valor de Cnuy2 (que sera un capacitor variable), se
debe conocer el valor de Cioal diodos Y Para esto se debe conocer el numero
total de diodos a emplear asi como la capacidad de cada uno de estos a
50MHz.

» El grupo de diodos se colocaran paralelos al transformador Tyvz para que de
esa forma ningun grupo de diodos se encuentre conduciendo en DC (figura
3.23).

La eleccidén del diodo, asi como la cantidad a usar seran vistas en el siguiente

capitulo.
VFF VPP
o
Rp
‘ Tawz
Lz g H )
IN CN|v|1 —}L
| c
- i
A Cq i NM2
L 7. 7 7 C RFC
Caur NM2

FIGURA 3.23. CIRCUITO ESQUEMATICO DEL CIRCUITO DISENADO EN
BASE A LOS PARAMETROS “S” MEDIDOS"

. El capacitor variable Cyyy sirve como un ajuste fino de la figura de ruido del nuvistor para
compensar los efectos de la tarjeta y del alojamiento mecanico, cuyo disefio se explicara en el
capitulo 4.
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CAPITULO CUATRO: CONSTRUCCION DEL PRE-AMPLIFICADOR

41  INTRODUCCION

La construccion del amplificador se puede dividir en dos etapas: mecanica
y electrénica. La primera comprende todos los factores que se deben tomar en
consideracion para el disefio y construccion del alojamiento mecanico, con la
finalidad de lograr la menor interferencia posible tanto de sefales externas como
internas, para lo cual se debe tomar en cuenta una serie de criterios. La segunda
etapa comprende la eleccion de los componentes mas adecuados con el objeto de
lograr que los resultados tedricos sean lo mas parecido posible a los resultados
practicos, asi como el disefio y construccion de la tarjeta de circuito impreso.
4.2 ELECCION DE COMPONENTES DEL CIRCUITO

En la construccion de circuitos de RF es importante hacer una correcta
elecciéon de componentes, de modo tal que sus valores sean lo mas exacto posible

a los valores obtenidos en el disefio y permanezcan sin variaciéon durante los
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largos periodos de tiempo en los que el circuito trabajara ininterrumpidamente.
Asimismo, se debe procurar que estos componentes tengan un efecto minimo
sobre el resto de dispositivos o pistas ya que hay casos como las inductancias
cuyo campo magnético generado puede llegar a interferir seriamente en el
funcionamiento del resto de dispositivos o como los capacitores cuyo valor se
puede degradar rapidamente si no se usa el material adecuado.

Con la finalidad de seguir el proceso de eleccion de componentes de una
forma mas facil, se vuelve a mostrar la figura 3.23 en la figura 4.1.

Ver Vep Voo

N
1
el
m
O

R\ | T

FIGURA 4.1. ESQUEMATICO DEL PRE-AMPLIFICADOR DISENADO
421 RESISTENCIAS
Las resistencias de pelicula metalica (metal film) son las mas adecuadas
en RF, ya que exhiben una muy buena estabilidad para frecuencias de hasta
100MHz si su valor es menor a 10kQh, (figura 4.2).

\

iE §

RR e

o 10 100

Frecmlencia (MHz)
FIGURA 4.2. RELACION ENTRE EL VALOR REAL DE LA RESISTENCIA (Rf) Y
SU VALOR EN DC (Rpc) (Catalogo de resistencias de IRC Technologies)

Lo

Sin embargo, dado que Rg, Rp, Rp ¥ Rs trabajan en DC mayormente (debido a los

choques RFC), no es absolutamente necesario usar resistencias de metal film.
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4.2.2 INDUCTANCIAS

En RF, los nucleos toroidales (a diferencia de los nucleos de aire) son muy
usados por poseer un “Q” elevado (permeabilidad alta) y por tener la propiedad del
auto-blindaje, esto quiere decir, que un toroide contiene completamente dentro de
si al flujo magnético producido por la corriente circulante en su bobinado, evitando
asi problemas de interferencia con dispositivos aledanos.

4.2.2.1 TIPOS DE TOROIDE

Los dos tipos de materiales usados en la elaboracién de toroides son el

hierro en polvo y la ferrita, los cuales se describen brevemente a continuacion:
a) Toroides de hierro en polvo

Se caracterizan por su bajo nivel de pérdidas, su alta estabilidad ante
variaciones bruscas de temperatura y su capacidad de trabajar en altas
frecuencias, por lo que son muy adecuados en aplicaciones de circuitos
sintonizados Yy filtros con anchos de banda muy angostos.
Para un valor de inductancia determinado, el numero de vueltas necesario (N)

esta dado por la expresion 4.1 (ARRL, [18]) y sus caracteristicas se muestran en

las tablas 4.1y 4.2.
N =100 & .41
AL

donde: L :valor de inductancia requerida en microhenrios (uH)
A.: indice de inductancia caracteristico (uH / 100 vueltas)..
TABLA 4.1. PROPIEDADES DE MATERIALES UTILIZADOS EN TOROIDES DE
HIERRO EN POLVO PARA RF (Cox [17])

Rango Costo
(MHz) |Relativo"
4 |Carbonil J 9.0 3.0-40 20 [Azul/Blanco

7 [Carbonil TH 9.0 1.0-25 2.0 Blanco / Transparente

10 [Carbonil W 6.0 | 15-100 4.7 Negro / Transparente

12 |Oxido sintetico| 4.0 | 30-250 1.5 [Verde/Blanco

17 |Carbonil 40 [20.0-200 31 Azul / Amarillo

0 |Fenolico 1.0 |50.0-350 1.0 [Café claro / Café Claro

= precio base es de $0.30 (material fendlico).

Nro. Material i Cédigo de colores
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TABLA 4.2. INDICE DE INDUCTANCIA CARACTERISTICO (uH/100 vueltas)
PARA ALGUNOS TOROIDES DE HIERRO EN POLVO (Cox [17])

a MATERIAL
TOROIDE" ™5 T & [ 10 [ 12 [ 17
T20 | 27 | 22 | 16 | 10 | 10
T25 | 34 | 27 | 19 | 12 | 12
T30 | 43 | 36 | 25 | 16 | 16
137 | 40 | 30 | 25 | 15 | 15

b) Toroides de ferrita

Poseen altos valores de permeabilidad, por lo que son usados como bobinas
de choque y transformadores de banda ancha ademas de que no trabajan muy
bien en altas frecuencias (mayor a 30MHz), debido a la gran cantidad de pérdidas
que poseen. Asi, para un valor de inductancia determinado, el nimero de vueltas

necesario esta dado por la expresion 4.2 (ARRL, [18]):

N = 1000 |-=- 42
AL

donde: L : inductancia en milihenrios (mH)
AL: indice de inductancia (1 mH / 1000 vueltas)
Sus caracteristicas se muestran en las tablas 4.3y 4.4.

TABLA 4.3. PROPIEDADES DE MATERIALES UTILIZADOS EN TOROIDES DE
FERRITA PARA RF (Amidon Associates Inc.).

Nro ~ |Frecuencia de trabajo en|Frecuencia de trabajo en
' Hi | Circuito Resonante (MHz) |Circuito de banda ancha (MHz)
61 125 0.2-15.0 10.0-200.0
63 40 15.0-25.0 50.0-300.0
67 40 10.0-80.0 200.0 - 1000.0
73 2500 0.001-1.0 0.2-15.0

TABLA 4.4. INDICE DE INDUCTANCIA CARACTERISTICO (mH/1000 vueltas)
PARA ALGUNOS TOROIDES DE FERRITA (Amidon Associates Inc.)

W MATERIAL
TOROIDE 5271761 [ 63 | 75
FT23 | 188 | 25 | 79 | -
FT37 | 420 | 55 | 17.7| 2210
FT50 | 523 | 68 | 22 |2750

W, .
. La nomenclatura de los toroides se muestra en el anexo |
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4.2.2.2 NUMERO MAXIMO DE VUELTAS EN UN TOROIDE
Dependiendo del tamafo del toroide y del calibre del alambre, habra un numero
maximo de espiras admisible. Estos datos también son provistos por los diversos

fabricantes y una parte de ellos se muestra en la tabla 4.5.

TABLA 4.5. NUMERO MAXIMO DE ESPIRAS EN UN TOROIDE EN FUNCION
DEL CALIBRE DE ALAMBRE Y DIAMETRO DEL NUCLEQO (Cox, [17])

Calibre de alambre (AWG) | 34| 32| 30| 28| 26| 24
Toroide Numero de vueltas (N)
T22 31| 23| 18| 13[ 10| 7
T23 35| 26| 20| 14| 11| 8
T25 41| 31| 24| 18 14| 10
T30 54| 42| 33| 25 20| 15
T37 70| 57| 45| 37| 29| 22

4.2.2.3 ELECCION DE INDUCTANCIAS PARA EL DISENO

De acuerdo al disefio hay dos inductancias (Lnm1 Y Lnwms), dos transformadores

(Tamz Y Tams) ¥ una bobina de choque (RFC), cada uno de los cuales se debe

analizar por separado.

e Lnm1 Y Lnws tienen un valor de 0.235uH y 47nH respectivamente y desempefian
la funcion principal de adaptacion de impedancias en un amplificador de banda
angosta (3MHz). Por lo tanto, la opcién mas adecuada es un toroide de hierro
en polvo, y de acuerdo a la tabla 4.1, los materiales mas adecuados son el 10,
12 y 17. Cualquiera de ellos puede ser usado, la unica diferencia que habra
entre uno y otro es el numero de vueltas de alambre en el toroide, ya que eso
dependera del indice de inductancia caracteristico (A_) el cual depende a su
vez del tamano y material del toroide. En este caso se emplea el material Ne12
en ambos por ser mas comercial que los numeros 10 o 17. Sus caracteristicas
se muestran en las tablas 4.1y 4.2.

El tamafio de toroide en general puede ser cualquiera, pero dado que los
valores de inductancia buscados son pequefios, es suficiente con elegir un

toroide pequefo. Por lo tanto, se usara el toroide T-25, en ambas inductancias.
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Asi, se logra tener cierta uniformidad en los componentes facilitando su
reemplazo en caso de pérdida o reparacion eventuales.

Teniendo definidos el tamafo y material a usar, el indice de inductancia
caracteristico (AL) es 12 (tabla 4.2) y usando la expresiéon 4.1 se obtiene el
numero de vueltas requerido (N.nv1= 14, Ninws= 6). Por lo tanto, el calibre del
alambre mas adecuado es el AWG Ne 30 (tabla 4.5). No obstante, si alguno de
los valores (Ninwt1 © Ninws) excediera el maximo numero de vueltas admisible
en un T-25 (tabla 4.5), se tendria que elegir un tamafo mayor (por ejemplo un
T-30), por lo que el A_ seria distinto y por tanto, se tendria que calcular
nuevamente el numero de vueltas necesario.

e Tnwume: Por ser parte importante en la seleccién de la frecuencia de resonancia
del equipo (banda angosta), asi como en la adaptacién de impedancia entre el
nuvistor y el GaAsFET, se usara también un toroide de hierro en polvo y
siguiendo el procedimiento de Lnw1 Y Lams, el material utilizado sera el Ne12. El
primario de Tnwz (Lnvz2) debe tener una inductancia de 0.475uH (seccién
3.6.1.2) y dado que hay dos enrollados, es preferible usar un tamario de toroide
T-30 (Dext=0.3"), por lo que el A_ es 16 y el numero de vueltas necesario es 17
en el primario y 9 en el secundario para cumplir asi la relacion 1:0.51. Por lo
tanto, el calibre de alambre necesario es el AWG Ne 30.

e Tnwms: Por ser un transformador de banda ancha sus bobinados deben tener un
valor de inductancia elevado para que de esa forma se desempefie Unicamente
como un transformador de impedancia en un rango amplio de frecuencias. Por
lo tanto, lo mas adecuado es un toroide de ferrita.

El toroide elegido es el FT-23-61 (AL = 25, tabla 4.5) por trabajar en el rango de
10MHz a 200MHz como un transformador de banda ancha (ver tabla 4.3).

En cuanto al numero de vueltas, se escogio un valor de 16, obteniéndose asi
una inductancia de 12.8uH en el primario y 6.4uH en el secundario, los cuales
representan valores altos de impedancia en RF (640Q vy 320Q

respectivamente).
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Finalmente, para poder obtener el numero de vueltas requerido, y mantener la
uniformidad con el resto de inductancias, el calibre de alambre usado es el
AWG Ne.30 (tabla 4.5).

e Bobina de choque RFC: Por tener unicamente la funcién de separar la sefial
del nivel DC en la compuerta del GaAsFET, se puede usar un toroide de ferrita
para obtener asi un valor de inductancia elevado (de preferencia mayor a
10uH). Por lo tanto, se usa un toroide FT-37-61, con 15 vueltas de alambre
AWG Ne.26 para lograr una inductancia de 13uH.

4.2.3 DIODOS

El diodo que se elija debe ser capaz de soportar y responder rapidamente
a cualquier pico de voltaje (o corriente) que logre pasar por el nuvistor, asi como
de presentar una baja capacidad a 50MHz, para que asi la frecuencia de
resonancia del amplificador no se vea afectada (por estar en paralelo a Cyuz). Por
tanto, los posibles diodos son el SD101AW, el BAT43W, el BAT42W y el DGS10-
03A, cuyas caracteristicas se muestran en la tabla 4.6 en donde los puntos mas
importantes a tener en cuenta son la capacidad Cr y el pico de corriente que

soportan, ya que estos dos puntos determinaran el numero total de diodos a

emplear. De todos ellos se escogid el diodo Schottky BAT42W, el cual, aparte de

cumplir con los requerimientos mencionados, esta disponible en el radio
observatorio por ser usado ampliamente en otros proyectos.

TABLA 4.6 CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE POSIBLES DIODOS
USADOS COMO PROTECCION EN LA ETAPA INTERMEDIA

CARACTERISTICA BAT42W | BAT43W | SD101AW |DGS10-03A
Voltaje continuo max. 30V 30V 60V 100V

Ve 0.4V 0.33V 1.00V 1.6V
Capacidad C; (F=1MHz) 10pF 10pF 2pF 9pF
Pico No-repetitivo max 4A 4A 2A 11A
Potencia disipada max. 200mW | 200mW 400mW 34W
Tamano SOD-123] SOD-123| SOD-123 TO-220

De acuerdo a los valores de la tabla 4.6, seria suficiente con usar un total de

cuatro diodos, ya que Ciotal diodos S€fia de 10pF, el cual es igual al valor calculado
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para Cyme- Sin embargo, esto no es recomendable, ya que el dispositivo que debe
determinar la sintonizacién del amplificador debe ser un capacitor variable de tal
modo que se tenga la libertad suficiente de ajustar el valor mas adecuado en caso
el resultado tedrico no se ajuste al resultado practico. Ademas, hay que tener en
cuenta que la capacidad Ct de 10pF es para una frecuencia de 1TMHz, por lo que
lo mas seguro es que a 50MHz, el valor de Ct sera mayor (tal vez en varios
picofaradios). Un numero adecuado es de diez diodos por lado, con lo que se
asegura que la capacidad total no interferira en la sintonizacién del amplificador.

Por ejemplo, en el supuesto caso que Ct sea 30pF a 50MHz, la capacidad total

sera 6pF, con lo que el valor de Cny2 seria de 4pF.

424 CAPACITORES

En el circuito hay tres tipos de capacitores: el capacitor de entrada Cywy,
los capacitores variables Cnym1, Cnmz Y Cnmz (también llamados trimmers) y los

capacitores de acoplo y desacoplo Cg (figura 4.1).

e Cnmi: Por ser parte de la red de entrada que determina la figura de ruido de
todo el amplificador y estar sometido a los eventuales picos que se pueden
presentar en cualquier momento, el componente se puede degradar mas
rapido que el resto de dispositivos, por lo que es necesario usar un capacitor
de mica. Ademas, éste es muy estable y posee excelentes caracteristicas ante
variaciones de temperatura por tener un coeficiente de temperatura muy
bueno. Asimismo, puede ser usado en un rango amplio de frecuencias por lo
que se emplea en circuitos resonantes, filtros y en todo tipo de aplicaciones de
RF.

e Capacitores variables Cxur, Camz Y Crmz: Hay varios tipos de trimmers, siendo
la diferencia entre ellos el material dieléctrico que poseen. Sin embargo, en
aplicaciones de radiofrecuencia es recomendable usar capacitores variables
con dieléctricos tales como PTFE (politetrafluoretileno), PP (Polipropileno) o
policarbonato ya que estos exhiben una muy buena estabilidad en frecuencia y
temperatura y son facilmente reconocibles por su codificacion de colores. De
todos ellos, los trimmers de polipropileno son los mas adecuados para la
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aplicacién, dado que pueden trabajar hasta con un voltaje de 100Vpc y ademas
hay una mayor disponibilidad de ellos en el mercado.

Para el caso de Cnuy, su funcion principal es la de tratar de reducir la
figura de ruido total, por lo que su valor dependera de las pruebas finales que
se realizaran. Por ende, se requiere que su rango de variacidn no sea muy
pequefio. Por tanto, un rango adecuado de capacitancia es entre 2 y 15pF 6
entre 2 y 20pF.

Para el caso de Cyw2, tampoco se sabe exactamente su valor, pero
considerando que su funcién principal es la de sintonizacion, éste debe tener
un ajuste fino para un rango pequeno de frecuencias. Por tanto, el timmer mas
adecuado es aquel en el rango de 1.6 a 5pF (si Ciotal diodos €S mayor a 5pF) 6
aquel cuyo rango esta entre 2 y 10pF (Si Ciotar diodos €S menor a 5pF).

Finalmente, ya que el valor calculado para Cnuy es 35pF, el trimmer
mas adecuado es aquel cuyo rango de variacion esta entre 3 y 36pF.

TABLA 4.7. CARACTERISTICAS DE LOS CONDENSADORES VARIABLES DEL
PRE-AMPLIFICADOR (Sprague-Goodman Electronics, Inc.)

Capacitor | Valor Calculado (pF) | Rango (pF) | Vpc max Color
Camrr Depende de NF 20-15 100 Azul

Cav2 Depende de Cyoa) giodos 1.6-5.0 100 Blanco
Cm 35 3.0-36 100 Violeta

e Capacitores de Acoplo y Desacoplo Cg: La funcién de estos es la de separar
las componentes de DC y AC. Para esto, en sefial deben representar un valor
pequefio de impedancia, que por criterio de disefio debe ser menor a 0.1Q, vy
en DC, un circuito abierto, entonces:

1

JoCy

= C, >31.8nF

Z, = <0.10

...4.3

Por lo tanto, un condensador adecuado es del tipo monolitico de 0.1uF
por ser mas estable ante variaciones de temperatura y trabajar a frecuencias
algo mayores que el resto de capacitores y estar ampliamente disponible en el

mercado nacional.
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4.3 DISENO DEL ALOJAMIENTO MECANICO

El blindaje o alojamiento mecanico es meramente un atenuador de
sefales indeseables que trabaja sobre la base de dos principios: absorcion y
reflexion, tal como se ve en la figura 4.3, donde Ej, es una sefial indeseable que
intenta ingresar y Eqy: €s una pequena fraccion de Ej, que logra pasar el blindaje
(atenuacion) y Erefejado €S la porcion de Ej, que es reflejada gracias a la
conductividad del material (reflexion).

E La densidad de

in .
corriente decrece
exponencialmente

M s

Ereflejado v
. A
7
A e Eout
7
//
»
Reflexion
Interna

FIGURA 4.3. MECANISMOS BASICOS DE BLINDAJE (Mardiguian, [13])
La absorcion depende de cuatro parametros: grosor, conductividad,
permeabilidad y frecuencia, los cuales forman parte de la expresioén 4.4 que indica

el nivel de atenuacion.

Ay =131\ Fu,o, .44

donde: Ags = Atenuacion en dB

t = grosor de la pared de blindaje en mm.

F = frecuencia en MHz.

ur = Permeabilidad relativa del material

o, = conductividad relativa del material

Para materiales no-magnéticos (permeabilidad p=1) la atenuaciéon aumenta

con la conductividad (o;), y para materiales magnéticos (u>1), aumenta con la
permeabilidad (y;), lo que hace que para casos tales como el hierro o el acero

(300<p<1000, 020.17) se logre una gran atenuacién con un grosor delgado; no
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obstante, si la frecuencia en estos sobrepasa unos cuantos cientos de kilohertz la
permeabilidad generalmente colapsa a un valor de uno, mientras que la
conductividad permanece aun en un valor mediocre. Es por eso que el material
mas adecuado en RF y microondas es un material no-magnético.

Por otro lado, la reflexiéon se incrementa basicamente con la conductividad
de la superficie por lo que si se quiere conseguir un buen grado de reflexion se
debe de usar también un material no-magnético.

Por lo tanto, el material mas adecuado para la elaboracion del alojamiento
mecanico es el aluminio (u.=1, 0,=0.6), no solo por ser un material no-magnético,
sino porque es muy facil de trabajar (fundir, maquinar, etc.) por lo que el costo de
mano de obra es menor. En cuanto al grosor, este sera de 4mm, lo que resultara
en una atenuacion de 2870dB a 50MHz. Ahora, si bien dicho grosor de las
paredes parece demasiado, por otro lado, el equipo presentara rigidez y permitira
asegurar la tarjeta en diversos puntos, asegurando con esto un buen contacto con
tierra (ver anexo G).

44 CONSIDERACIONES PARA EL DISENO DE LA TARJETA
IMPRESA

En altas frecuencias se presentan basicamente dos problemas:
interferencia electromagnética (EMI), por el cual las sefiales producidas por
distintos elementos radiantes (antenas, cables, etc.) interfieren con el
funcionamiento normal de un dispositivo electrénico y el crosstalk, por el cual las
mismas pistas de la tarjeta se empiezan a comportar como pequefas antenas,
causando interferencia en las pistas contiguas (el efecto de las resistencias,
,inductancias y condensadores no se considera, ya que la eleccion cuidadosa de
éstos, realizada en la seccion 4.2, también fue con la finalidad de minimizar dicho
problema sobre las pistas).

Ambos problemas dependen basicamente de la frecuencia ya que en altas
frecuencias las sefiales son “radiadas” mientras que en bajas frecuencias, son
‘conducidas” por lo que el riesgo de disefiar una tarjeta en altas frecuencias es
mayor. La frecuencia limite hasta la cual se considera que no hay problema de
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energia radiada es 30MHz (Benedict [14]), por lo que para nuestro caso (50MHz),
se debe tomar en cuenta factores tales como el material de la tarjeta impresa, las
pistas de alimentacion, separacidon minima entre pistas de senal, ubicacion del
plano de tierra y distribucibn de componentes, para evitar los problemas
mencionados.
441 MATERIAL DE LA TARJETA IMPRESA

Hay varios tipos de sustrato, de los cuales los mas usados son el teflon y
el FR4, también conocido como fibra de vidrio, con sus caracteristicas mostradas
en la tabla 4.8. Las placas de teflon son realmente buenas, pero también muy
caras. Son de resistencia mecanica alta, y no tienen esa tendencia a absorber la
humedad (higroscopia) que ocasiona problemas de conductividad indeseable
cuando la distancia entre pistas es muy corta. Por otro lado, la fibra de vidrio es la
mas utilizada, puesto que ofrece buena resistencia mecanica y aislamiento
eléctrico, pocas pérdidas (tangente de pérdidas), es relativamente econdmica y
facil de encontrar. Es por eso, que para el presente proyecto se utilizara la fibra de
vidrio como material para la elaboracion de la tarjeta.

TABLA 4.8. CARACTERISTICAS DE LA FIBRA DE VIDRIO Y DEL TEFLON
(Rogers Corporation, Inc.)

. Permeabilidad Tangente de Pérdidas a Costolpie2
Material . .
relativa al aire (g,) 1.0GHz (5)
FR4 4.1-4.8 0.02 - 0.03 $2.50
Teflon 2.94 0.0012 $100.00

4.4.2 PISTAS DE ALIMENTACION

La impedancia de las pistas de alimentacion no es nula ya que la
corriente va a generar ruido, el cual sera tanto mas critico cuanto mayor sea la
sensibilidad al ruido de los dispositivos electronicos usados. Esto se debe a que la
impedancia de las pistas presenta una componente inductiva que es predominante
e independiente de la seccidn pero proporcional a la longitud de la pista, por lo que
so6lo una disminucion de ésta permitira reducir el ruido de alimentacion. Por lo
tanto, como criterio de disefio se debe procurar que la longitud de las pistas de

alimentacion sea minima.
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4.4.3 LONGITUD DE PISTAS DE SENAL

A mayor frecuencia, las pistas de sefial tienden a comportarse como
lineas de transmision. La manera de saber si esto sucedera en un disefo
especifico es mediante el uso de la siguiente regla: Si la longitud de la pista es
mayor o igual a la décima parte de la longitud de onda de la senal, dicha pista
debera ser considerada como una linea de transmision. Para el caso especifico de

disefio, 1/10=0.6m, por lo tanto, a menos que la tarjeta sea muy grande, no hay

de que preocuparse, ya que las pistas no se comportaran como lineas de
transmision, sino, unicamente como elementos ideales de conduccion.
4.4.4 DISTANCIA MINIMA ENTRE PISTAS DE SENAL PARALELAS

El hecho de transportar senal implica que las pistas se comportaran como
pequefas antenas o elementos radiantes. Por lo tanto, un buen disefio permitira
evitar problemas de crosstalk.

De la teoria electromagnética se sabe que si hay dos superficies a distinto
potencial, separadas por una determinada distancia, una capacitancia se formara
entre ellas y su valor dependera directamente de la permitividad del material
presente entre ellas e inversamente de la distancia que las separa. Por lo que si
dos pistas estan lo suficientemente cerca, la capacitancia C,, entre ellas sera
apreciable y tendra un efecto nocivo sobre la sefal que se esta transportando.
Ademas, se debe considerar la inductancia mutua L, entre las pistas la cual

dependera de la longitud del trayecto en la que ambas se encuentren paralelas

(figura 4.4).
3 Lm
) 7‘-Z Cm Pista fuente
Plano de tierra VaVaVaVaVat 7

Pista victima

\\|/
FIGURA 4.4. CAPACITANCIA E INDUCTANCIA PARASITAS ENTRE DOS
PISTAS
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Por lo tanto, en un circuito impreso se debe procurar que las pistas estén
separadas una distancia minima. Para hallar dicha distancia se hace uso de la
‘Regla 3W’ la cual dice que las pistas de sefal deben estar separadas una de la
otra, una distancia minima igual a tres veces el ancho de las pistas. De esta forma,
en caso haya crosstalk, se logra una reduccion de hasta un 70% de éste. Si las
pistas estan separadas una distancia igual a diez veces su ancho, la reduccion del

crosstalk llega a ser hasta de un 98% (Benedict, [14]). (figura 4.5).

Pistas

A// \XA
Zona en donde se
encuentra el dieléctrico {
|W|W|W| lw] wiwd |W|W|W| lwlwiwl
W = ancho de pista

>2W >W via = pad 6 conector
Plano de tierra

FIGURA 4.5. SEPARACION MINIMA ENTRE PISTAS DE SENAL (REGLA 3W)
445 PLANO IMAGEN

Un plano imagen o plano de tierra, es una capa de cobre que esta
fisicamente adyacente al plano donde se encuentran las pistas de sefal, y provee
un camino de baja impedancia para el retorno de las corrientes de RF. Por lo
tanto, con el uso de planos imagen se logra reducir considerablemente los
problemas de EMI y crosstalk ya que dichas corrientes usan el plano de tierra en

vez del aire para propagarse, tal como se ve en la figura 4.6.

- Plano de sefial
-4---- Plano imagen

Trayecto de retorno DC

Serial por la /‘.‘

cara superior
Trayecto de retorno RF
por la cara inferior
(plano imagen)

FIGURA 4.6. TRAYECTOS DE RETORNO DE LAS SENALES DE DC Y RF
(DISENO RECOMENDADO)
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Segun INTELg [15], no se recomienda colocar pistas de sefial en zonas
adyacentes en donde no haya un plano imagen, ya que en ese caso el camino de
retorno de la senal de RF seria mas largo y por ende, la posibilidad de EMI se
incrementaria, tal como se ve en la figura 4.7, en la cual las corrientes de retorno
tienen que seguir un trayecto mas largo, dado que hay zonas sin tierra en el plano

imagen, justo por debajo de la pista que transporta la senal.

- Plano de sefal
-<4---- Plano imagen

Sefial por la
cara superior

Trayecto de retorno
RF por la cara inferior

FIGURA 4.7. TRAYECTO DE RETORNO DE UNA SENAL DE RF ANTE LA
AUSENCIA DE UN PLANO IMAGEN (DISENO NO-RECOMENDADO)
Asimismo, las caracteristicas de la tarjeta obtenida, en base a los criterios
descritos anteriormente, son las mostradas en la tabla 4.9, y la tarjeta obtenida se
puede ver en el anexo F, donde se detalla la distribucion de componentes y de las

pistas.

TABLA 4.9. CARACTERISTICAS DE LA TARJETA DE CIRCUITO IMPRESO DEL
PRE-AMPLIFICADOR

Valor | Unidades
Material del Sustrato FR4
Numero de caras 2
Grosor del substrato (h) 0.0632 pulg
Grosor del plano de cobre (t) 0.0014 pulg
Ancho de pistas (W) 1.27 mm
Separacion minima entre pistas (d) 3.81 mm

4.4.6 DISTBIBUCION DE COMPONENTES EN EL ALOJAMIENTO
MECANICO

Al igual que en el caso de las pistas, es necesario considerar la
interferencia causada por los distintos componentes que conforman el circuito,

para lo cual se debe evitar la cercania entre estos (por ejemplo, resistencias).
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Por lo tanto, el alojamiento mecanico se divide en siete secciones (figura

4.8) en donde estan la red de entrada, el nuvistor, la red intermedia, la red de

salida mas el FET vy los tres pines de alimentacion, ya que:

La senal de entrada es muy pequeia, por lo que es necesario lograr la menor
interferencia posible por parte de componentes aledafios.

Al calentarse el nuvistor (debido al filamento), se genera ruido térmico, por lo
que es necesario aislarlo del resto de componentes.

La red intermedia debe estar separada del FET, ya que dada la cantidad de
diodos usados, la probabilidad que éstos afecten al transistor es muy alta.

Los pines de alimentacion deben estar separados del resto de componentes
para evitar que el ruido de fuente afecte el desempefio del sistema.

No es necesario separar el FET de la red de salida, ya que la mayoria de
componentes usados son toroides, los cuales encierran dentro de si al flujo

magnético generado.

Asimismo, es recomendable evitar la colocacién de componentes en paralelo para

evitar asi la induccion de campos magnéticos entre ellos (figura F.1, anexo F).

(] N\ N N
_O/ VFILI Vep | | Voo J e
@ 4 N (
—_
FET
n )
Red + n
Red de intermedia Red de
o— entrada salida —0
© J J ©)

FIGURA 4.8. DISTRIBUCION DE LAS REDES DEL PRE-AMPLIFICADOR EN EL

ALOJAMIENTO MECANICO DISENADO
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CAPITULO CINCO: RESULTADOS

5.1 INTRODUCCION

A lo largo de los capitulos anteriores se han tocado dos puntos
fundamentales: la medicion de parametros “S” del nuvistor y del GaAsFET vy la
aplicacién de una serie de criterios y conceptos para el disefio del amplificador.
Por tanto, lo que resta es someter a prueba el desempefio del circuito para las
condiciones reales de trabajo y ver que mejora hacer con la finalidad de alcanzar
los objetivos establecidos.
52 PARAMETROS “S” MEDIDOS

En el capitulo tres se menciond que las mediciones de parametros “S” del
nuvistor y del FET se harian no solamente para 50MHz sino, para un rango de
frecuencias de tal modo que se pueda entender el comportamiento general de
cada uno de los dispositivos asi como de ver que tan buenas han sido las
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mediciones, lo cual se logra empalmando los valores dados por el fabricante con

los obtenidos y verificando que haya continuidad entre ambos.

5.21 PARAMETROS “S” DEL GaAsFET MGF1302
Para el caso del FET MGF1302, las mediciones se hicieron para 50, 100,

150, 200 y 250MHz, utilizando el mismo esquema de las figuras 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5.

Los resultados numéricos se muestran en la tabla 5.1. Asimismo, en la figura 5.1

se muestran los valores interpolados a partir de los valores medidos con los

valores dados por el fabricante entre 500MHz y 12GHz, de tal forma que se pueda
verificar si hay continuidad de datos o no.

Analizando los resultados obtenidos, se tienen las siguientes observaciones:

a) Con respecto a Sy¢ret, conforme aumenta la frecuencia, S14ret decrece, lo
que quiere decir que a frecuencias mayores el valor de Z;, va disminuyendo,
lo que hace al dispositivo mas adecuado para trabajar en altas frecuencias
ya que la red de entrada es mas facil de disenar y por ende, el nivel de
onda reflejada es mas facil de controlar.

b) Con respecto a Sayret, €l moédulo permanece casi estable en el rango de
50MHz a 12GHz (0.6 en promedio), por lo que no hay mayores problemas
al momento de disefar la red de salida de un amplificador a una frecuencia

comprendida en el rango mencionado anteriormente.

TABLA 5.1 PARAMETROS “S” DEL FET MGF1302 ENTRE 50MHz Y 250MHz
EXPRESADOS EN MAGNITUD Y FASE (Vps=3V, Ip=10mA).

Frec. Si S, Si, S,

(MHz) | MAG | ANG | MAG | ANG | MAG | ANG | MAG | ANG
250 0.991 | -11.8 3.83 174 0.003 157 0.64 -9.9
200 0.987 | -11.5 3.93 179 0.003 170 0.64 9.7
150 0.976 -8 3.92 -177 | 0.008 | -123 0.61 -8.3
100 0.975 -6 4.01 -173 0.01 -118 | 0.575 -8
50 0.97 5.3 5.88 -135 | 0.013 13 0.57 -3
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FIGURA 5.1 PARAMETROS “S” DEL MGF1302 ENTRE 50MHz Y 12GHz.

c) Con respecto a Syirer, la ganancia del dispositivo aumenta conforme
disminuye la frecuencia por lo que conviene usar a este transistor como un
amplificador de alta ganancia a frecuencias relativamente bajas en
comparacién con frecuencias del orden de los Gigahertz.

d) Con respecto a SqzreT, SU valor aumenta conforme aumenta la frecuencia,

esto quiere decir que aumenta la realimentacion entre entrada y salida,
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pudiéndose llegar a la oscilacion en caso no se tomen las medidas

pertinentes al momento de usar al dispositivo como amplificador.
Por lo tanto, el MGF1302 es ideal para ser usado como amplificador de una sola
etapa en frecuencias relativamente altas, ya que sus impedancias de entrada y
salida son relativamente bajas y por ende, faciles de adaptar a impedancias de
fuente y carga de bajo valor (por ejemplo 50Q)).

Asimismo, resulta interesante poder comparar los valores medidos con los
que se hubieran obtenido mediante extrapolacion lineal a partir de los valores

dados por el fabricante, tal como se muestra en la figura 5.2.

IS4l
1.01 —
~.\———._-_—_____—
0.99
pm—
0.97
0.95
40 70 100 130 160 190 220 250
S
600 IS,
6.00 Parametros
T medidos
4.00 — e —
2.00
0.00
40 70 100 130 160 190 220 250
IS4l Parametros
0.02 — E————— extrapolados
— — c— c—
0.015 » -
\‘
0.01 - P ——
——
0.005 e~
0
40 70 100 130 160 190 220 250
|S2]
0.7
— - — —— — —— — — — — — — —
0.65
0.6
0.55 T
40 70 100 130 160 190 220 250
FRECUENCIA (MHZ)

FIGURA 5.2 COMPARACION DE LOS PARAMETROS “S” MEDIDOS CON LOS
OBTENIDOS MEDIANTE EXTRAPOLACION LINEAL A PARTIR DE LOS
VALORES DADOS POR EL FABRICANTE DESDE 500MHz.
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En ella se puede comprobar la no-linealidad del transistor, por lo que si en un
disefio especifico se usaran los valores extrapolados podria llegarse a resultados
incongruentes tal como es el caso de Sq1rer cuyo valor (segun la figura 5.2) para
bajas frecuencias es mayor a uno lo que significaria que la onda reflejada a su
entrada es mayor que la incidente o en otras palabras, que el componente seria
altamente inestable y con muchas probabilidades de oscilar a esas frecuencias lo
cual en realidad no seria asi.
5.2.2 PARAMETROS “S” DEL NUVISTOR 7895

Para el caso del nuvistor 7895, se midieron los parametros “S” para 10, 50,
100, 150, 200 y 250MHz, utilizando también el mismo esquema del GaAsFET,
pero con el circuito de polarizacion de la figura 3.6. Los resultados obtenidos se
muestran en la tabla 5.2 y figura 5.3 en la cual, al igual que para el caso del
MGF1302, se ha interpolado los valores para obtener una idea cercana del
comportamiento del dispositivo de manera continua conforme aumenta o
disminuye la frecuencia de trabajo.

TABLA 5.2 PARAMETROS “S” DEL NUVISTOR 7895 ENTRE 10MHz Y 250MHz
(VPK=25V, Ip=5mA)

Frec S11 321 S12 Szz

(MHz) | mAG / MAG / MAG / MAG /
250 0.75 -178 1.56 -53 0.084 -161 0.54 -45.8
200 0.26 -163 1.36 -38.1 0.06 105 0.69 -29.2
150 0.09 -74 1.28 -22.1 0.04 73 0.82 -21.3
100 0.2 -20.3 1.12 -10.7 0.0198 38 0.91 -13.7
50 0.34 -6.5 0.92 -3.4 0.02 19 0.97 -6.8
10 0.31 6 1 4.2 0.0198 10 0.99 -1

a) Con respecto a Sqnu a partir de 150MHz, conforme aumenta la frecuencia,
S11 crece lo que indica que a mayores frecuencias el dispositivo rechazara
mayor cantidad de sefal (mayor coeficiente de reflexion) si es que no se
disefia una adecuada red de entrada. Asimismo, el disefio de la red de
adaptacion de entrada sera mas dificil en la medida que aumente fo.

b) Con respecto a Saanuw, conforme la frecuencia aumenta la red de salida es
mas simple de disefar, ya que su magnitud disminuye (por lo menos en el

rango de 10 a 250MHz en el que se hicieron las mediciones).
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c) Con respecto a Syinw, la ganancia del dispositivo aumenta conforme
aumenta la frecuencia por lo que conviene usar a este dispositivo como un
amplificador de ganancia alta en el rango superior de VHF.

d) Con respecto a Sianwy, S€ puede ver o mismo que sucede para el caso del
MGF1302, ya que conforme aumenta la frecuencia aumenta la magnitud,

mayor sera el riesgo de oscilacion

INGKTTT T TR
L KD

O
250MHz

Sz1 S12

FIGURA 5.3 PARAMETROS “S” DEL NUVISTOR 7895 ENTRE 10MHz Y
250MHz.
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Por lo tanto, el nuvistor es ideal para ser usado como amplificador de una
sola etapa en la banda de frecuencias medias de VHF, ya que en este rango el
dispositivo presenta una buena ganancia, sus redes de adaptacion de entrada y
salida son relativamente faciles de implementar y es poco probable que oscile
debido a los bajos valores de Sqanuy-

5.3 RESULTADOS INICIALES DEL PRE-AMPLIFICADOR

Los cuatro puntos principales a ser considerados en la evaluaciéon del pre-
amplificador son la frecuencia central (fo), la ganancia (Go), la figura de ruido
(menor a 3dB) y el ancho de banda (BW) que debe estar alrededor de 3MHz.

Con la finalidad de evaluar la ganancia, el ancho de banda vy la figura de
ruido se usan los siguientes instrumentos:
> Generador de barrido en frecuencia (tracking generator) Anritsu, modelo

MH628A, con una impedancia de salida de 50Q.
> Analizador de espectro Anritsu modelo MS62B, el cual detecta sefiales en

el rango de 10kHz hasta 1.7GHz.
> Generador de ruido

Con el primero se genera una sefal que varia en frecuencia y que es
insertada al amplificador, el cual sélo debera amplificar el rango de frecuencias
para el cual fue disefiado. El segundo, permite visualizar la respuesta del
amplificador. El tercero, permite la medicién de la figura de ruido NF (la medicion
de la figura de ruido se muestra en el anexo D).

Los primeros resultados (con los valores de capacidad de los trimmers
Cnmvt' Y Cumz en su punto medio), son los mostrados en la figura 5.4, en la cual la
figura de ruido (2.7dB) y la ganancia (30.5dB) son las unicas que se ajustan a los
requerimientos establecidos (menor a 3dB y mayor a 24dB respectivamente). Por
otro lado, mientras la frecuencia de resonancia deseada fo es 50MHz, la medida
es 49MHz y mientras el ancho de banda deseado es 3MHz, el medido es 1.2MHz,
lo cual se debe a lo siguiente:

a) La capacidad total afiadida por los diodos (Ciotas diodos) Varia el valor de Cnmz,

por lo que la frecuencia de resonancia varia. En este caso, como la
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capacidad del conjunto de diodos esta en paralelo con Cnwue, la capacidad

total aumenta, por lo que la frecuencia de resonancia disminuye.

D —
1 F
Escala 2 [
Relativa _3 |-
= 49MH
dB Jo z
il 1= Go =30.5dB
51 BW = 1.2MHz
NF =2.7dB
6 -
I | | | | I | | |
45 47 49 51 53
Escala, MHz

FIGURA 5.4 RESULTADOS INICIALES DEL PRE-AMPLIFICADOR

b) El punto “B” de la figura 3.13 se encuentra cerca al borde de la carta de
Smith, esto es, en la zona de alta impedancia, por lo que cualquier variacion
en los valores de los componentes usados, por mas pequena que ésta sea,
hara que dicho punto se traslade mas cerca o mas lejos del borde de la
carta. En este caso, el punto se encuentra mas cerca al borde, por lo que el
“Q” es mayor (20.41).

5.4 CORRECCIONES

a) Para sintonizar el equipo a 50MHz, se debe cambiar la capacidad en Cnwz,
ya que como se dijo en el capitulo tres, éste tiene la funcidn de sintonizar el
pre-amplificador a la frecuencia requerida, por lo tanto con una pequena
variacion en el valor de éste, se conseguira alcanzar la frecuencia deseada
(el rango de variacion en frecuencia que permite el trimmer Cyv esta entre
45MHz y 51.5MHz).

b) Para aumentar el ancho de banda se debe lograr que el punto “B” de la

figura 3.13 se traslade un poco hacia la izquierda para que de esa forma se
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logre el Q de 16.7. La forma mas facil de lograr esto es con la adicion de
una resistencia (Rsw) en paralelo a Cyv2 Y Lnuvz. La desventaja de esto es
que la ganancia también se vera reducida, pero felizmente se tiene un buen
margen de ganancia para jugar con distintos valores de resistencia y asi
encontrar la mas adecuada. En cuanto al ruido que pueda aportar Rgy, éste
es despreciable ya que tal como se ve en la expresion 1.25, la primera
etapa (nuvistor) es la que aporta con casi todo el NF del pre-amplificador
(Rew esta en una etapa posterior y su ubicacion en la tarjeta se muestra en
la figura F.3 del anexo F).
c) Para disminuir la figura de ruido se juega con la capacidad de Cnwmq.
5.5 RESULTADOS FINALES DEL PRE-AMPLIFICADOR
Después de hacer las modificaciones mencionadas en la seccion anterior,
se vuelven a realizar las pruebas de ganancia, ancho de banda, figura de ruido
(ver figura 5.5) y resistencia a picos de voltaje del equipo. Ademas, se mide el
rango de respuesta lineal del circuito, para conocer el rango de potencia en el que
debe estar la sefial de trabajo para obtener resultados adecuados. Asi, se obtiene
el circuito de la figura 5.7, con los siguientes resultados.
5.5.1 GANANCIA, ANCHO DE BANDA Y FIGURA DE RUIDO

il | I e ™ il =
0r-F -l e il "L: -
F |
A - B .
9 ' E - =
Escala fo =50MHz
Refativa -3 [~ EEESEERR T F e SR Go = 29.5dB
dB _ *
-4 — & l : | ' BW = 3.0MHz
s [BW,5=30MHz| |1 _ NE = 2.6dB
T
I
6 " — : =
k | i
| | | I | I | | L
46 48 50 52 54
Escala, MHz

FIGURA 5.5 RESULTADOS FINALES DEL PRE-AMPLIFICADOR
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Los valores obtenidos en Cymz, Rew Y Camte son:
Cnmt = 5pF, Camz = 1.8pF, Rgw = 10kQ
De este resultado se puede concluir lo siguiente:

a) El hecho que Cnm2 sea 1.8pF, no quiere decir exactamente que Ciotal diodos
es 8.2pF, ya que en el mismo sustrato esta presente un determinado nivel
de capacitancia asi como entre las mismas pistas. Sin embargo, como una
referencia, se puede decir que el valor de cada diodo a 50MHz esta
alrededor de 41pF (8.2pF en conjunto).

b) Con Cymr = 5pF y Lnwt = 0.235uH, el coeficiente de reflexion optimo del

nuvistor es ¢ debe estar cerca del punto T, =0.84./35.04° y su figura de

ruido minima debe ser 6 estar cerca de F,, =2.6dB, dado que el disefio de

la red de entrada se realizé evaluando la figura de ruido en forma discreta
(en puntos especificos) y no de forma continua. Por lo tanto, el ruido de la
segunda etapa es despreciable.

c) Usando el VVM se mide un coeficiente de reflexion de salida de

T, =0.02£91°, lo que indica que sblo un 2% de la potencia entregada a la

carga, regresa al amplificador.

d) No hay cambio en la frecuencia central del equipo estando con 6 sin tapa.

5.5.2 RESPUESTA LINEAL
Con la finalidad de ver la capacidad de manejo de potencia a 50MHz del

pre-amplificador, se mide su nivel de salida para diferentes valores de potencia en

su entrada (ver figura 5.6). Con esto, se obtienen tres puntos importantes:

a) Punto de compresion a 1dB (Pout 148), que indica el punto donde la ganancia
Go del amplificador (en su zona lineal) se ve reducida en 1dB. A la
ganancia en dicho punto se la conoce como la ganancia de compresion
G1ag (G1gs = Go - 1dB).

b) Minimo nivel de sefal que puede ser detectado por el amplificador, tal que
éste lo logre amplificar (Pinmgs), por lo tanto, el nivel de sefial amplificada

mas pequena a la salida del circuito s Pgoutmds-
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c) Rango dinamico (dgr), que indica la region donde el amplificador presenta
una ganancia de potencia lineal, expresada como la diferencia entre la
potencia de salida en el punto de compresion (Pout 148) Y la potencia minima
detectable (Pout,mds)-

Pout (dBm)

A

20

Pout, 1dB 148

0

—> —

-20

40 -

-60 -

-80

out, mds }---

P

-100

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ — P, (dBm)
Pin mds -100 -80 -60 40 Pin 108 0

FIGURA 5.6. POTENCIA DE SALIDA DEL PRE-AMPLIFICADOR EN FUNCION
DE LA POTENCIA DE ENTRADA

De las mediciones realizadas, los resultados son:
P, . =-22.5dBm, P, ., =5.0dBm

in,

P = —-86dBm

in,mds

=—-115dBm , P,

out ,mds
De donde se obtiene la ganancia de compresion Gigg

Pout,ldB (dBm) = GldB (dB) + Pin,ldB (dBm) =» GldB =27.5dB
Por lo tanto, el rango dinamico del amplificador es:

dy =P ris = P vae = 5.0dBm — (~86dBm) = 91.0dB

o out ,mds
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5.5.3 RESISTENCIA A PICOS DE VOLTAJE

La evaluacién de este punto se hizo de manera indirecta, para lo cual se
instalé el equipo en el sistema de recepcién y se le dejé funcionando por un lapso
ininterrumpido de 72 horas, durante el cual no se presenté problema alguno,
probando asi que el equipo fue capaz de soportar algun pico eventual que se haya
podido presentar.
5.6 COSTOS

Los costos que se muestran en las tablas 5.3 y 5.4 corresponden
Unicamente a un unico pre-amplificador (con excepcion del molde de madera) y
estan referidos a los gastos hechos unicamente por el ROJ, por lo que no se
consideran los gastos de mano de obra, y alquiler de equipos, los cuales si se
deberian considerar en caso se mande a fabricar el resto de pre-amplificadores
(cuatro en total) con alguna entidad ajena al radio observatorio.
5.6.1 ALOJAMIENTO MECANICO

Este costo considera tanto los materiales asi como la mano de obra
empleados para la fabricacion del molde de madera y la fundicién en aluminio de
una caja (tabla 5.4). Asimismo, cabe recalcar, que para esta parte del proyecto, el
trabajo no fue realizado en las instalaciones del ROJ.

TABLA 5.3. COSTOS RELACIONADOS A LA ELABORACION DEL
ALOJAMIENTO MECANICO

COSTO ($)
Molde en madera 25.00
Fundido 5.00

5.6.2 COMPONENTES Y TARJETA DE CIRCUITO IMPRESO

En esta parte se especifican los costos de cada uno de los componentes
empleados (tabla 5.3) asi como de la tarjeta impresa para la elaboracion de un
solo pre-amplificador. Para los componentes que no se encuentran disponibles en
el pais, el costo de importacion ya se encuentra incluido en los precios mostrados
(el costo total de importacion de cada producto se dividié entre el numero total de
unidades adquiridas).
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TABLA 5.4. COSTOS RELACIONADOS A LOS COMPONENTES Y TARJETA DE
CIRCUITO IMPRESO

CODIGO ¢6 COSTO COSTO
DISPOSITIVO VALOR CANT. UNITARIO ($) | TOTAL ($)
Nuvistor® 7895 1 12.00 12.00
Transistor GaAsFET MGF1302 1 4.70 4.70
Diodo® BAT42W 20 0.18 3.60
Resistencia de pelicula 100Q 2 0.11 0.22
metalica 130Q2 1 0.11 0.11
Resistencia superficial 1260 2 0.09 0.18
P 10kQ2 2 0.09 0.18
Capacitor Mica Cyy;° 20pF 1 1.33 1.33
Capacitor monolitico Cg° 0.1uF 5 0.07 0.33
Capacitor superficial CBg 0.1uF 2 0.10 0.20
Capacitor variable 21 66 '155PFF 1 1 83 1 83

b ® .0-15p : :
Filmtrim 3.0-36pF| 1 1.65 1.65
. . T-25-12 2 0.40 0.80
Toroide de hierro en polvo T-30-12 1 050 050
Toroide de Ferrita FT-23-61 2 0.60 1.20
Tarjeta impresa 1 3.70 3.70
TOTAL = 32.79

<t’: Dispositivos en stock en el radio observatorio, por o que no se ha tenido que comprar
exclusivamente para el proyecto. Por lo tanto, sin contar dichos elementos, el total ha sido de
$18.48 en componentes.

Por lo tanto, considerando los gastos mostrados en las tablas 5.3 y 5.4, el
costo total de construir un solo pre-amplificador es de $62.80. Sin embargo, este
costo incluye el valor del molde, el cual sirve para la fundicion de varias piezas.
Por lo tanto, el costo de la construccion de los siguientes pre-amplificadores sera
Unicamente de $37.80, el cual es un costo mucho menor a los mas de $50.00 (sin
considerar costo de importacién) que cuestan los Front-Ends a base de
MOSFETS, ya que estos ultimos se compran por cantidad, por lo que anualmente

se gasta varios cientos o miles de dolares en su compra e importacion.
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5.7 CIRCUITO FINAL OBTENIDO

En la tabla 5.5 se muestran todos los componentes utilizados en el circuito
asi como una pequefia descripcién de cada uno de ellos y en la figura 5.7, el
circuito final completo, obtenido en base a todo lo expuesto en el presente trabajo
de tesis. Asimismo, para una vista del equipo construido, referirse al anexo H.

TABLA 5.5. LISTA DE COMPONENTES UTILIZADOS EN LA ELABORACION
DEL PRE-AMPLIFICADOR

Componente Descripcion Valor
Cam1 Capacitor de Mica 20pF
Cnut' Trimmer de poliestireno, color azul 2.0 - 15pF
Cnmz Trimmer de poliestireno, color blanco 1.6 - 5pF
Cnmv2' Trimmer de poliestireno, color violeta 3.0 - 36pF
Cs Capacitor monolitico 0.1uF
L Inductancia 14T No. 30  T-25 -127 0.235uH
Lamo Inductancia 17T No. 30  T-30 -12F 0.475uH
Lams Inductancia 6T No. 30 T-25-12F 47nH
RFC Choque 15T No. 26 FT-37-617 13uH

Transformador toroidal T-30-12 (primario:Lyys
Tz . T 1:0.51
secundario: 9T No. 30 T-30-12)
T Transformador de Banda Ancha, 105
16T No. 30 bifilar FT-23-617"" o
Rg Resistencia de pelicula metalica, 1/4W 100Q
Rp Resistencia de pelicula metalica, 1/4W 100Q2
Rs Resistencia SMD, 1/4W 60Q
R Resistencia de pelicula metalica, 1/4W 130Q2
Rew Resistencia SMD, 1/4W 10kQ
Rums Resistencia de pelicula metalica, 1/4W 10kQ
Q1 Nuvistor 7895
Q2 Diodos Schottky, empaque SOD-123 BAT-42W

T : Para mayor detalle sobre la nomenclatura de toroides, referirse al anexo "I".

T F: Los enrollamientos tanto del primario como del secundario del transformador estan
uniformemente distribuidos en el toroide.

T T F: El enrollamiento bifilar quiere decir que dos alambres trenzados entre si se enrollan °
alrededor del toroide, a diferencia de un enrollamiento simple en el que solo hay un alambre
enrollando al toroide.
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CONCLUSIONES

1. La utilidad de los parametros “S” en frecuencias de RF se confirma con esta
tesis, ya que el proceso de diseno se ve facilitado enormemente. Se ha
mostrado cémo usados de forma sistematica, es relativamente sencilla la
obtencién de los principales parametros de un dispositivo o circuito y aun
tener un significado fisico claro de lo que se esta disefiando y calculando,
aspecto este ultimo que se convierte en uno de los mas valiosos. Sin
embargo, no debe perderse de vista que los parametros scattering modelan
el caso de pequefia sehal: cuando esta condicion no se cumple, no es
posible emplearlos y se debe recurrir a otras técnicas (impedancias o
admitancias de entrada y salida).

2. El disefio de amplificadores en RF difiere significativamente de las técnicas
de disefio de circuitos en bajas frecuencias, por lo que se requieren
consideraciones adicionales. En particular, el hecho que la senal al

impactar en el dispositivo activo demanda la presencia de un circuito de
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adaptacion de impedancia con la finalidad de evitar oscilaciones
indeseables. Por esta razén, un analisis de estabilidad es usualmente el
primer paso en el proceso de disefio, y junto con las circunferencias de
ganancia y ruido constantes, es un ingrediente basico en el desarrollo de
amplificadores.

3. Una técnica muy comun pero incorrecta, en el disefio de circuitos de altas
frecuencias es la extrapolacién lineal para hallar los valores de los
diferentes parametros de un transistor (o tubo) para una determinada
frecuencia fuera del rango dado por el fabricante. Sin embargo, tal como se
ha podido ver en los resultados del GaAsFET MGF1302, puede haber
diferencias muy importantes entre los parametros “S” medidos y los
extrapolados linealmente. Esto puede tener repercusiones muy importantes
en el diseno de un amplificador, ya que si se consideran parametros
errébneos no solamente se conseguiran resultados indeseables, como las
oscilaciones, sino, que se puede dafar o degradar seriamente las
caracteristicas del dispositivo.

4. Si bien es cierto que uno de los pasos en el disefio de cualquier circuito
comprende la simulacidon en software, antes de proceder con la
implementacion, se ha demostrado que de hacerse una medicion adecuada
de parametros “S”, se puede proceder directamente a la construccion del
circuito, obteniéndose resultados casi iguales a los esperados o calculados.
Esto es gracias a que con los parametros scattering se logra modelar
completamente al dispositivo con el que se va a trabajar, de tal modo que
se puede hacer el disefio basado en parametros reales. Ademas, se evita el
uso de programas de disefio de circuitos para altas frecuencias, cuyo costo
es elevado. Con esto, no se dice que el diseio de circuitos en RF es mejor
sin el uso de un software especializado, sino, que se puede prescindir de
éste si el disefio comprende poca cantidad de componentes (como es el
caso presentado) y si se realiza una medicidon correcta de los parametros

“S”, ahorrando costos.
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5. El pre-amplificador construido ha cumplido con los objetivos de disefio
deseados, es decir: su resistencia a picos eventuales de voltaje=100V pico
(dato provisto por el fabricante), su alto nivel de ganancia = 29.5dB, su baja
figura de ruido = 2.6dB y su bajo costo = $37.00 (si el equipo se construye
en las instalaciones del radio observatorio).

6. La estrategia que se plantea para el disefio del pre-amplificador es la de
presentar primeramente la teoria basica de propagacion de ondas y
parametros “S”, de tal forma que un lector cualquiera —con un conocimiento
basico de lineas de transmision- pueda darse cuenta de los puntos
centrales en el disefio de un amplificador de bajo ruido. El resto del trabajo
trata de mostrar toda esa teoria pero de una forma intuitiva o l6gica mas
que matematica. De esa forma, el disenador estara en la posibilidad de
encontrar soluciones rapidas a cualquier problema eventual en su propio
disefio, ya que conocera de antemano lo que sucede en cada punto o etapa
con los niveles de sefal, impedancia y coeficientes de reflexion.

7. Con la construccion del amplificador no solamente se ha logrado superar
los problemas relacionados con los Front-End’s anteriormente descritos,
sino, también en lo que respecta al costo por ser éste menor. Asimismo, la
mayoria de componentes estan disponibles en el mercado nacional,
evitandose asi el costo de importacion.

8. El pre-amplificador no fue disefiado unicamente con la finalidad de cumplir
con los requerimientos o necesidades especificas del radio observatorio,
sino, también ofrece la oportunidad de ser adaptado a otra aplicacion
particular variando el valor de los elementos de las redes de adaptacion

usando los criterios e informacion provistos en el presente trabajo de tesis.
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ANEXO A
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DEMO$TRACI()N DE ECUACIONES: ONDAS DE POTENCIA aY b,
Y PARAMETROS S, Y Sy,

A1 ONDAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE EN UNA LIiNEA DE
TRANSMISION

Aplicando leyes de voltaje y corriente de Kirchhoff al circuito equivalente de

una linea de transmisiéon de longitud Az (figura A.1), se obtiene:

I(z) R L Iz+ hz)
—_— a —_—
o % Y% L " a
+ +
Fiz) G — C Viz+hz)
o 5
} } .
= z+ bz
FIGUIRA A.1. CIRCUITO EQUIVALENTE DE UNA LINEA DE TRANSMISION DE
LONGITUD Az

Aplicando ley de voltajes de Kirchhoff (KVL):
(R+ joL)AzI(z)+V (z+ Az) =V (2) ...AA1
la cual se puede re-expresar como una ecuacion diferencial cuando la longitud Az

tiende a un valor muy pequefio (Az—0):

lim(‘ R V(Z)j =D _ (R joLyi(z) A2
Az—0 AZ dZ
que es lo mismo a:
@ _ R+ joL)i() A3
dz

Igualmente, aplicando ley de corrientes de Kirchhoff en el punto “a”, se

obtiene:

Tesis publicada con autorizacion del autor

SOME RIGHTS RESERVED Algunos Derechos Reservados. No olvide citar esta tesis




PONTIFICIA

TESIS PUCP T 8;‘%‘5{'}2{”‘“

DEL PERU

1(2) =V (z+A2)(G + joC)Az = I(z + Az) A4

Lo cual, también se puede expresar como una ecuacion diferencial cuando Az—0.

lim(— I(z+42)- ](Z)) _d@) —(G + joC)V(z) ...A5
Az—0 AZ dZ

La solucion de A.3 y A.5 si A.3 se expresa como una ecuacion diferencial

de segundo orden (derivada de cada lado), obteniéndose lo siguiente:

i(- —dV(Z)j = R+ joL) L& A6
dz dz dz
Reemplazando A.5 en A.6:
2
a ! dVEZ) =—(R+ joL)(G + joC)V(z) AT
7
2
LD R+ jo)(G+ joC) () =0 A8
Z pa
2
d VEZ) —k*V(2)=0 A9
dz

Siguiendo un proceso similar para A.5, se obtiene:

d’1(z)

78 —K2(z)=0 ..A10

donde “K” se conoce como la constante compleja de propagacion, la cual tiene la

siguiente forma:

k =k, + jk, =/(R+ joL)G + joC) A1
donde k; representa el coeficiente de atenuacion y k; el niumero de onda.

Por lo general, se asume que las pérdidas R y G son despreciables, por lo

que se suele considerar R=G=0, por lo tanto:
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k =k, + jk = joLC = j A2
Las soluciones de A.9 y A.10 tienen la siguiente forma:
Vizy=Vie® +V e =V 1V~ ...A13
Iz)=I"e* +Ie™ =1"+1" ..A14
donde los primeros términos A.13 y A.14 se pueden interpretar como las
componentes del voltaje y corriente que viajan en la direccion “+z” (incidente), y
los segundos términos, como las componentes que viajan en la direccién “-z”
(reflejada).
A.2 IMPEDANCIA CARACTERISTICA
La ecuacion A.14 esta relacionada con A.13, lo cual se puede ver
claramente si A.13 se sustituye en A.3. Diferenciando y reacomodando los
términos, se obtiene la expresion de la corriente en la siguiente forma:

_(R+ jol)

k (V+e—kz _V—e+kz) A15

1(2)

Ya que el voltaje y la corriente estan relacionados mediante una impedancia, se
puede definir la llamada “impedancia caracteristica Zo” de una linea de

transmision, de la siguiente forma:

z, = R+job) _ |(R+jol) A6
k (G+ joC)

Substituyendo A.14 en el lado izquierdo de A.15, se encuentra:

z,=2_ =L A7
I’ 1
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Por lo que con la impedancia caracteristica, se puede representar la corriente

como:.

1(2) =ZL(V*e"Z -V e'™) ...A.18

o

A.3 ONDAS DE POTENCIA INCIDENTE Y REFLEJADA

Sea la red de dos puertos mostrada en la figura A.2 :

VAT Red de -\ -

V., dos o

puertos j

FIGURA A.2. ONDAS DE POTENCIA EN LOS PUERTOS DE ENTRADA DE UNA
RED DE DOS PUERTOS

La potencia promedio en cualquiera de sus puertos esta dada por:

P, =%Re{VnI:} .A19

donde “n” se refiere al puerto 1 6 2y V,, e I, en funcién de los voltajes incidente y

reflejado son:

Vo= Vn+e—Jﬁz + Vn*eﬂ‘ﬁz — (Vn+ +V )Cos(fz) —j(Vn+ —V. " )Sen(fz) .JA20
I, :L(V;e’jﬁz —V, ey = Vo =V Cos(pz)—j Vo V. Sen(fz)...A.21
Z, Zo Zo

Reemplazando A.20 y A.21 en A.19 y operando, se obtiene:

V. v

2
+ 2
1 V” in rm

_12 2
v, 1 1
p=—f=L Tt Eeml Dl o7,
2| 2, Z, 2\ z,  Z, 2

2

L =21 2) A22

in rn

donde :
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% , v .
a| =—""-=7Z,1." > a =—4=,/Z,1, (obtenido de A.17 ...A.23
n ZO O~ in n \/Z O+ in ( )
v
b ="z, 17> b ~JZ,1, (obtenido de A.17) ...A.24

= = > 4
ZO m n \/_

Por lo tanto, si las ondas de potencia incidente (a) y reflejada (b) se suman

se obtiene:

a +b =ty Vo VutV, > vV =JZ,(a+b) ..A25

Igualmente, si ahora a y b se restan, se obtiene:

a,—b, =\Z,1,+Z,1,=Z,I,+1,)=Z,I, P> I, :%(an -b,)) ...A.26
o
Por lo tanto, las definiciones generales de las ondas de potencia incidente y

reflejada en términos de las ondas de voltaje y corriente totales presentes en cada

puerto son:

a, = W, +Z,1) LA27

b = KOS ...A.28

A.4. CALCULO DE Sy
Dada la conexién para la medicién de Sy, (figura A.3):

'aJ
Z,=Z, >
A o

) T« N\~ Puerto [S] Puerto
T

S b, 1 2 b,

(=

FIGURA A.3. CALCULO DE S,y ADAPTANDO Zo EN EL PUERTO 2 A LA
IMPEDANCIA DE CARGA (Z,=20).
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Se sabe que:

s, =2 ..A.29

a a2=0

Si no hay onda de potencia incidente en el puerto 2(a,=0), quiere decir que
toda la onda es absorbida por la carga, lo que esto quiere decir que no hay ondas
de voltaje y corriente incidentes en el puerto 2. Por lo tanto, Vj,=/;,=0.

Considerando lo anteriormente dicho, asi como las expresiones A.17, A.27
y A.28, se obtiene:

AR _IN

Vy = Z,1,) Vo = Zo1,,)
2\/2 2 0" 2 2\/2 2 0" r2
21 = 1 7 1
WV, +2Z,1) ———V.+Z,1)
2\/Z 1 0”1 2\/2 1 071
£
VZO 1 - .
== (enA17seveque V =-Z,1")
——WV,+Z,1
2\/2(1 ol1)
o ot .A30
I/vl-’_ZO‘[l

Segun la figura A.3, se puede ver que V; es igual al voltaje de la fuente Vg4
menos la caida de voltaje en la carga de dicha fuente, por lo tanto:
Vi=Vag -2y, =V, —-Z,1, A3
Ademas, ya que V;,=0, El voltaje total en el puerto 2 estd dado unicamente
por su componente reflejada (ver ecuacion A.13).

v,=V, A32

Sustituyendo A.31 y A.32 en A.30, se obtiene finalmente:
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S, ==2 ..A.33

A.5. CALCULODE S;,

El procedimiento para hallar S1, es idéntico a Sy;.

[S] Puerto J'Lf"u""

FIGURA A.4. CALCULO DE S1; ADAPTANDO Zo EN EL PUERTO 1 A LA
IMPEDANCIA DE CARGA (Z,=Z0).

1
pay e U 2y
S _ﬂ l 2 ZO _ 2Vrl - 2Vl A34
= = = = A
%3 | a1=o 2IZ(V2 +Z,1,) +Zol, Vi

o
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ANEXO B

Tesis publicada con autorizacion del autor

SOME RIGHTS RESERVED Algunos Derechos Reservados. No olvide citar esta tesis




\!‘\ﬁNEgb

§' T - PONTIFICIA
TESIS PUCP I~ gs gx}\gﬁgﬁmn

DEL PERU

CONCEPTOS BASICOS DE LA CARTA DE SMITH

La finalidad del presente anexo es de describir los principales puntos de la
carta de Smith tomados en cuenta para el disefio del amplificador. Para mayor
detalle en el uso de la carta referirse a los textos [4] y [5] de la bibliografia.

B.1 CONCEPTOS BASICOS

La carta de Smith basica estd conformada por una familia de
circunferencias y arcos de circunferencia (figura B.2). Los primeros, representan
circunferencias de resistencia constante, y los segundos, porciones de
circunferencia donde la reactancia es constante. Por lo tanto, cualquier punto en la
carta de Smith indicara una determinada impedancia, conformada por una parte

real (resistencia) y una parte imaginaria (reactancia),(figura B.1).

FIGURA B.1. UBICACION DE DISTINTOS PUNTOS DE IMPEDANCIA EN LA
CARTA DE SMITH
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Circunferencias de resistencia Circunferencias de reactancia
constants constante

Carta de Smith basica

FIGURA B.2. CIRCUNFERENCIAS DE RESISTENCIA'Y REACTANCIA
CONSTANTE EN LA CARTA DE SMITH

Como se sabe, a cada valor de impedancia (Z), le corresponde un valor de
admitancia (Y=1/Z), por lo que en la carta de Smith se pueden graficar también las
circunferencias de conductancia y susceptancia constante. De esta forma, se
pueden juntar las curvas de impedancia y admitancia en una sola carta,
permitiendo la lectura rapida de éstas para cualquier punto localizado en la carta
(figura B.3). Por ejemplo, al punto de impedancia 1+j1 en la figura B.3, le

corresponde una admitancia de 0.5-j0.5, el cual se lee directamente de la carta.
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Asimismo, en la misma figura B.3 se muestra otra ventaja, la cual es la obtencion
directa del complejo conjugado de una determinada impedancia, el cual viene a

ser como la imagen del punto “A”, tomando como eje a la linea horizontal de la

carta.
1 O_+1.0 -
+0.5 i 0.5
S ey
. 2 > z;1--+}1_-_ TSN
?51 _ , ' / Y;fm, jo.5 1
_F " - s -
£ "'..'I T -
Nt et i om
. O?"'-’_’TI"_' X :
02K, Z=11
¥=0.5+j0.5 T
i [ o7 A
+2.0 %, el = el
0.5 | 405
SR
+1.0 -1.0
FIGURA B.3. CURVAS DE IMPEDANCIA Y ADMITANCIA EN LA CARTA DE
SMITH.

B.2 NORMALIZACION DE LA CARTA DE SMITH

A primera vista, pareciera que en la carta de Smith se puede representar
unicamente impedancias pequefias, tal como las mostradas en la figura B.1. Sin
embargo, la realidad es otra, ya que en la carta se pueden representar sin ningun
problema valores de impedancia mayores. Para esto se hace una “normalizacién
de la carta de Smith”, lo cual quiere decir que cada valor de impedancia, a ser
ubicado en la carta, sera dividido por un numero conveniente “N” de tal modo que
la nueva impedancia se ubicara cerca de la zona central de la carta y “N” sera el

punto central.
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Por ejemplo, si una impedancia de 50+j50Q es dividida entre 50, el valor obtenido
(1+j1) se ubicara cerca de la zona central, mientras que el punto central ya no sera
1Q2 como en las figuras anteriores, sino, 5002, por lo que se dice que la carta esta
normalizada a 50Q). Si se divide entre 25, la carta estara normalizada a 25Q y asi
sucesivamente.
B.3 ADAPTACION DE IMPEDANCIA

Las reglas basicas para agregar capacitores e inductores en serie o
paralelo, se muestran en la figura B.4. En ella se nota que cuando se afiade un
capacitor o inductor en serie, el desplazamiento del punto de impedancia es sobre
la curva de resistencia constante, ya que lo unico que varia en ese caso es la
reactancia (parte imaginaria de la impedancia). Cuando se afiade un componente
en paralelo, el trabajo se realiza sobre la curva de conductancia constante, ya que

lo Unico que varia es la susceptancia (parte imaginaria de la admitancia).

+1.0 -1.0

FIGURA B.4. CAPACITORES E INDUCTANCIAS EN LA CARTA DE SMITH
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B.4 COEFICIENTES DE REFLEXION

A cada impedancia “Z” esta asociado un valor de coeficiente de reflexion
(). Si la carta de Smith estad normalizada a un valor N (el cual generalmente es la
impedancia del sistema), entonces “I'” es la distancia desde el centro de la carta
hasta la ubicacion de la impedancia Z. Por lo que, se considera que el radio de la
carta es la unidad, ya que dado que el valor de dicho coeficiente puede estar
solamente entre cero y uno. Por ejemplo, para una carga de 50+j50Q), su
coeficiente de reflexion es 0.45.263°, tal como se ve en la figura B.5 en donde la
carta de Smith esta normalizada a 50Q), en donde ademas se muestra el caso de
una carga Zy en donde el angulo correspondiente (®y) es mayor a 270°, por lo

que también éste se puede expresar del siguiente modo: Dy=Du-360°.
+j50Q

reedl TN #1000

S +j250Q

I, =, |£®,

r, =,|<®,

j50Q

FIGURA B.5. COEFICIENTE DE REFLEXION EN LA CARTA DE SMITH
NORMALIZADA A 50Q
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B.5 CURVAS DE FACTOR DE CALIDAD CONSTANTE (Q)
Dada una determinada impedancia Z=R+jX y su correspondiente valor de

admitancia Y=G+|B, el factor de calidad “Q” se define como:

Por lo tanto, el conjunto de puntos o impedancias que presenten un mismo “Q”,
formaran contornos o curvas de “Q” constante en la carta de Smith, tal como se
muestra en la figura B.6 en donde la carta se encuentra normalizada a 50Q).

+j50Q

Z,,=100+j100
Z,,=25+{25

-j500

FIGURA B.6. CURVAS DE “Q” CONSTANTE Y ADICION DE UN
TRANSFORMADOR DE IMPEDANCIA DE 4:1 A UNA CARGA Z.4

B.6 ADICION DE UN TRANSFORMADOR
Cuando se afade un transformador, el valor de una determinada

impedancia (o admitancia) se ve reducido o aumentado dependiendo si el
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transformador es reductor o elevador. Ademas, dado que el transformador afecta a
la parte real e imaginaria por igual, el factor de calidad se mantiene constante, por
lo al afAadir el transformador, el valor de impedancia se traslada hacia un nuevo
punto conservando el factor de calidad, tal como se puede ver en el arco Z,1Z,» de

la figura B.6.
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DETALLES DE LA ANTENA DE JICAMARCA

Arreglo
Superior

Arreglo
Inferior

Plano de
Tierra

FIGURA C.1. DETALLE DE LOS DIPOLOS DISPUESTOS ORTOGONALMENTE
UNO ENCIMA DEL OTRO

A"eg'o\ Linea de alimentacion
Inferior T del arreglo superior de
L un moédulo
P S v
Linea de alimentacion Arreglo
del arreglo'inferior de > superior
un modulo
/1 Ver detalle en
I la figura C.1

FIGURA C.2. DIAGRAMA DE UN MODULO DE LA ANTENA DE JICAMARCA
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MEDICION DE LA FIGURA DE RUIDO

La manera mas facil de medir el NF de un dispositivo es mediante el uso de
un generador de ruido y de un analizador de espectros 6 de un medidor de
potencia. Siendo el proceso de medicién el siguiente: el generador inserta el ruido
(el cual se incrementa gradualmente) por el puerto de entrada del dispositivo y se
va observando el nivel de ruido a la salida. Una vez que el nivel de ruido en la
salida esta 3dB por encima del nivel de ruido que habia inicialmente, se observa la
lectura del medidor en el generador el cual indicara el nivel de ruido insertado al

dispositivo. Dicha lectura constituira la figura del ruido.

AMALIZADOR DE
Amplificador adicional ESPECTROS

GEMERADOR DE para amplificar el ruido
RUIDOD ¥ pueda asi ser leido
por los elementos de

© ® @ ? medicion

| © @

A ] B
Amplificador al que
se desea medir la
figura de ruido MEDIDOR DE
POTENCIA

FIGURA D. INTERCONEXION REALIZADA PARA LA MEDICION DE LA FIGURA
DE RUIDO DE UN AMPLIFICADOR

No obstante, debido al bajo nivel de ruido, es necesario colocar un
amplificador adicional a salida del amplificador a medir. Este segundo
amplificador no afecta a la medicion realizada, ya que tal como muestra la
expresion 1.24, si la ganancia de la primera etapa es alta, el ruido de las

siguientes etapas es despreciable.
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LISTA DE COMPONENTES Y CIRCUITO ESQUEMATICO DEL
PRE-AMPLIFICADOR

Componente Descripcion Valor
Cav1 Capacitor de Mica 20pF
Caut' Trimmer de poliestireno, color azul 2.0 - 15pF
Cnmz Trimmer de poliestireno, color blanco 1.6 - 5pF
Cav2' Trimmer de poliestireno, color violeta 3.0 - 36pF
Cs Capacitor monolitico 0.1uF
L1 Inductancia 14T No. 30 T-25 -127 0.235uH
Lamo Inductancia 17T No. 30  T-30 -127 0.475uH
Lams Inductancia 6T No. 30 T-25-12F 47nH
RFC Choque 15T No. 26 FT-37-617 13uH
Transformador toroidal T-30-12 (primario:Lyyo

Tame _ g 1:0.51
secundario: 9T No. 30 T-30-12)

T Transformador de Banda Ancha, 105

NMS 16T No. 30 bifilar FT-23-617"" o
Ra Resistencia de pelicula metalica, 1/4W 100Q2
Rp Resistencia de pelicula metalica, 1/4W 100Q
Rs Resistencia SMD, 1/4W 60Q
R Resistencia de pelicula metalica, 1/4W 130Q2
Rew Resistencia SMD, 1/4W 10k
Q1 Nuvistor 7895
Q2 Diodos Schottky, empaque SOD-123 BAT-42W
Q3 Transistor GaAsFET, empaque GD-4 MGF1302

TABLA E. LISTA DE COMPONENTES DEL PRE-AMPLIFICADOR

T : Para mayor detalle sobre la nomenclatura de toroides, referirse al anexo "I”.

T F: Los enrollamientos tanto del primario como del secundario del transformador estan
uniformemente distribuidos en el toroide.

T T F: El enrollamiento bifilar quiere decir que dos alambres trenzados entre si se enrollan

alrededor del toroide, a diferencia de un enrollamiento simple en el que solo hay un alambre
enrollando al toroide.
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FIGURA F.1. DISTRIBUCION DE COMPONENTES EN LA TARJETA DEL
AMPLIFICADOR (ESCALA 1:1), (Rsw esta en la cara de abajo)
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L

FRONT END

FIGURA F.2. CARA DE COMPONENTES DE LA TARJETA DEL AMPLIFICADOR
(ESCALA 1:1)
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FIGURA F.3. CARA DE SOLDADURA DE LA TARJETA DEL AMPLIFICADOR
(ESCALA 1:1) (el circulo rojo seriala la ubicacion de Rgy)

Tesis publicada con autorizacion del autor

SOME RIGHTS RESERVED Algunos Derechos Reservados. No olvide citar esta tesis



PONTIFICIA

TESIS PUCP T 8;‘{-‘3‘;}2'5”‘"

DEL PERU

ANEXO G

Tesis publicada con autorizacion del autor

SOME RIGHTS RESERVED Algunos Derechos Reservados. No olvide citar esta tesis




PONTIFICIA

TESIS PUCP T ER'-}‘&E,_'}ETAD

DEL PERU

DIAGRAMA DEL ALOJAMIENTO MECANICO
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Puntos de ajuste de la
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CORTE A-A’ donde adicionalmente se muestra la ubicacion del nuvistor y la
tarjeta de circuito impreso.

5.00T> kﬁ —W
19.00
27.00

Socket deJ Tarjeta de

nuvistor circuito impreso

Medidas en milimetros
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VOLTIMETRO
-<«—— VECTORIAL HP-8508A

ANALIZADOR DE
-«—— ESPECTROS ANRITSU
MS62B

TRACKING
-+—— GENERATOR ANRITSU
MHG628A

GENERADOR DE
RUIDO

DETALLE DEL DIODO
ENCARGADO DE
GENERAR EL RUIDO

ACOPLADORES
DIRECCIONALES
NARDA 3000-10

FIGURA H.1. EQUIPOS USADOS EN LAS MEDICIONES DE LOS
PARAMETROS “S” Y MEDICIONES DE GANANCIA, ANCHO DE BANDA'Y
FIGURA DE RUIDO, ENTRE OTRAS.
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TNM3
Nuvistor
7895
I'NM3
CNM1
GaAsFET
MGF1302
RFC

Cymir Lyw¢  Diodos T, Crwiz

FIGURA H.2. EQUIPO FINAL OBTENIDO
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Nomenclatura:
TIFT-N, -N,

Toroide de hierro en polvo (T) o de ferrita (FT) , Gl

Diametro OD en centésimos de pulgada
Numero de material

Ejemplo: Una bobina con el cddigo 16T No. 30 T-25-12 quiere decir que son 16
vueltas de alambre AWG no. 30, en un toroide de hierro en polvo con un diametro

exterior de 0.25” y hecho de material no. 12.

TABLA 1. CODIFICACION DE COLORES PARA TOROIDES DE HIERRO EN

POLVO
TIPO DE
MATERIAL COLOR
1 Azul / Transparente
2 Rojo / Transparente
3 Gris / Transparente
6 Amarillo / Transparente
7 Blanco / Tranparente
10 Negro / Transparente
12 Verde / Blanco
15 Rojo / Blanco
17 Azul / Amarillo
0 Marrén claro
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I N CORPORATED SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
Features
e |ow Forward Voltage Drop
e  Fast Switching Time
e  Surface Mount Package Ideally Suited for Automatic Insertion SOD-123
e  Available in Lead Free/RoHS Compliant Version (Note 3) Dim Min Max
A 3.55 3.85
Mechanical Data B_| 25 | 285
(o 1.40 1.70
e (Case: SOD-123 D — 135
e  Case Material: Molded Plastic. UL Flammability -
Classification Rating 94V-0 E 0.55 Typical
e  Moisture Sensitivity: Level 1 per J-STD-020C G 0.25 _
e  Terminals: Solderable per MIL-STD-202, Method 208 H 0.11 Typical
e  Also Available in Lead Free Plating (Matte Tin Finish J — 0.10
annealed over Alloy 42 leadframe). Please See Ordering o 0° 8°
Information, Note 5, on Page 2 . . .
All Dimensions in mm

e  Polarity: Cathode Band
e  Marking: Date Code & Type Code, See Page 2

e  Type Codes: BAT42W S7
BAT43W S8

e  Ordering Information: See Page 2
e  Weight: 0.01 grams (approx.)

Maximum Ratings @ Ta =25°C unless otherwise specified

Characteristic Symbol BAT42W / BAT43W Unit
Peak Repetitive Reverse Voltage VRRM
Working Peak Reverse Voltage VRwmM 30 \Y
DC Blocking Voltage VR
RMS Reverse Voltage VR(RMS) 21 \
Forward Continuous Current (Note 1) IFm 200 mA
Repetitive Peak Forward Current (Note 1) @t<1.0s IFRM 500 mA
Non-Repetitive Peak Forward Surge Current @ t < 10ms IFsm 4.0 A
Power Dissipation Pg 200 mwW
Thermal Resistance Junction to Ambient Air (Note 1) ReJa 500 °C/W
Operating and Storage Temperature Range Tj, Tsta -55to +125 °C

Electrical Characteristics @ Ta=25°C unless otherwise specified

Characteristic Symbol Min Max Unit Test Condition
Reverse Breakdown Voltage (Note 2) V(@BR)R 30 — \ Ir = 100pA
Forward Voltage Drop (Note 2) All Types — 1.0 IF =200mA
BAT42W — 0.40 IF = 10mA
BAT42W VEm — 0.65 \ IF = 50mA
BAT43W 0.26 0.33 IF =2.0mA
BAT43W — 0.45 IF = 15mA
500 nA VR =25V
Peak Reverse Current (Note 2) IrRm — 100 A VR =25V, Tj= 100°C
Total Capacitance Cr — 10 pF Vr=1.0V, f=1.0MHz
. IF=1g =10mA,
Reverse Recovery Time ter — 5.0 ns = 0.1 x I, RL = 1000
I - RL = 15Q, CL = 300pF,
Rectification Efficiency nv 80 — % f = 45MHz, Ve = 2.0V

Notes: 1. Part mounted on FR-4 board with recommended pad layout, which can be found on our website at http://www.diodes.com/datasheets/ap02001.pdf.
2. Short duration pulse test used to minimize self-heating effect.
3. No purposefully added lead.
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Fig. 3 Typical Reverse Characteristics Fig. 4 Total Capacitance vs. Reverse Voltage
Ordering Information (Note 4)
Device Packaging Shipping
BAT42W-7 SOD-123 3000/Tape & Reel
BAT43W-7 SOD-123 3000/Tape & Reel

Notes: 4. For Packaging Details, go to our website at http://www.diodes.com/datasheets/ap02007.pdf.
5. For Lead Free/RoHS Compliant version part numbers, please add "-F" suffix to the part numbers above. Example: BAT43W-7-F.
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XX = Product Type Marking Code

2 YM = Date Code Marking
XX >_ Y = Year (ex: N = 2002)

M = Month (ex: 9 = September)

Date Code Key

Year 2001 2002 2003 | 2004 | 2005 2006 2007 2008 2009

Code M N P R S T U \ W
Month Jan Feb March Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Code 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O N D
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MITSUBISHI SEMICONDUCTOR <GaAs FET)

MGF1302

LOW NOISE GaAs FET

DESCRIPTION

. . . Unit: millimeters (inches)
The MGF1302 is a low-noise GaAs FET with an N-channel OUTLINE DRAWING
Schottky gate, which is designed for use in S to X band 4MIN.  1.85+0.2 4MIN.
amplifiers and oscillators. The hermetically sealed metal- (0.1S7MIN.) (0.073 + 0.008) (0.157MIN.)
ceramic package assures minimum parasitic losses, and has Z. o o g
a configuration suitable for microstrip circuits. > 2 § pa
<in
S— |4 0.5+0.15 ~
FEATURES e g (0.02+0.006) 3 g
® Low noise figure NF,;, = 1.4 dB (MAX.) @ f = 4 GHz ST 1> ~-[°
~N 3
® High associated gain Gs = 11 dB (MIN.) @f = 4 GHz o 31: S ( l §
® High reliability and stability wo |-
, 25 @ ®
o
APPLICATION L5008
. g . ) .02 +0.006
S to X band low noise amplifiers and oscillators zz )
52
(©)
QUALITY GRADE -
o
® GG ~
$1.8+0.2
—~ (0.071 +0.008)
RECOMMENDED BIAS CONDITIONS - '
® Vps=3V 3$
® Ip=10mA 28 c [‘_, - =
. o
® Refer to Bias Procedure s -#fsy
co|SeS
+ ST @ GATE
S ® SOURCE
p= ® DRAIN
GD-4 ~
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=257C)
Symbol Parameter Ratings Unit
Vgoo Gate to drain voltage —6 \V}
VGso Gate to source voltage —6 v
o Drain current 100 mA
Pr Total power dissipation *1 360 mwW
Teh Channel temperature 175 c
Tstg Storage temperature —55~+175 °’C
*1.Tc=25TC
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25°C)
Limits
Symbol Parameter Test conditions Unit
Min Typ Max
V(er)gpo | Gate todrain breakdown voltage | 1= —100,A —6 - -
V(BR)GSO | Gate to source breakdown voltage| |lg=—100,A —6 — -
lgss Gate to source leakage current Vgs= —3V, Vps=0V _ _ 10 A
Ipss Saturated drain current Vgs=0V, Vps=3V 30 60 100 mA
Vgs(off) | Gate to source cut-off voltage Vps=3V, Ip=100uA —0.3 - -3.5 \
gm Transconductance Vps=3V, Ip=10mA 25 45 — mS
f= 4 GHz 11 — —
Gs Associated gain Vps=3V, Ip=10mA B
f=12GHz 5 — —
f= 4 GHz — — 1.4
NF min Minimum noise figure Vps=3V, Ip=10mA a8
f=12GHz — — 4.0
Rth{(ch-a) | Thermal resistance *1 AV{ method — —_ 416 C/W
*1: Channel to ambient
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MITSUBISHI SEMICONDUCTOR <GaAs FET>

MGF1302

LOW NOISE GaAs FET

TYPICAL CHARACTERISTICS

ELECTRIC

Ip vs. Vgs Ip vs. Vps
50 50
Ta=25C Ta=25C _’_’__I
Vgs=—0.2V/STE _
Vps =3V / Vgs =0V
z 40 < 40
£ / £ /
o) [a]
— - /
E 30 £ 30 i
z L
o [ o4
« % /
3 20 o 20 e
Z z
3 P
[\
o 10 s} 10 a1
0 A 0 ____—-__———‘
—2.0 —1.0 0 0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
GATE TO SOURCE VOLTAGE Vg (V) DRAIN TO SOURCE VOLTAGE Vpg (V)
NF & Gs vs. Ip NFmin & Gs vs. f
7 T Y 14 4 T' poms 12
-l Gs Ta=25C = a=
6 F—{ Vps =3V {12 % Vps=3V 1
f=4GHz m € N Ip=10mA &
—_ 0
T 5 I s 3 N L/ vz
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LZL = g \‘ Z
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e L~ 3 1 4 @
2 NE— % 5 g
1 2 z
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DRAIN CURRENT Ip (mA} FREQUENCY f {GHz)
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N , | MITSUBISHI SEMICONDUCTOR <GaAs FET)

MGF1302

LOW NOISE GaAs FET

s“ ’ 822 vs. f.

+90°
S21
0.5GHz
| 0.5GHz
+180"— 2 ] 0 o
18211
12.0GHz
12.0GHz
EATR
Ta=25TC
Vos=3V
Ip=10mA
0.2
—90°
S PARAMETERS (Ta=25T, Vps=3V, Ip=10mA)
Freq. Sn S21 S12 S22 K MSG/MAG
(GHz2) Mag. Ang. Mag. Ang. Mag. Ang Mag. Ang. (dB)
0.5 0.997 — 13.3 3.809 167.6 Ol.019 80.1 0.664 — 10.3 0.042 23.0
1.0 0.975 — 23.1 3.727 158.4 0.026 73.1 0.650 - 17.3 0.180 21.6
1.5 0.952 — 32.8 3.644 149 .1 0.033 66.0 0.636 — 24.2 0.27M 20.4
2.0 0.929 — 42.5 3.561 139.9 0.040 58.9 0.622 - 31.2 0.341 19.5
2.5 0.906 — 52.2 3.478 130.7 0.047 51.8 0.608 — 38.2 0.398 18.7
3.0 0.884 — 62.0 3.396 121.5 0.054 44.8 0.594 —~ 45.2 0.449 18.0
3.5 0.861 - 1.7 3.313 112.2 0.061 37.7 0.580 - 52.1 0.494 17.3
4.0 0.838 — 81.4 3.230 103.0 0.068 30.6 0.566 | — 59.1 0.537 16.8
4.5 0.811 — 90.9 3.124 94.4 0.071 24.5 0.551 — 66.2 0.604 16.5
5.0 0.783 —100.3 3.018 85.8 0.074 18.5 0.537 - 73.3 0.674 16.1
5.5 0.756 —109.8 2.913 77.2 0.076 12.4 0.522 — 80.3 0.746 15.8
6.0 0.729 —119.2 2.807 68.6 0.079 6.3 0.507 — 87.4 0.822 15.5
6.5 0.709 —127.0 2.710 6t1.1 0.078 1.1 0.503 — 93.7 0.902 15.4
7.0 0.689 —134.9 2.614 53.5 0.078 - 4.1 0.499 —100.1 0.989 15.3
7.5 0.670 —142.7 2.517 46.0 0.077 - 9.2 0.494 —106.4 1.085 13.4
8.0 0.650 —150.5 2.421 38.4 0.076 —14.4 0.490 —-112.7 1.190 12.4
8.5 0.633 —157.6 2.364 31.5 0.075 —18.1 0.487 —118.2 1.271 11.8
9.0 0.617 —164.7 2.308 24.5 0.074 —21.9 0.485 —123.7 1.357 11.3
9.5 0.600 —171.8 2.251 17.6 0.074 —25.6 0.482 —129.2 1.449 10.9
10.0 0.584 —178.9 2.194 10.6 0.073 —29.3 0.479 —134.7 1.547 10.4
10.5 0.568 173.3 2.149 3.4 0.072 —33.9 0.483 —140.1 1.641 10.1
1.0 0.551 165.5 2.103 - 3.9 0.071 —38.4 0.487 —145.5 1.739 9.7
11.5 0.535 157.7 2.058 -11.1 0.069 —43.0 0.491} —150.8 1.844 9.4
12.0 0.519 149.9 2.012 —18.3 0.068 —47.5 0.495 —156.2 1.954 9.1
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= MITSUBISHI SEMICONDUCTOR <GaAs FET> |

MGF1302

LOW NOISE GaAs FET

S.1,S22 vs. f. S,1, 812 vs. f.

S PARAMETERS (Ta=25T, Vps=3V, Ip=30mA)

Freq. Sn . Sz1 Si2 S22 K MSG/MAG

(GHz) Mag. Ang. Mag. Ang. Mag. Ang Mag. Ang. (aB)
0.5 0.995 — 16.4 5.393 164.9 0.017 78.7 0.579 - 1.4 0.067 25.0
1.0 0.966 - 271 5.224 155.4 0.022 72.1 0.564 — 18.3 0.233 23.8
1.5 0.936 - 37.7 5.056 145.8 0.027 65.4 0.549 — 251 0.350 22.7
2.0 0.906 — 48.3° 4.888 136.3 0.032 58.8 0.534 — 32.0 0.442 21.8
2.5 0.876 ~ 48.9 4.720 126.8 0.037 52.2 0.519 — 38.9 0.520 211
3.0 0.847 — 69.6 7.552 117.3 0.042 45.6 0.504 — 45.8 0.589 20.3
3.5 0.817 — 80.2 4.383 107.7 0.047 38.9 0.489 — 52.6 0.652 19.7
4.0 0.787 — 90.8 4.215 98.2 0.052 32.3 0.474 — 59.5 0.713 19.1
4.5 0.758 —100.6 4,040 89.7 0.054 27.5 0.461 — 66.2 0.800 18.8
5.0 0.729 —110.3 3.865 81.2 0.055 22.6 0.447 — 72.9 0.893 18.5
5.5 0.700 —120.1 3.690 72.7 0.056 17.8 0.433 — 79.6 0.993 18.2
6.0 0.67’1 —129.8 3.515 64.2 0.058 12.% 0.420 — 86.3 1.101 15.9
6.5 0.652 —137.9 3.378 56.8 0.058 9.4 0.418 - 92.5 1.188 15.0
7.0 0.632 —146.0 3.241 49.5 0.058 5.8 6.417 — 98.7 1.282 14.3
7.5 0.612 —154.0 3.103 42.1 0.058 2.3 0.416 —104.9 1.386 13.6
8.0 0.593 —162.1 2.966 34.7 0.058 — 1.2 0.414 —-111.1 1.501 12.9
8.5 0.577 —177.0 2.883 27.8 0.057 - 3.4 0.414 —116.3 1.596 12.5
9.0 0.561 175.6 2.799 20.9 0.057 — 5.5 0.413 —121.5 1.699 12.0
9.5 0.545 168.1 2.716 14.0 0.057 - 7.7 0.413 —126.7 1.810 11.6
10.0 0.529 160.3 2.633 7.1 0.056 - 9.8 0.413 —131.9 1.929 11.2
10.5 0.515 152.4 2.571 0.2 0.056 -12.9 0.418 —137.0 1.998 10.9
11.0 0.502 144.6 2.508 — 6.8 0.056 —16.0 0.426 —142.1 2.070 10.6
11.5 0.488 136.7 2.446 —13.7 0.056 —19.0 0.433 —147.1 2.145 10.3
12.0 0.475 147.5 2.384 —20.6 0.056 —22.1 0.433 —152.2 2.223 10.1
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MITSUBISHI SEMICONDUCTOR <GaAs FET>

MGF1302

LOW NOISE GaAs FET

NOISE PARAMETERS (vos=3v, ip=10mA)

Freg. Topt. Rn NFmin.
(GHz) Magn. Angle (deg.) (Q) (dB)

1 0.747 5.6 25.7 0.77

2 0.683 22.4 26.3 0.82

3 0.638 42.2 26.9 0.89

4 0.595 63.5 27.5 0.96

5 0.562 80.2 28.1 1.19

6 0.530 87.9 28.7 1.41

7 0.503 115.2 28.3 1.63

8 0.475 134.5 30.0 1.85

9 0.450 150.7 26.3 2.08

10 0.430 167.2 22.6 2.30

1 0.408 —174.5 18.8 2.53

12 0.385 —155.3 15.0 2.76

Glp and P1dB (Ta=25T, vp=3V)
f=4GHz f=12GHz
ip=10mA Ip=30mA Ip=10mA Ip=30mA
Glp (dB) 15.5 16.8 9.6 10.5
P1dB (dBm) 12.6 14.5 10.5 12.7
NOV.’ 97
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“RCA-7895
HIGH-MU TRIODE
Nuvistor Type for Industrial Applications

Amplification Factor = 64

RCA-7895 is a high-mu nuvistor triode of the heater-cathode type designed
for use in a wide variety of applications in industrial equipment where
compactness, lowdrain, negligible interface resistance, exceptional uniformity
of characteristics from tube to tube, and ability to withstand
severe mechanical shock and vibration are primarydesignréquirements.
It is capable of providing high gain with low noise in amplifier
service, excellent stability as an oscillator over a wide range of
frequencies, and reliable performance in applications such as on-off
control involving long periods of standby operation.

The 7895 is rigidly controlled during manufacture, and is
subjected to rigorous tests for intermittent shorts and interelectrode
leakage; for early-hour, 100-hour, and 1000-hour conduction life
performamce; for 1000-hour standby life performance; for resistance to impact
shock, low-frequency vibration, variable-frequency vibration, low-pressure “)
breakdown, and heater cycling.

These special controls and tests, together with high transconductance at
low-plate current and voltage, small power requirements, ability to operate at
full ratings at any altitude, and extremely small size, make the 7895 nuvistor
high-mu triode exceptionally desirable for critical industrial applications.

General Features

The 7895 has a metal envelope provided with two peripheral lugs of unequal
width for indexing, is only 8/10" long, less than 1/2" in diameter, and weighs
approximately 1/15 ounce (1.9 grams). It features (1) a very rugged structure
of unique design, (2) a 6.3 volt low-wattage heater, and a specially designed
cathode made of passive material to assure very low interface resistance and
leakage, (3) high transconductance at low plate voltage and current (9400
micromhos at 110 volts and 7.0 milliamperes), (4) very high input impedance,
(5) high perveance, and (6) ability to operate at full ratings at any altitude.

Structural Features

A major feature of the 7895 is its all-ceramic-and-metal construction
utilizing a light-weight, cantilever-supported cylindrical electrode structure.
This unique type of electrode structure, inherent in the nuvistor design, uses

© 1941 by Radio Corporation of America
All Rights Reserved -2 - 2-61

IS

"

SOME RIGHTS RESERVED Algunos Derechos Reservados. No olvide citar esta tesis




7895

Structural Features (Cont'd)

-
only strong metals and ceramics to provide a structure of extreme ruggedness.
All connections are brazed at very high temperatures in a hydrogen atmosphere
to eliminate the structural strain and element distortion often caused by
welding. The tube is also exhausted and sealed at very high temperatures to
eliminate the gases and impurities which are generally present in electron
devices processed at low temperatures.

The structure of the 7895 nuvistor triode also permits automatic assembly
using parts made to extremely small tolerances, thus assuring exceptional
uniformity of characteristics from tube to tube.

GENERAL DATA
Electrical:
Heater, for Unipotential Cathode:
Voltage (ac or de). « « « v v o v v v 0 v o 0 e e e e 6.3 £ 10% volts
Current at 6.3 volts. . . e e« o+ . . 0,135 amp
Direct Interelectrode Capac1tances (Approx )
Grid to plate . 0.9 e f
Grid to cathode, heater, and shell. 4.2 £
Plate to cathode, heater, and shell . 1.7 puf
Heater to cathode . e e e e e e e e e e e e e 1.3 et
Plate to cathode. . . . . . . . .« o o o o000 0.22 et
(~\ Characteristics, Class A| Amplifier:
Plate-Supply Voltage. . . . . . . . . e e e e e e 110 volts
Grid-Supply Voltage . . . . . . . . . « . o o o o ... 0 volts
Cathode Resistor. . . . « « « « « v v v ¢ v o v o« o« o & 150 ohms
Amplification Factor. . . e e e e e e e e e e e e 64
Plate Resistance (Approx. ) e e e e e e e e e e e e 6800 ohms
Transconductance. . . .« « « « « o o « « o 4 o« e e e e e 9400 umhos
Plate Current . . e e e e e e 7.0 ma
Grid Voltage (Approx ) for plate current =10 pa. . . . . -4 volts
Mechanical:
Operating Position. . . . . « « . « « & « = = v o o « v v o o o o o o« . JAny
Maximum Over-all Length . . . . . . . . « . . . « « ¢« « v o o« o . . . 0.8"
Maximum Seated Length . . . . . . . . . « « . . « v o« o o . . . . . 0.625"
Maximum Diameter. . « v o « v o « o & o o 4 e e e e e e e e e e w e o« . 0,440" )
Envelope. . . . . . . . . . . .Metal Shell
Base. . . . « .« .+ .+ « . . Medlum Ceramlc Wafer Twelvar S Pln (JEDEC No.E5-65)
Socket. . . . « + « « « +« « . . Cinch Mfg. Co. No.133 65 10 001, or Equivalent
INDUSTRIAL SERVICE
Maximum Ratings, Absolute-Maximum Values:
For Operation at Any Altitude
PLATE SUPPLY VOLTAGE. . . . . . . « « « « « v v o « o « 330 max. volts
PLATE VOLTAGE . . . . . . .« .« « « ¢ v v o v v v v« o o 110 max. volts
) GRID VOLTAGE:
Negative-bias value . . . . . . . . . . . . o o ... 55 max. volts
Peak positive value . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 max. volts
-3 -
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7895

PLATE DISSIPATION . . . . . +« ¢ « o « v v« v o o« o o« o 1 max. watt
GRID CURBRENT. . . . . . « & v ¢ « v v v v o o o o o« o« o & 2 max. ma
CATHODE CURRENT . . . e e e e e e e e e e e e e 15 max. ma
PEAK HEATER-CATHODE VOLTAGE:
Heater negative with respect to cathode . . . . . . . . 100 max. volts
Heater positive with respect to cathode . . . . . . . . 100 max. volts
Maximum Circuit Values:
Grid-Circuit Resistance:™
For fixed-bias operation. . . . . . . .« . .« < « + « . . 0.5 max. megohm
For cathode-bias operation. . . . . . . . . . . <« . . . 1 max. megohm
* gor Ogeration at Metal-Shell Temperatures up to 150° C (See Dimensional Outline.Drawingon
age
CHARACTERISTICS RANGE VALUES FOR EQUIPMENT DESIGN
Note Min. Max.
Heater Current. . . . e e e e . 1 0.125 0.145 amp
Direct Interelectrode Capac1tances
Grid to plate . . . 2 0.8 1.0 et
Grid to cathode, heater, and shell. 2 3.4 5.0 et
Plate to cathode, heater, and shell . 2 1.3 2.1 et
Heater to cathode . 2 1.0 1.6 e f
Plate to-cathode. 2 .16 .28 uf
Plate Current (1) 1,3 5.5 8.8 ma
Plate Current (2) C e e e e e e e e 1,4 - 50 ma
Transconductance (1). . . . . . . . . . . . . 1,3 7900 10900 umhos Q
Transconductance (2). 3,5 6900 - pmhos
Transconductance Change:
Difference between Transconductance
(1) and Transconductance (2), ex-
pressed in per cent of Transconduc-
tance (1) . . . . . . . . . . . . ... .. - - 15 %
Reverse Grid Current. . . . . . . . . .« « . . 1,6 - 0.1 ua
Amplification Factor. . 1,3 54 74
Heater-Cathode Leakage Current
Heater negative with respect to cathode . 1,7 - 5 Ma
Heater positive with respect to cathode . 1,7 - ) pa
Leakage Resistance:
Between grid and all other electrodes )
tied together . . . . . 1,8 1000 ~ megohms
Between plate and all other electrodes
tied together . . . . . . . . . . . . L. 1,9 1000 megohms

Note 1: With 6.3 volts ac or dc on heater.
Note 2: Measured in accordance with EIA Standard RS-191-A.

Note 3: With dc plate volts = 110, cathode resistor = 150 ohms, and cathode-
bypass capacitor = 1000 uf.

Note 4: With dc plate volts =110, dc grid volts = -5, and metal shell grounded.
Note 5: With 5.7 volts ac or dc on heater.
Note 6: With dc plate volts = 150, grid-supply volts = -1.7, grid resistor = Q
0.5 megohm, and metal shell grounded. h
-4 -
i

e e i, 5 b
FENS T PULIICAaUG LT UL TSRS WS aun -

T
SOME RIGHTS RESERVED Algunos Derechos Reservados. No olvide citar esta tesis




7895

Note 7: With 100 volts dc applied between heater and cathode.

‘ Note 8: With grid 100 volts negative with respect to all other electrodes
tied together.

Note 9: With plate 300 volts negative with respect to all other electrodes
tied together.

SPECIAL RATINGS AND PERFORMANCE DATA

Shock Rating:

Impact Acceleration . . . .. . 1000 max. g
This test 1is performed on a sample lot of tubes from each production run
to determine ability of tube to withstand the specified impact acceleration.
Tubes are held rigid in four different positions in a Navy Type, High-impact
(flyweight) Shock Machine and are subjected to 20 blows at the specified maximum
impact acceleration. At the end of this test, tubes are criticized for change
in transconductance, reverse grid current, and heater-cathode leakage current,
and are then subjected to the Variable-Frequency Vibration Test described later.

Fatigue Rating:

Vibrational Acceleration. . . . . 2.5 max. g
This test is performed on a sample lot of tubes to determine ability of
tube to withstand the specified vibrational acceleration. Tubes are rigidly

mounted, supplied with normal heater voltage only, and subjected for 48 hours

to 2.5 g vibrational acceleration at 60 cycles per second in a direction

perpendicular to the longitudinal axis of the tube. At the end of this test,

tubes are criticized for the same characteristics and end-point values as in
‘ the Shock Rating Test described previously.

Variable-Frequency-Vibration Performance:

This test is performed on a sample lot of tubes from each production run.
The tube is operated under the conditions specified in CHARACTERISTICS RANGE
VALUES for Transconductance (1) with the addition of a plate-load resistor of
2000 ohms. During operation, tube is vibrated in a direction perpendicular to
the longitudinal axis of the tube through the frequency range from 50 to 15000
cycles per second under the following conditions: a sweep rate of one octave
per 30 seconds from 50 to 3000 cps, a 7-second sweep from 3000 to 15000 cps,
and a constant vibrational .acceleration of lg. During the test, tube must not
show an rms output voltage in excess of:

35 mv over the frequency range from 50 to 3000 cps
60 mv over the frequency range from 3000 to 6000 cps
500 mv over the frequency range from 6000 to 15000 cps

Low-Pressure Voltage-Breakdown Test:

This test is performed on a sample lot of tubes from each production run.
In this test tubes are operated with 240 rms volts applied between plate and
all other electrodes and will not break down or show evidence of corona when
subjected to air pressures equivalent to altitudes of up to 100000 feet.

Heater Cycling:

Cycles of Intermittent Operation. . . .. 2000 min. cycles
This test is performed on a sample lot of tubes from each production run
(g' under the following conditions: heater volts = 7.5 cycled one minute on and

two minutes off; heater 100 volts negative with respect to cathode; grid, plate,

-5-
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and metal shell connected to ground. At the end of this test tubes are tested
"for open heaters, heater-cathode shorts, and heater-cathode leakage current.

Intermittent Shorts:

This test is performed on a sample lot of tubes from each production run.
Tubes are subjected to the Thyratron-Type Shorts Test described in MIL-E-ID,
Amendment 2, Par. 4.7.7, except that tapping is done by hand with a soft rubber
tapper*. The Acceptance Curve for this test is shown in Fig.3. 1In this test
tubes are criticized for permanent or temporary shorts and open circuits.

Early-Hour-Stability Life Performance:

This test isperformed on a sample lot of tubes from each production run to
insure that tubes are properly stabilized. In this test tubes are operated for
20 hours at maximum rated plate dissipation. After 2 hours of operation and
again after 20 hours of operation tubes are checked for transconductance under
the conditions specified in CHARACTERISTICS RANGE VALUES for Transconductance
(1). A tube is rejected if its transconductance after 2 or 20 hours of
operation has changed more than 10 per cent from the 0-hour value.

100~Hour Life Performance:

This test is performed on a sample lot of tubes from each production run to
insure a low percentage of early-hour inoperatives. Tubes are operated for 100
hours at maximum rated plate dissipation, and then subjected to the Intermittent
Shorts test previously described. Following this, tubes must show a value
not less than 6200 micromhos for Transconductance (1), and a value not greater
than-0.2 microampere for Reverse Grid Current under the conditions specified

in CHARACTERISTICS RANGE VALUES. ' . 0

1000-Hour Conduction Life Performance:

This test is performed on a sample lot of tubes from each production run
to insure high quality of the individual tube and guard against epidemic
failures due to excessive changes in any of the characteristics indicated below.
In this test tubes are operated for 1000 hours at maximum rated plate dissipation
with a metal-shell temperature of 150° C and then criticized for inoperatives,
reverse grid current, heater-cathode leakage current, and leakage resistance.
In addition, the average change in transconductance of the lot from the O-hour
value for Transconductance (1) specified in CHARACTERISTICS RANGE VALUES, must
not exceed 15 per cent at 500 hours, and 20 per cent at 1000 hours.

1000-Hour Standby Life Performance:

This test is performed on a sample lot of tubes from each production run.
The tubes are operated for 1000 hours with only normal heater voltage applied.
The tubes are then criticized for interelectrode leakage, reverse grid current,
change in transconductance of individual tubes from the values at zero hours
and cathode interface resistance greater than 25 ohms. Interface resistance
is measured by Method B of ASTM specification F300-57T.

* Specifications for this tapper will be supplied on request.

OPERATING CONSIDERATIONS

The base pins of the 7895 fit the Cinch Mfg. Co. socket No. 133 65 10 001 O)
or equivalent. The socket may be mounted to hold the tube in any position. !
¥
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- 7895

The maximum ratings in the tabulated data are established in accordance
. with the following definition of the Absolute-Maximum Rating System for rating
. electron devices.

Absolute-Maximum ratings are limiting values of operating and environmental
conditions applicable to any electron device of a specified type as defined by
its published data, and should not be exceeded under the worst probable condi-
tions.

The device manufacturer chooses these values to provide acceptable service-
ability of the device, taking no responsibility for equipment variations,
environment variations, and the effects of changes in operating conditions due
to variations in device characteristics.

The equipment manufacturer should design so that initially and throughout
life no absolute-maximum value for the intended service is exceeded with any
device under the worst probable operating conditions with respect to supply-
voltage variation, equipment component variation, equipment control adjustment,
load variation, signal variation, environmental conditions, and variations in
device characteristics.

Information furnished by RCA is believed to be accurate
and reliable. However, no responsibility is assumed by
RCA for its use; nor for any infringements of patents
. @ or other riﬁhcs of third parties which may result from
2! its use. o license is granted by implication or
otherwise under any patent or patent rights of RCA.
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7895

‘ D IMENS IONAL OUTLINE

[€-.400"' MAX. DIA.—>]

.200" MIN.
_’l DIA. FLAT r'

METAL
SHELL~——,
625"
MAX
BASE .
JEDEC NeEs-e5 | ] .800”
NN MAX.
ZONE ‘A
{NOTE 2)
-100” MIN.
130" MAX. 190"

5 PINS
p 2 CERAMIC
.0I6"+ .001” DIA. /WAF'ER
LARGE SMALL
LUG LUG
®=PIN CUT OFF
92C5-10970

NOTE i: MAXIMUM O.D. OF 0.440" IS PERMITTED
ALONG 0.190" LUG LENGTH.

NOTE 2: SHELL TEMPERATURE SHOULD BE MEASURED
IN ZONE "A" BETWEEN BROKEN LINES.

BASING DIAGRAM (Bottom View)

PIN 1; 4 PIN 7: 4
PIN 2: PLATE PIN 8: CATHODE
PIN 3: 4 PIN o: 4
PIN 4: GRID PIN 10: HEATER
PIN 5; 4 PIN 11: OMITTED
PIN 6: 4 PIN 12: HEATER

' leq
[

4 pin has internal connection and is cut
off close toceramic wafer--Do Not Use.

LR A== = s e e F S

N/ :
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TENER,

7895

MEDIUM CERAMIC-WAFER TWELVAR BASE

Uy U

SOCKET INSERTION -
PLANE +\,.-__, n __;J’/—METAL SHELL
.040"MAX. | : : 1
1 it 100*MIN.
‘ LI30"MAX.
{4
\

~+.020,

190 36 N

j_ ; BASE SEATING
fe—.400" MIN. I. D.——|l PLANE

.010” =—.435" MAX. 0.D.
+.002" NOTE L.
-.001" >

60
i ALL PINS
INDEX GUIDE . ) .016” = .o01”
LARGE LUG DIA.
. o

CERAMIC
WAFER

60°

JEDEC No. NAME PINS
E12-64 12-Pir Base 1,2,3,3,566

E5-65 5-Pin Base 2,4,8,10,12,
(Note 2)

Note I: Maximum O.D. of 0.440" is permitted along the
0.190" lug length.

Note 2: Pins 1,3,5,6,7, and 9 are cut off to a length such
that their ends do not touch the socket insertion plane.
Pin 11 is omitted.

PIN-ALIGNMENT GAUGE

Base-pin positions and lug positions shall be held to
tolerances such that entire length of pins and lugs will
without undue force pass into and disengage from flat-
Blate gauge having thickness of 0.25" and twelve holes of

.0350" £ 0,0005" diameter located on four concentric
circles as follows: Three holes located on 0.2800" t
0.0005", three holes located on 0.2100" + 0,0005", three
holes located on 0,1400" * 0.0005", three holes located
on 0.0700" + 0.0005" diameter circles at specified angles
with a tolerance of + 0.08° for each angle. In addition,
gauge provides for two curved slots with chordal lengths
of %.2270" + 0.0005" and 0.1450" £ 0.0005" located on
0.4200" £ 0,0005" diamgter circle concentric with pin
ciacéss at 180° + 0.08% and having a width of 0.0230"
£ 0.0005".

g - TESTE plibnitada  CUTT dutDr e il T ust duw . -

o/ i '
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7895

CATHODE

¥

£
TR
7

H
3
= i : HEATER
- : PLATE

GRID —— %4

METAL SHELL

CERAMIC
WAFER
BASE

INDEXING/

LUGS

Fig.4 - Illustration of a nuvistor triode showing cylindrical electrodes
and tripod-like supports.

-11 -
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- ENGINEERING BULLETIN
Sprague- Goodman N

Supercedes SG-402G

FILMTRIM® PLASTIC
DIELECTRIC CAPACITORS

TYPES
= Six Dielectrics:
- High temperature PTFE
- Standard PTFE
- Polypropylene
- Polyimide
- Polycarbonate
- Polyphenyl sulfide
= SMD and lead-through-hole mounting
= Top, bottom and side mount models
= Wide capacitance ranges
= Compact sizes
= Low cost for commercial/industrial applications
e Linear capacitance change vs. rotation

APPLICATIONS
« Mobile Radios MODIFICATIONS AND VARIATIONS AVAILABLE

= Special capacitance ranges

= Special terminal sizes and shapes
= Extended adjust shafts

= High temperature versions for PTFE
= Silver and/or gold plating

= Transmitters

= Pagers

« |[nstruments

« Electronic Games

= Wireless Security and Fire Alarms
« CATV

0 Sprague-Goodman Electronics, Inc.
S PR G U E 1700 SHAMES DRIVE, WESTBURY, NY 11590
G U 0 D m ﬂ n TEL: 516-334-8700 = FAX: 516-334-8771

E-MAIL: info@spraguegoodman.com

Tesis publicada con autorizacion del autor
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PONTIFICIA
UNIVERSIDAD

CATOLICA

SPRQGUE DEL PERU
GOODMAN

omm TOP ADJUST o o2

0.2 - v
FEATURES 0.098 05
. | s DIA—] - f
= High temperature PTFE or T =1
polyimide (PI) dielectrics 0.22 ]‘ ‘H’ max
- Compact size 5 M l| i ¢
= Linear capacitance change vs. rotation l o1
SPECIFICATIONS 3
. 0.2 —
Voltage Rating: 150 VDC f?ﬂ}
Dielectric Withstanding Voltage: 300 VDC o6 ROTOR STATOR
Contagt Resi§tance: 0.010 Ohms max. Lo&m DIA (2 HOLES)
Insulation Resistance: 104 megohms min (NOTE: c%zi FOR GZ132000)
Torque: 15 to 200 g-cm (0.21 to 3 0z-in) )
MOUNTING HOLE LAYOUT
All dimensions are in /mm.
Capacitance (pF) Q min TCC Operating ‘H” max Color Model
Dielectric min max (1MHz) (ppm/°C) | Temperature (°C) in/mm Code Number
PTFE, 1.2 4.0 1500 0 £+ 350 -40 to +125 0.20/5.0 Brown GXL4R000
High 1.8 10.0 1500 0 + 300 -40 to +125 0.23/5.8 Black GXL10000
Temp 2.0 15.0 1500 0 + 300 -40 to +125 0.24 /6.0 White GXL15000
2.3 18.0 1500 0 + 300 -40 to +125 0.24 /6.0 Green GXL18000
Pl 1.2 5.0 150 0 £+ 350 -40 to +85 0.20/5.0 Brown GZL5R000
1.4 10.0 150 0 + 350 -40 to +85 0.20/ 5.0 Black GZL10000
2.0 15.0 150 0 £ 250 -40 to +85 0.23/5.8 White GZL15000
2.7 20.0 150 0 £+ 250 -40 to +85 0.23/5.8 Green GZL20000
3.6 32.0 150 0 £+ 250 -40 to +85 0.2576.3 None GZL32000
i
ECONOMY 7mm TOP ADJUST
o2 | 0058\ 7yp
SPECIFICATIONS 68 ;13

l 0.16 —
Operating Temperature Range: -25°C to +85°C : 0.20 + 0.01 |
Dielectric: Polyphenyl Sulfide 50£03

Voltage Ratmg 50 VDC MOUNTING HOLE LAYOUT
Dielectric Withstanding Voltage: 100 VDC

0.12

.0

- f

Insulation Resistance: TUNING sor 002X 308 DP
500 megohms min 008, o
Torque: 25 ﬂ | ;
- - - i 0.04
20 - 200 g-cm (0.28 - 2.8 0z-in) ols 016001 [
FEATURES 8 49103 1
. . —
= Low setting drift ‘ ROTOR‘% smore»& ‘
= High Q 0.20 + 0.02 f | 0.12 013
= Low cost 5005 0.26 Lsse 30 Tas
) 6.5 0.080
< Compact size 0980 1vp
Capacitance Bulk Pack Ammo Pack 00423004 1vp
(pF) TCC Q min | Color Model Model 0x0.
min | max | (ppm/°C)|(1 MHz)| Code Number Number

0.7 | 10.0 | 350 +500| 500 Brown | GCL10000 GCL10025
0.8 | 20.0 | 350 £500| 500 | Green| GCL20000 GCL20025
0.9 | 30.0 | 350 £500| 500 | Yellow| GCL30000 GCL30025

GCL 00

Gl MRS Tesis publicada con autorizacion del autor
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TESIS PUCP

PONTIFICIA

UNIVERSIDAD

CATOLICA
DEL PERU

7 mm SURFACE MOUNT

FEATURES
= Low setting drift

= High Q
e Low cost

= Linear Capacitance change
vs. rotation

= Compact size

SPECIFICATIONS

Q min (at 10 MHz): 1000
Operating Temperature Range:
Dielectric: PTFE

TCC: N100 % 100 ppm/°C
Voltage Rating: 100 VDC
Dielectric Withstanding Voltage: 200 VDC
Insulation Resistance: 104 megohms min

-25°C to +85°C

SPRAGUE- MAN ELEC

Tesis publicada con autorizacion del autor

Capacitance .
(pF) ‘H’ max Color Model Torque: 20-300 g-cm (0.28 - 4.2 0z-in)
min | max (in/ mm) Code Number
0.5 4.5 0.087 /2.2 Orange GSX364 o < 02 0.01£0.002 g
06 | 90| 0087/22 Black GSX358 2059 008 7| [T 0059 5,0y 032005 ‘
0.8 15.0 0.094 /2.4 Blue GSX365 : 1 ‘ A COVER
1.0 | 20.0 0.100/ 2.6 Green GSX366 T OO OG-0 00 TAPE\
047 \ \ |
*H* MAX 12 0222 B T T
-
012 22|\ () L L U
016 0.02+0.002 30 ~ ¢ SE65
a1 0.17 0.4+ .05 0.067 FE*‘ . F%
o DA V17 s 2.8
o.zoga DIA STATOR T
8 0.51 +0.02
7 0.02 DIA
0.27 0 —=TYP 0.28 +£ 0.008 13.0+0.5
68 L \,////4!%\! LO'S 72202 0.047
O // 12
B\=" e | t |
. COLOR | < 0047, f H 3.1520.2
CODE DIsk 12 0.080 ‘ ‘ i 800x50""
0.21 G S
= sa T . 0.087 2.0 I 1
2.2 0.090
_ i 22 0.91 50
(STATOR SIDE) |:| [I 23.0
A [« 0:08+0.008.
0.3 047 | 0094 13.0 £ 008 0531 3% 20202
3.4 43 2.4 3300 £ 2.0 35 ros
"~ -00
SUGGESTED PAD LAYOUT CARRIER & REEL
. 027001 |
6.8+0.3
0.16
<216
4.1
\ 0.250 %051 ryp | | | 0.500%0.04
| 0.21£0.01 6.35+1.3 | [ 127:10 0.08
5403 [ w 0=
0.02 x 0.02 | |
TUNING SLOT Jj:‘ J:t
05x05 o o 0.04 004
| | =
0.059 | |
COLOR 15 0.630 + 0.02 | |
CODED—+] 5 0221001 S 50505 | i
BASE 5.5+ 0.3 T T T ? T
| | i i on o
-3 1 Tr 1 oo o 0.492 Z0 +0.08
_ + | 125+1 0.71 -0.03
u u -00 180+l
0.13 / ! ! L -08
| I 3.2 |
0.55 + 0.04 % DIATYP
0.63 + 0.04 14.0+0.1 :
16.0+0.1 0.500+0.01 1 0.026£0.004 _||_
127403 0.65+0.1
STATOR—= ~ROTOR
*‘ . 0021y, CARRIER
-y 0.4 L
L‘Jk@» 0.02£0.004 15 ||
5.0 0.5+0.1

All dimensions are in /mm.
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PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CA

TOLICA
DEL PERU

SPRAGUE
GoO0ODMAN

6 X 8mm TOP/BOTTOM & SIDE ADJUST

FEATURES

= Compact size
= High temperature PTFE dielectric
= Linear capacitance change vs. rotation

SPECIFICATIONS

Voltage Rating: 300 VDC
Dielectric Withstanding Voltage: 500 VDC
Contact Resistance: 0.010 Ohms max

Insulation Resistance: 104 megohms min "
Torque: 15 to 245 g-cm (0.21 to 3.4 o0z-in) l' -
.-! , I |
. Operating Top/Bottom Adjust | Top/Bottom Adjust Side Adjust
Capacitance (pF) Q min TCC Temperature| Color 3 Lead 2 Lead
Dielectric| min max (1MHz)|(ppm/ °C) (((®)) Code | Model Number | Model Number | Model Number
PTFE, 1.0 3.5 1500 0 + 350 |-40 to +125 |Orange GXE3R511 GXE3R501 GXQ3R501
High 1.8 10.0 1500 0+ 350 |-40 to +125 | White GXE10011 GXE10001 GXQ10001
Temp 2.5 18.0 1500 0+ 350 |-40to+125| Red GXE18011 GXE18001 GXQ18001

0.14 /
0.02 . 0.02 =% 4 0.043 ROTOR (2)
0.6 06 &9 4 F 11 STATOR
0.098 098 DIA— = k 0.03 % DIA ~— 003
F ! ‘ ‘ ;o SIDE ADJUST
03 ot . 0.128 0075
8 8 - ‘ ‘ 3.25 1.9 012 A
0.051 3.0
2302 pia
- \
) ; & +F®,ﬁ(3 HOLES) 76(:#:k \__ 0.051
0.17 0.17 i 0200 | T 13 0%
ROTOR (2)—» -3 4-'3 **(f} O'i)z DIA 5.08 (2 HOLES)
STATOR ZR:)TOR STATOR 3 LEAD 2 LEAD
0.043 0. 051
1 1 [ DIA (3 HOLES)
! \
L i 75
SIDE ADJUST ‘ —®- Ra
0.098 098 MOUNTING HOLE
3 LEAD 2 LEAD LAYOUTS

SPRAGUE-

MAN ELEC

Tesis publicada con autorizacion del autor
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PONTIFICIA
UNIVERSIDAD

CATOLICA
DEL PERU

TESIS PUCP

8 mm TOP/BOTTOM & SIDE ADJUST

SPECIFICATIONS FEATURES

Voltage Rating: 200 VDC (High temp PTFE), = Choice of dielectrics: High Temp PTFE, Standard
100 VDC (all others) PTFE, Polypropylene, or Polycarbonate

Dielectric Withstanding Voltage: = Linear capacitance change vs. rotation
300 VDC (High temp PTFE), 200 VDC (all others)

Contact Resistance: 0.010 Ohms max
Insulation Resistance: 104 megohms min
Torque: 15 to 250 g-cm (0.21 to 3.5 oz-in) E :
o
iU |
Capacitance Operating Top/Bottom Adjust | Top/Bottom Adjust Side Adjust
(pF) Q min TCC |Temperature| ‘H> max | Color 3 Lead 2 Lead
Dielectric| min | max [(1MHz) |(ppm/°C) (°C) in/mm | Code |Model NumberModel Number|Model Number
PTFE*, 1.5 5.0 1500 0 £ 250| -40 to +125|.402/10.2| Clear GXE5R000 GXE5R002 GXR5R000
High 1.8 9.0 1500 0 + 250| -40 to +125|.402/10.2| Yellow GXE9R000 GXE9R002 GXR9R000
Temp 2.6 18.0 1500 0 + 250| -40 to +125|.402/10.2| Green GXE18000 GXE18002 GXR18000
3.5 27.0 1500 0 + 250| -40 to +125|.402/10.2| Red GXE27000 GXE27002 GXR27000
4.5 36.0 1500 0 + 250| -40 to +125|.449/11.4| Violet GXE36000 GXE36002 GXR36000
5.0 45.0 1500 0 + 250| -40 to +125|.449/11.4|Orange GXE45000 GXE45002 GXR45000
PTFE 1.6 5.0 1500 0 + 350|-40 to +85(.402/10.2| Clear GXAS5R000 GXAB5R002 GXB5R000
2.0 9.0 1500 0 £ 350| -40 to +85]|.402/10.2| Yellow GXA9R000 GXA9R002 GXB9R000
2.0 18.0 1500 0 + 300|-40 to +85|.402/10.2| Green GXA18000 GXA18002 GXB18000
3.9 27.0 1500 0 +300|-40 to +85|.402/10.2| Red GXA27000 GXA27002 GXB27000
4.5 36.0 1500 0 + 300|-40 to +85|.449/11.4| Violet GXA36000 GXA36002 GXB36000
5.0 45.0 1500 0 + 300|-40 to +85|.449/11.4|Orange| GXA45000 GXA45002 GXB45000
PP 1.6 5.0 1000 0 +£300|-40 to +70|.402/10.2| Clear GYA5R000 GYA5R002 GYB5R000
2.0 10.0 1000 0 + 300|-40 to +70(.402/10.2| Yellow GYA10000 GYA10002 GYB10000
2.0 15.0 1000 0 +£400|-40 to +70|.402/10.2| Blue GYA15000 GYA15002 GYB15000
2.2 22.0 1000 0 + 400|-40 to +70|.402/10.2| Green GYA22000 GYA22002 GYB22000
2.3 27.0 1000 0 +350|-40 to +70|.402/10.2| Red GYA27000 GYA27002 GYB27000
3.0 36.0 1000 0 + 300|-40 to +70|.402/10.2| Violet GYA36000 GYA36002 N/A
PC 2.5 30.0 200 |100 + 300|-40 to +85|.402/10.2| Red GZA30000 GZA30002 GZB30000
4.0 40.0 200 |100 + 300| -40 to +85(.402/10.2| Violet GZA40000 GZA40002 GZB40000

*Gold plated metal parts are standard on GXE and GXR models shown above.

0.098
088 _ 25 DA
8.5 T w ] d
4. x
T 033 I e
8.
0.30 |
7 E i Y —T
0.14
— 0.02 3.5 |e—"H MAX—|
06 003
0098 [ o7 SIDE ADJUST
T ‘w 0.075 -
3.75 1.9 0.12
%] ‘H’ MAX 0 | S0 DA
! ,L\ | OfnglA /L/g.o
.30 -
| l =5 4:}»/% D (@HoLes) *@Hjﬁ . o051
- I T 0200 | T 13 0%
017 0.17 -0 °3-102 DIA 508 (2 HOLES)
4 43 ' 2 Lead
ROt f 3 Lead O
STATOR T TS ‘
0.0413 1y ROTOR STATOR 0.051 DIA/TO | | 0.098
105 13 o 25
(3 HOLES) \ 4 MOUNTING
3 LEAD 2 LEAD Side Adijust HOLE LAYOUTS

SPRAGUE'@DMAN B T esis publicada con autorizacion del autor
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PONTIFICIA
UNIVERSIDAD

SPAN | s
PRAGUE

GOODMAN
10mm TOP/BOTTOM & SIDE ADJUST
SPECIFICATIONS FEATURES
Voltage Rating: 200 VDC (High temp PTFE), = Choice of dielectrics: High Temp PTFE, Standard

100 VDC (all others) PTFE, Polypropylene (PP), or Polycarbonate (PC)

Dielectric Withstanding Voltage: = Linear capacitance change vs. rotation

300 VDC (High temp PTFE), 200 VDC (all others) - Wide capacitance ranges

Contact Resistance: 0.010 Ohms max
Insulation Resistance: 104 megohms min
Torque: 15 to 360 g-cm (0.2 to 5 0z-in)

H i : =

1

! [

Capacitance Operating Top/Bottom Top/Bottom Top/Bottom Side
(PF) Q min TCC |Temperature| ‘H’ max | Color | 3Lead-Std. |3 Lead-Spec| 2 Leads
Dielectric| min | max [(1MHz) [(ppm/°C) °C) in/mm Code | Model No.| Model No.| Model No.| Model No.
PTFE*, 2.5 15.0 | 1500 | 0 +£250|-40 to +125|0.402/10.2| Red GXF15000 | GXF15003 | GXF15004| GXT15000
High 3.0 25.0 | 1500 | 0 +£250|-40 to +1250.402/10.2| Clear | GXF25000| GXF25003 | GXF25004| GXT25000
Temp 4.0 40.0 | 1500 | 0+ 250 | -40 to +125|0.402/10.2| Yellow | GXF40000| GXF40003 | GXF40004| GXT40000

55 60.0 | 1500 | O + 250 | -40 to +125|0.449/11.4| Blue | GXF60000| GXF60003 | GXF60004| GXT60000
6.0 75.0 | 1500 | O £ 250 | -40 to +125|0.449/11.4| Violet | GXF75000| GXF75003 | GXF75004 | GXT75000
8.0 90.0 | 1500 | O + 250 | -40 to +125|0.488/12.4| Orange| GXF90000| GXF90003 | GXF90004 | GXT90000

PTFE 2.0 13.0 | 1500 | 0 + 400 |-40 to +85(0.402/10.2| Blue | GXC13000| GXC13003| GXC13004| GXD13000
3.0 26.0 | 1500 | 0 +£350|-40 to +85(0.402/10.2| Green | GXC26000f GXC26003| GXC26004| GXD26000
3.5 38.0 | 1500 | 0+300|-40 to +85|0.402/10.2| Clear | GXC38000| GXC38003| GXC38004| GXD38000
6.0 60.0 | 1500 | O + 300 |-40 to +85(0.449/11.4| Yellow | GXC60000f GXC60003| GXC60004| GXD60000
7.0 75.0 | 1500 | 0 +300|-40 to +85|0.449/11.4f Red | GXC75000] GXC75003| GXC75004| GXD75000
8.0 90.0 | 1500 | 0 + 300 |-40 to +85|0.488/12.4| Violet | GXC90000| GXC90003| GXC90004| GXD90000

10.0 | 150.0 | 1500 | 0 + 300 | -40 to +85|0.488/12.4|Orange| GXC15100| GXC15103| GXC15104 N/A

PP 2.0 15.0 | 1000 | 0 +400|-40 to +70(0.402/10.2| Blue | GYC15000| GYC15003| GYC15004| GYD15000
3.0 20.0 | 1000 | O +400|-40 to +70|0.402/10.2| Green | GYC20000| GYC20003| GYC20004| GYD20000
3.5 40.0 | 1000 | 0+350(-40 to +70|0.402/10.2| Clear | GYC40000| GYC40003| GYC40004| GYD40000
4.5 65.0 | 1000 | 0 + 350 | -40 to +70|0.402/10.2| Yellow | GYC65000| GYC65003| GYC65004| GYD65000

PC 8.0 80.0 200 | 0+ 200|-40 to +85|0.402/10.2| Red | GZC80000| GZC80003| GZC80004| GZD80000
9.0 | 100.0 200 | 0 +400|-40 to +85|0.449/11.4| Violet | GZC10100| GZC10103| GZC10104| GZD10100
9.0 | 120.0 200 | 0 £350|-40 to +85(0.449/11.4|Orange| GZC12100| GZC12103| GZC12104| GZD12100

10.0 | 150.0 200 | 0+ 350|-40 to +85|0.472/12.0|Orange| GZC15100| GZC15103| GZC15104| GZD15100

12.0 | 180.0 200 | 0+£350|-40 to +85(0.472/12.0{Orange| GZC18100| GZC18103| GZC18104| GzZD18100

*Gold plated metal parts are standard on GXF and GXT models shown above.

0.098 . 0402

25 DA 102
0.43 0.43 0.43 T 0.25
I S -— 222 | 222 .
11 11 11 53] (
AN &
11 T

0.03
o 0.03
7
LROTOR &)
0.18 STATOR ‘ 0.0413
-

o‘o

0.03 45 H MAX—=] 105 "
07 003
0.098 DIA] K f 07 SIDE ADJUST
25 I 0.20 0.100
s [T »‘m« 012 0
T | L / 3.0
AX T ,L 0058 pip 0200 | (71N &
% *ﬁ»)f@{(sl':owa 508 7‘\ L °'1°§1D|A
) ‘ 0.12 ? 0.300 S HOLES)
74@, ﬁ DIA «ﬁ%
18 3 Lead Standard s, 3 Lead Special
/ i ~— %4’ 3 HOLES)\\@ifi
© STATOR ’ STATOR - % tﬁ 25 bia ¢ i
0.0413 7@ +H{(2 HOLES) ? 030 ? }
105 TYP—o| |=— o 470.0413TVP FWQ‘
1.05 012 DIA
2 Lead 30 Side Adjust
3 LEAD STANDARD 3 LEAD SPECIAL 2 LEAD MOUNTING HOLE LAYOUTS
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PONTIFICIA
UNIVERSIDAD

TESIS PUCP 1 e

DEL PERU

11 X 13mm TOP/BOTTOM ADJUST

FEATURES

= Housing protected

= High capacitance range HEH\ CODE
= Linear capacitance change vs. rotation 002 -
SPECIFICATIONS ‘ r

Voltage Rating: 100 VDC DIA%‘ tvoz
Dielectric Withstanding Voltage: 200 VDC T 05
Contact Resistance: 0.010 Ohms max %MAX

Insulation Resistance: 104 megohms min i

Torque: 20 to 360 g-cm (0.28 to 5 0z-in) 1

0.17 ”« STATOR
43
7* ROTOR (2)
L 00413,
1.05

0.39 N
Capacitance Operating 0 AL ‘ 0.051 0
(PF) Q min TCC |Temperature Color Model L,,é, s
Dielectric| min | max | (1MHz) |(ppm/°C) °C) Code Number J 02 ‘
PC 15.0 | 230.0 200 0 + 400 | -40 to +85 | Orange - 1dot GzC23112 5T
30.0 | 430.0| 150 0+ 350 | -40 to +85 | Orange - 2dot GZC43112 MOUNTING HOLE LAYOUT
16 mm TOP / SIDE ADJUST
FEATURES 0o k% | =
= Highest capacitance range Lo 071
. . o 0.03 =~
= Linear capacitance cange vs. rotation | r*s T 1
SPECIFICATIONS » T SHES
Voltage Rating: 150 VDC T—l L03.154DIA l
Dielectric Withstanding Voltage: T NeLsraror
300 vDC I ‘ -ROTOR L
Contact Resistance: 0.010 Ohms max 0—;’8% A WY — Ofgpr
17

Insulation Resistance: 104 megohms min
Torque: 20 to 360 g-cm (0.28 to 5 0z-in) !

(2HOLES) MOUNTING HOLE LAYOUT

SIDE ADJUST

07350 ‘
7®,
T i [‘ﬂ DIA

1.3

i 089 1 —@— (3HoLES)
15 ‘ ‘
Capacitance Operating Top Adjust Side Adjust i,e}
(pF) Q min TCC |Temperature| Color Model Model !

Dielectric| min | max |[(1MHz) |(ppm/°C) (°C) Code Number Number MOUNTING HOLE LAYOUT
PC 9.0 | 200.0 200 0+ 300| -40 to+85 |Orange| GZN20100 GZP20100

18.0 | 300.0 200 0+ 300| -40 to+85 | Clear GZN30100 GZP30100
Pl 250 | 600.0 | 150 | 0+350| -40to+85 | None | GZN60100 | GzP60100 TOP ADJUST
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CATOLICA
DEL PERU

PART NUMBERING SYSTEM

GX A

Dielectric Form Factor

9RO 00

Modifications

Cap Code (Top Adjust Models)

Symbol Description Symbol Description

Q* 6 x 8 mm Side Adjust
R* 8 mm Side Adjust
T 10 mm Side Adjust

Industry Standard, |Symbol Description

GC PPS A 8 mm Top/Bottom Adjust ie. 01 6 x 8 mm, 2 leads,
(Pstl)Jll)f/iggt)enyl B 8 mm side Adjust ‘115(6)3 = 4(1).2 pllz, Sr)1<I3E/ and GXQ series
GSX** PTFE C 10 mm Top/Bottom Adijust, 301 - 300'0 IOF, 02 8 mm, 2 leads
(Polytetrafluor- 11x13 mm Tép/Bot.tom Adjust B v P 03 10 mm, 3 lead, special
oethylene) D 10 mm Side Adjust 04 10 mm, 2 leads
GX  PTFE E* 6x8 mm Top/Bottom Adjust, 11 6 x 8 mm, 3 leads
(Polytetrafluor- 8 mm Top/Bottom Adjust
oethylene) i 12 11 x 13 mm,
Gy pp F* 10 mm Top/Bottom Adjust housing protected
A (available on all 10 mm
(Polypropylene)| L :r/’ mm E%% rfger#;t top and bottom adijust
GZ PCorPl , units)
(Polycarbonate N 16 mm Top Adjust 25 Ammo pack version for
or Polyimide) P 16 mm Side Adjust GCL only

* Extended temperature range: -40°C to +125°C

** GSX parts do not conform to part numbering system above.
For other modifications such as high temperature base material or special lead plating, contact factory.

SPECIFICATION NOTES

1. Parts are 100% tested for capacitance range and
dielectric withstanding voltage.

2. Capacitance range specified is that which is
guaranteed, and is measured at 1 MHz at room
temperature.

3. Q factor is measured at maximum rated
capacitance and at room temperature.

4. Dielectric strength is measured at maximum rated
capacitance and room temperature, with test
voltage (as listed for each model) applied for 60
seconds.

5. Insulation resistance is measured at maximum rated
capacitance and room temperature and at rated
voltage, unless otherwise specified.

6. Temperature coefficient of capacitance (TCC) is
measured at 1 MHz over the operating temperature
range, with capacitor set at maximum rated
capacitance.

7. Axial load during tuning should not exceed 200
grams force. At maximum axial load, capacitance
change is no more than 15%.

8. Capacitors should not be operated outside of rated
capacitance range and working voltage.

SPRAGUE'@DMAN dae 7 esis publicada con autorizacion del autor
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Soldering and Cleaning

of FILMTRIM® Trimmer Capacitors

Soldering Methods

(1) Reflow soldering for GSX series

Pre-heat: 140°C £10°C for 2 to 3 minutes.
Soldering: 200 to 250°C within 25 seconds.
(Peak soldering temperature: 250°C maximum).

(2) Dip soldering (does not apply to GSX models)

260°C £10°C for 7 seconds maximum.

(3) Hand soldering (for lead-through-hole models)

Soldering: Tip temperature 350°C +10°C for
3 to 4 seconds

(4) Hand soldering (GSX models)

Preheating: Fully preheat on a hot plate with a
surface temperature of 100 to 150°C.
Soldering: 260°C +10°C for 5 seconds maximum.

Cleaning

(1) Water soluble fluxes and detergents with a water
flush after soldering of the boards can be used for
GX, GY and GZ models.

(2) Do not immerse FILMTRIM models in chlorinated or
fluorinated hydrocarbon solvents as this would
adversely affect the plastic dielectrics and base
materials. Some customers have successfully used
GX models in scrubbers or sprayers where only the
bottom of the printed circuit boards is exposed to
solvents. If the process requires immersion in solvents
for cleaning boards, the FILMTRIM capacitors should
be hand soldered to board after the boards have
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